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The majority of the products included in this condensed catalogue 
are available or can be obtained quickly through S.S.C. 
distributars. 
In addition, to satisfy problems conceming immediate supply, the 
types marked with an asterik are always kept on stock. 

The complete specifications of the devices are written in the 
4 volumes general S.S.C. catalogue. 
This condensed version does not constitute a control or reception 
document. 

The S.S.C. reserves the right to modify in part or completely, the 
mechanical and/or electrical characteristics presented. 

La majorite des produits inclus dans ce catalogue condense sont 
disponibles ou peuvent etre obtenus rapidement chez les 
distributeurs SSC. 
De plus, pour repondre ci taut probleme de depannage urgent, 
les types signales par un asterisque sont tenus rigoureusement en 
stock. 

Les specifications completes des dispositifs sont consignees dans 
le Catalogue General SSC 4 volumes. 
Ce condense ne constitue pas un document de contr61e ou de 
reception. 

SSC se reserve la possibilite de modifier, en p'artie ou entierement, 
les caracteristiques mecaniques ou electriques annoncees. 
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DISTRIBUTEURS PARISIENS 

COMEREL 
15, rue du Colonel Delorme 
93100 - MONTREUIL 
Tel:808.13.77 

808 _50 .98 
Telex: 68.363 F 

GALLEC ELECTRONIQUE 
PAR IS CENTR E 
78, avenue des Champs Elysees 
75008 - PARIS 
Tel: 225 .67.10 

225.67 .11 
359.58 .38 

AGENTS ET DEPOSITAIRES S.S.C. EN FRANCE 

Departements 
couverts 

AGENCE SSC de MARSEILLE Agent et 04 - 06 
lere Avenue N° 24 Distr ibuteur 13·20 
Zone Industrielle de Vi trolles 30 
13127 - VITROLLES 34 (est) 
Tel: 89.00 .30 83 - 84 
Telex: 42 .324 

AGENCE de METZ Agent 52 - 54 
36, rue des Jardins 55 - 57 
BAN SAINT MARTIN 88 
57023 - LONGEVILLE LES 
ME'TZ 
BP W 1 
57023 - LONGEVILI_E LES 
METZ 
Tel: 69.09.50 a 53 
Telex: 86.177 

AQUITAINE COMPOSANTS Agent et 16 - 17 
226/228 Cour s de la Somme Distributeur 24 - 33 
33000 - BORDEAUX 40·47 
Tel: 91 .13 .92 -· 923641 
Telex: 57 684 Ring BX 228 

GALLEC ELECTRONIC 
PARIS SUD 
29, rue Raymond Losserand 
75014 - PARIS 
Tel: 566.92.89 

NATIONAL DISTRIBUTION 
91, rue de la Jonqu iere 
75017-PARIS 
Tei : 229.55.48 

229.55 .82 

AUVERLEC 
PIERRE GOUTEYRON SA 
Zone I nrlustrielle 
63800 - COURNON 
BP 49 
63002 - CLERMONT FERRAND 
CEDEX 
Tel :92 .14.77 
Telex: 39.926 Clermont-Ferrand 

BUREAU BARISIEN, ELiC 38 
8-10, avenue du Grand Sablon 
38700 - LA TRONCHE 
BP N' 294CentredeTri 
38044 - GRENOBLE CEDEX 
Tel: 87.67 .71 
Telex :32 .739 

DIRECT 
151 -153, rue de Canstantine 
76000 - ROUEN 
Tel: 70.24 .23 
Telex: 77 .842 Rauen 

Departements 
couverts 

Distributeur 03 - 15 
Agent 18 - 19 

23 - 36 
43 - 48 
58 - 63 
87 

Agent et 05 - 07 
Distributeur 26 - 38 

73 - 74 

Agent et 14 - 27 
Distributeur 28 - 50 

61 - 76 
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AGENTS ET DEPOSITAIRES S.S.C. EN FRANCE 

Departements Departements 
couverts couvert s 

DOCKS ELECTR IOUES Agent et 01 - 39 SERIME Agent et 59 - 60 
LYONNAIS D istributeur 42 - 69 Zöne Industrielle de Seclin Distributeur 62 - 80 
8, rue des Freres E et L Bertrand 59113 - SECLIN 
69632 - VENISSIEUX Tel: 52.34.38 
Tel: 69.36.29 Telex: 82.520 
Telex: 34 .189 

M. KINDER Agent 67 - 68 Societe MALBEC et Cie Agent et 37 - 41 
I, rue P. R istelhuber 90 17, rue du Luxembourg Distributeur 45·49 
67100 - STRASBOURG MEINAU Zöne Industrielle 53 - 72 
Tel: 39.29.29 BP 78 
Telex: 87 .627 37002 - TOURS CEDEX 

Tel: 20.43.96 
Telex: 75.033 Tours 

PELLET et SOLIGNAC Agent et 10·21 
8, rue de Mulhouse Distributeur 25 - 70 
21000 - DIJON 71 - 89 
Tel: 30.69.24 
Telex: 35.833 Dijon SODIREL Distributeur 52·54 

24, rue du Vignoble 55·57 
57000 - METZ BORNY 67·68 
Tel: 74 .0776 88 - 90 

REMI Agent et 02·08 74 .01.38 
85, rue Emile Zola Distributeur 51 Telex: 86.431 F/CTIMTZ103 
51100-REIMS 
Tel :40.10.14 

40.06.61 
Telex: 83.642 CHAMCO REMI 

SPELEC Agent et 09 · 11 
93, ru! R IQUilI Distributeur 12·31 

RIME Agent et 22 - 29 31071 - TOULOUSE 32 
rue de la D utee Distributeur 35·44 Tel: 62 .34.72 34 ouest 
44021 · ST HERBLAIN 56 - 79 Te'e>< _ EU fGtele" 5 1,953 46 64 
Tel: 71.54.65 85 - 86 SvC 209 Spelec 65 - 66 
Telex: 71.084 Nantes 0' .... 82 
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FOREIGN SUBSIDIARIES S.S.C. 
FILIALES S.S.C. A L'ETRANGER 

SPAIN 
S.C.I. 
Guzman el Bueno, 114 
MADRID -3 
Fabrica : BARRIO DE LA FORTUNA 

MADRID 

FOREIGN AGENTS AND DISTRIBUTORS S.S.C. 
AGENTS ET DISTRIBUTEURS S.S.C. A L 'ETRANGER 

SOUTH AFRICA 
LlBERTY ELECTRONICS 
P.O. Box 334 
BOKSBURG 

GERMANY 
ROEDERSTEIN GmbH 
8300 - LANDSHUT 
Ludmillstr. 23 - 25 

ENG LAND 
ELECTROUSTIC Ltd 
20 Wilbury Grove 
HOVE BN 3 3JQ (Sussex) 

ARGENTINA 
M. Carlos A. BANETT 
Maure 3418 
BUENOS AIRES 

AUSTRIA 
BEHAGE 
Schelli nggasse 5 
1010 - WIEN 1 

BELGIUM 
CLOFIS Sprl 
539 Steenweg op B russel 
1900 - OVERIJSE 

BRAZIL 
Aplicacoes Eletronicas 
Artimar LdtA 
P.O. Box 5881 
SAO PAULO 

DENMARK 
SCANSUPPLY 
20 Nannasgade 
2200 - K0BENHAVNN 

FINLAND 
Oy CHESTER Ab 
Uudenmaankatu 23 
HELSINKI12 

NORWAY 
HENACO AIS 
Okern Torgwei 13 
- P.O. Box Okern 
OSLO 5 

ITALY 
SILEC Spa 
Piazza Buonarroti 32 
20149 - MILAN 

THE NETHERLANDS 
CLOFIS NEDERLAND NV 
Oudemanstraat 2 
DEN HAAG 

SINGAPORE 
GENERAL ENGINEERS 
(ELECTRONIC) Corp. 
173 B Cecil Street 
SINGAPORE 1 

SWEDEN 
ELEKTRISKA INSTRUMENT Ab 
Box 1237 
161 12 BROMMA 12 

SWITZERLAND 
ROTRONIC AG 
Rautistrasse 12 
8047 - ZURICH 

POLAND-HUNGARY-USSR 
CSSR-YUGOSLAVIA 
SEMIRA 
10, rue Lord Byron 
75008 PARIS 
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INFORMATION ABOUT S.S.C. SERVICE IN THE FIELD OF 11 ASSEMBLIES" 

In addition to the series of diode and thyristor assemblies whose power 
has been presented in this catalogue, SI LEC-SEM I-CONDUCTEURS 
can provide all types of electrical mountings such as : AC power 
switching systems or multiphase rectifiers up to 2 000 KW_ 
These can be used with natural convection or under forced ventilation 
depending on the most economical solution or the imposed technical 
constraints_ 
Please note that t his service is not limited to mechanical assemblies 
for electr ical power requirements only. S-S.C. can associate thyristor 
trigger circuitry allowing the regulation of the outputs a function of 
a ci rcui t parameter. 
The above can be carried out as a function to be incorporated in a 
unit or as a complete assembly in itself adefinite function. 
In all cases, we can supply protection adapted to the semi-conductors 
used, by including fuses or by blocking the gate pulses at a pre-defined 
threshold current. 

INFORMATION SUR LE SERVICE" ENSEMBLES" DE LA S.S.C. 

En plus de la gamme des montages a diodes et thyristors de puissance 
presentee dans ce catalogue, la SI LEC-SEM I-CONDUCTEURS realise 
tous les montages electriques, tels que : variateurs de puissance alterna
tifs ou redresseurs polyphases jusqu'a des puissances de 2.000 KW. 
Ceux-ci peuvent etre utilises en convection naturelle ou en ventilation 
forcee suivant la solution la plus economique ou les imperatifs techni
quas imposes. 
Nous attirons I'attention sur le fait que I'activite de ce service ne s'arrete 
pas aux montages mecanique6 el ~ Iectriques de pUlssance. Nous leur 
essocions, les elements elecTroniques de declenchement des thyristors 
ainsi que les circuits permettam d'effecluer la regulation d'une 
grandeur de sortie en fonction d 'un paramthre quelconque. 
Ces realisations peuvent etre faites sous la forme de fonctions a 
incorporer dans un ensemble, ou bien sous la forme d'une unite 
compllHe realisant une fonction detinie. 
Dans touS les cas nous pouvons adjoindre les protections adaptees 
aux semi conducteurs employes par le montage de fusib~, ou bien 
par blocage electronique des impulsions de gachette ä partir d ' un 
seuil de <:Ouran! dl!fini. 
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'R 
trr 

VF 
VFM 
VRA 
VRRM 
VRSM 

ZENER DIODES 

Temperature ccefficient of VZT 

Reverse current 

Knee Zener current 

Max regulator current 
Test Zener current 

Noise density 
Differential resistance at IZK 
Differential resistance at I ZT 
Test Zener voltage 

RECTIFIER DIODES 

Capacitance 
DC forward current 
Repetitive peak forward current 

Surge non repetitive peak forward 
current 

Mean forward current 
Reverse current 
Reverse recovery time 
DC forward voltage 
Peak forward voltage 
Avalanche voltage 

Repetitive peak reverse voltage 
Non repetitive peak reverse voltage 

SYMBOLS RECAPITULATION 
RECAPITULATIF DES SYMBOLES 

~~~ 

SI 

DIODES de REGULATION de TENSION 

Coefficient de temperature de la tension de 
regulation 
Courant inverse 

Courant de regulation minimal 
Courant de regulation maximal 
Courant de contröle de la tension de 
regulation 
Niveau de bruit 
Resistance differentielle a IZK 
Resistance differentielle a IZT 
Tension de regulation 

DIODES de REDRESSEMENT 

Capacite 
Courant direct continu 
Courant direct de pointe nlpetitif 

Courant direct non repetitif de su rcharge 
accidentelle 
Courant direct moyen 
Courant inverse 
Temps de recouvrement inverse 
Tension directe continue 
Tension directe de crete 
Tension d'avalanche 

Tension inverse de pointe repetitive 
Tension inverse de pointe non repetitive 
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USE REPLACEMENT I 
GAMTI ~ UTE TYPES FONC· TYPES 95.910 TION REMPLACeS 

I N 1586 R 
I N 1587 R 
I N 1737 ZCT 
I N 1737 A ZCT 
I N 1738 ZCT 
I N 1738 A ZCT 
1 N 2887 THT 
IN 2891 THT 
I N 2897 THT 
I N 2901 THT 
I N 2905 THT 
I N 2911 THT 
I N 2915 THT 
I N 2919 THT 
IN 2921 THT 
IN 2923 THT 
IN 2925 T HT 
IN 2970 B Z 
IN 2971 B Z 
IN 2972B Z 
IN 2973 B Z 
IN 2974 B Z 
lN2975B Z 
lN2976B Z 
IN 2977 B Z 
IN 2979 B Z 
IN 2980 B Z 
IN 2982 B Z 
IN 2984 B Z 
IN 2985 B Z 
IN 2986 B Z 
IN 2988 B Z 
IN 2989 B Z 
IN 2990 B Z 
IN 2991 B Z 
IN 2992 B Z 
IN 2993 B Z 
IN 2995 B Z 
IN 2997B Z 
IN 2999 B Z 
IN 3000 8 Z 
IN 30018 Z 
IN 3002 8 Z 
IN 3003 8 Z 
IN 3004 8 Z 
IN 3005 B Z 
lN3007B Z 
IN 30088 Z 
IN 3009 8 Z 
IN 30118 Z 
IN 3012 B Z 
IN 3014 8 Z 
IN 3015 B Z 
IN 30168 Z 
lN3017B Z 
IN 3018 8 Z 
IN 3019 B Z 
IN 3020 8 Z 
IN 30218 Z 
IN 3022 8 Z 
IN 3023 8 Z 
IN 3024 B Z 
IN 3025 B Z 
IN 3026 8 Z 
lN3027B Z 
IN 3028 B Z 
IN 3029 8 Z 
IN 3030 B Z 
IN 30318 Z 
IN 3032 B Z 
IN 3033 8 Z 
IN 3034 B Z 
IN 3035 8 Z 
IN 30368 Z 
lN30378 Z 
IN 3038 8 Z 
lN30398 Z 
IN 3040 8 Z 
IN 3041 B Z 
IN 3042 8 Z 
IN 3043 B Z 
IN 3044 8 Z 
IN 30458 Z 
IN 3046 B Z 
IN 30478 Z 
IN 3048 B Z 
IN 3049 B Z 
IN 3050 B Z 
lN30518 Z 
IN 3154 ZCT 
IN 3154 A ZCT 
IN 3155 ZCT 
lN3155A ZCT 

Zener Diodes I 
General use Diodes 

Rectifier Diodes 
Fast recovery Diodes 

• 
P • 

P • 
G • 
G • 
p • 
G • 
G 
G • 
G • 
G • 
G • 
G • 
G 
G • G • 
G • 
G • 
G • 
G • 
G • 
G • 
G • 
G • 
G • 
G • 
G • G 
G • 
G • 
G • G 
G • 
G • 
G • 
G 
G • 
G 
G • 
G • 
G 
G 

H P • H P • H P • 
H P 
H P • 
H P • 
H P • 
H P • 
H P • H P 
H P • 
H P • 
H P • 
H P • H P • 
H P • 
H P • 
H P • 
H P • 
H P • 
H P • 
H P • 
H P • 
H P • 
H P • H P • 
H P • 
H P • 
H P • 
H P 
H P • H P • H P • H P 
H P • H P 

• 
G 

• • 
-

Z Diodes de regulation de tension 
D Diodes usage general 
R Diodes Redressement 

RF Diodes raoides 

USE REPLACEMENT 0 
UTE 2 Page TYPES FONC· TYPES 95 .910 GAMT Page 

TION REMPLACeS c 

33 IN 3156 ZCT I 20 
33 lN3156A ZCT G • 20 
19 IN 3157 ZCT 20 
19 IN 3157 A ZCT G 20 
19 IN 3189 R H P • 32 
19 IN 3190 R H P • 32 
38 IN 3191 R H P • 32 
38 I N 3282 THT 39 
38 I N 3283 THT • 39 
38 I N 3284 THT • 38 
38 I N- 3285 THT • 38 
38 I N 3286 THT 38 
38 I N 3305 B Z P • 27 I 
38 I N 3306 B Z P 27 . 
38 I N 3307 B Z P 27 
38 I N 3308 B Z P • 27 
38 I N 3309 B Z H P • 27 
26 I N 3310 B Z H P 27 
26 I N 3311 B Z H P • 27 
26 IN 3312 B Z H P • 27 
26 IN 3314 B Z H P • 27 
26 lN3315B Z H P 27 
26 lN3317B Z H P • 27 
26 IN 3319 B Z H P • 27 
26 IN 3320 B Z H P • 27 
26 IN 3321 B Z H P • 27 
26 IN 3323 B Z H P • 27 . 
26 IN 3324 B Z 

, 
H P • 27 I 

26 IN 3325 B Z H P • 27 
26 IN 3326 B Z H P 27 
26 lN3327B Z H P 27 
26 IN 3328 B Z H P 27 
26 IN 3330 B Z H P • 27 
26 IN 3332 B Z H P 27 
26 IN 3334 B Z H P 27 
26 IN 3335 B Z H P 27 
26 IN 3336 B Z H P • 27 
26 IN 3337 B Z H P 27 
26 IN 3338 B Z H P 27 
26 IN 3339 8 Z H P 27 
26 IN 3340 8 Z H P • 27 
26 IN 3342 8 Z H P 27 
26 IN 3343 8 Z H P • 27 
26 IN 3344 B Z H P 27 
26 IN 3346 8 Z H P • 27 
26 IN 3347 B Z H P • 27 ! 

26 IN 3349 8 Z H P • 27 
26 IN 3350 8 Z H P 27 
26 IN 3496 ZCT 20 
26 IN 3497 ZCT 20 
26 IN 3498 ZCT 20 
26 IN 3500 ZCT 20 
26 1 N 3879 RF 30 
25 IN 3880 RF G 30 
25 IN 3881 RF G • 30 
25 IN 3882 RF • 30 
25 IN 3883 RF G • 30 
25 IN 3889 RF 30 
25 IN 3890 RF G 30 
25 IN 3891 RF G • 30 
25 IN 3892 RF 30 
25 IN 3893 RF G • 30 I 25 IN 3899 RF 30 
25 IN 3900 RF G • 30 
25 IN 3901 RF G 30 
25 IN 3902 RF 30 
25 IN 3903 RF G • 30 
25 IN 3909 RF 30 
25 IN 3910 RF G 30 
25 IN 3911 RF G 30 
25 IN 3912 RF 30 
25 IN 3913 RF G 30 
25 IN 3938 AC H P • 37 
25 IN 3939 AC H P • 37 
25 IN 3940 AC H P • 37 
25 I N 3941 AC H P 37 
25 I N 3942 AC H P 37 
25 I N 3988 R H P 33 
25 I N 3990 R 33 
25 I N 4001 R 32 
25 I N 4002 R 32 
25 1N 4003 R 32 
25 I N 4004 R 32 
25 I N 4005 R 32 
25 I N 4006 R 32 
25 I N 4007 R 32 
25 I N 4059 ZCT 19 
25 I N 4059 A ZCT 19 
25 I N 4060 ZCT 19 
20 I N 4060 A ZCT 19 
20 IN 4063 ZCT 19 
20 1N 4063 A ZCT 19 
20 IN 4064 ZCT 19 

Controlled Avalanche Diodes I AC I Diodes A,,~ lanche ControIEie 
Fast recovery controlled Avalanche Diodes ACF Diodes AV<1lsnehe Controlee rapide 

High voltage Diodes THT I Diodes HauU! Tension 
Power schottkv DS Diodes Sehouky 
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USE REPLACEMENT 0 
T YP ES FO NC· TYPES UTE I ~ TYPES TYPES UTE I ~ 95 .910 G A MT FONC . 95 .910 GAM T Page TION REMPLAC~S c TION REMPLACeS c 

1N 4064 A ZCT 19 2N 1671 Bx TUJ G • 47 1N 4065 ZCT 19 2N 1671 Cx TUJ 47 IN 4065 A ZCT 19 2N 1770 T 43 lN 4099 Z G 21 2N 1771 T G 43 1N 4100 Z G 21 2N 1772 T G • 43 lN 4101 Z G 21 2N 1773 T 43 1N 4102 Z G 21 2N 1774 T G • 43 1N 4103 Z G 21 2N 1775 T 43 lN 4104 Z G 21 2N 1776 T G • 43 lN 4105 Z G 21 2N 1777 T G • 43 lN 4106 Z G 21 2N 1778 T 43 lN 4107 Z G 21 2N 1843 A T G 44 1N 4109 Z G 21 2N 1844 A T G 44 lN 4 110 Z G 21 2N 1846 A T G • 44 lN 4112 Z G 21 2N 1848 A T G • 44 lN 4114 Z G 21 2N 1849 A T G 44 IN 4115 Z G 21 2N 1850 A T 44 
IN 4116 Z G 21 2N 1911 T • 45 
l N 4118 Z G 21 2N 1912 T 45 IN 4120 Z G 21 2N 1913 T • 45 
IN 4121 Z G 21 2N 1914 T 45 
IN 4122 Z G 21 2N 1915 T 45 
lN 4 123 Z G 21 2N 1916 T • 45 
lN 4124 Z G 21 2N 2160 TUJ • 47 
lN 4125 Z G 21 2N 2322 T 42 
IN 4126 Z G 21 2N 2323 T G • 42 
IN 4127 Z G 21 2N 2324 T G • 42 
IN 4129 Z G 21 2N 2325 T 42 
IN 4130 Z G 21 2N 2326 T G • 42 
IN 4131 Z G 21 2N 2327 T 42 
IN 4132 Z G 21 2N 2328 T G 42 
IN 4134 Z G 21 2N 2329 T G • 42 
IN 4135 Z G 21 2N 2646 TUJ G • 47 
IN 4158 B Z • 24 2N 2647 TUJ G • 47 
IN 4159 B Z • 24 2N 3479 TUJ 47 
IN 4160 B Z • 24 2N 3480 TUJ 47 
IN 4161 B Z 24 2N 3483 TUJ 47 
IN 4162 B Z DZ 10A • 24 2N 3484 TUJ 47 
IN 4163 B Z 24 3N 81 T 48 
lN4164B Z DZ 12 A • 24 3N 82 T G 48 
IN 4165 B Z 24 3N 84 T 48 
lN4166B Z DZ 15 A • 24 3N 85 T G 48 
IN 4167 B Z 24 3PT 40 T 48 
IN 4168 B Z DZ 18 A • 24 3PT 60 T 48 
IN 4169 B Z 24 3PT 80 T 48 
IN 4 170 B Z DZ 22 A • 24 3PT 100 T 48 
lN 4171 B Z 24 4GZ 10A Z 26 
lN4172B Z DZ 27 A 24 4GZ 10 B Z 26 
IN 4173 B Z • 24 4GZ 12 A Z 26 
lN 4174 B Z DZ33A • 24 4GZ 12 B Z 26 
IN 4175 B Z • 24 4GZ 15 A Z 26 
IN 4176 B Z DZ39 A 24 4GZ 15 B Z 26 
1N 4177 B Z 24 4GZ 18 A Z 26 
IN 4178 B Z DZ47 A 24 4GZ 18 B Z 26 
IN 4179 B Z 24 4GZ 22 A Z 26 
IN 4180 B Z DZ 56A 24 4GZ 27 A Z 26 
IN 4181 B Z 24 4GZ 33 A Z 26 
lN 4182 B Z OZ68 A 24 4GZ 39 A Z 26 
1N 4183 B Z 24 4GZ 47 A Z 26 
lN4184B Z DZ82A 24 4GZ 56 A Z 26 
1N 4185 B Z 24 4GZ 68A Z 26 
lN 4186 B Z DZ 10 B 24 4GZ 82 A Z 26 
lN 4187 B Z 24 AG 056 R 33 
IN 4188 B Z DZ 12 B 24 AG 106 R 33 
IN 4189 B Z 24 AG 206 R 33 
IN 4190 B Z OZ 15 B 24 AG 406 R 33 
lN 4191 B Z • 24 B 5012 R R 36 
IN 4192 B Z OZ 18 B 24 B 5014 R R 36 
IN 4193 B Z 24 B 5016 R R 36 
IN 4383 R 32 B 5018 R R 36 
IN 4384 R • 32 B 5020 R R 36 
IN 4385 R • 32 B 5022 R R 36 
IN 4585 R 32 B 5024 R R 36 
IN 4586 R • 32 B 5026 R R 36 
2N 494 A TUJ 47 B 5028 R R 36 
2N 494 B TUJ 47 B 5030 R R 36 
2N 494 C TUJ • 47 BA 157 RF 28 
2N 681 T 44 BA 158 RF 28 
2N 682 T TRO,5 G • 44 BA 159 RF 28 
2N 683 T TR 1 G • 44 BAY 17 0 • 31 
2N 685 T TR 2 G • 44 BAY18 0 31 
2N 687 T TR 3 G • 44 BAY 19 0 31 
2N 688 T TR 4 G • 44 BAY 20 0 31 
2N 689 T TR 5 44 BAY 21 0 • 31 
2N 690 T TR 6 G • 44 BAY 24 THT 39 
2N 691 T TR 7 • 44 BAY 25 THT I 38 
2N 692 T TR 8 G • 44 BAY 26 THT 38 
2N 1595 T M 43 BB 12 TUJ 47 
2N 1596 T M • 43 BB 14 TUJ 47 
2N 1597 T M • 43 BB 18 TUJ 47 
2N 1598 T M 43 BTW 39-50 T 44 
2N 1599 T M 43 BTW 39-100 T 44 
2N 1671 Ax TUJ G • 47 BTW 39-200 T 44 

-- - - -

Compensated temperature Zener Oiodes I ZCT I Diodes Zener QOmpen~ en temperature Thyristors I T I Thyristors 
Low noise Zener Olodes ZFB Diodes Zener lalb le bruit Fast switching Thyrislors TF Thyristors rap ides 

Referenee Diodes RD Diodes de reference dir . cte Thyristors trigger ci'CU ' l DT Circuit de declenchemen t de Thyristor 
DarlistOr DTF Darlistor P,ograrnrn~ble U .J .T . TUP T.U .J. Programmabio 
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GAMT[ ~ USE REPLACEMENT 
TYPES FONC TYPES UTE 

TION REMPLAC~S 
95.910 

MZ 12A Z 
MZ 128 Z 
MZ 15A Z 
MZ 158 Z 
MZ 18A Z 
MZ 188 Z 
MZ 22A Z 
MZ 27A Z 
MZ33A Z 
MZ39A Z 
MZ47A Z 
MZ56A Z 
MZ68A Z 
MZ82A Z 
F4HZ AC 
Pt::I-IZ AC 
P8HZ AC 
P32H THT 
P40H THT 
P48H THT 
P 56H THT 
P 64H THT 
P 70H THT 
PSOH THT 
P 100H THT 
P200H THT 
P400H THT 
P 504 R 
P 506 R 
P 510 R 
P 1004 R 
P 1006 R 
P 1010 R 
P 1104 R 
P 1106 R 
P 1110 R 
P 1204 R 
P 1206 R 
P 1210 R 
P 1506 R 
P 2004 R 
P 2006 R 
P 2010 R 
P 3006 R 
P 3010 R 
P4004 R 
P4006 R 
P 4010 R 
P 5006 R 
P 5010 R 
P 6004 R 
P 6006 R 
P6010 R 
P 8004 R 
P 8006 R 
P 8010 R 
PL3V3Z Z 
PL 3V9Z Z 
PL4V3Z Z 
PL4V7Z Z 
PL 5V1Z Z 
PL 5V6Z Z 
PL 6V2Z Z 
PL6V8Z Z 
PL 7V5Z Z 
PL 8V2Z Z 
PL 9V1Z Z 
PL 10Z Z 
PL l1Z Z 
PL 12Z Z 
PL 13Z Z 
PL 15Z Z 
PL 16Z Z 
PL 18Z Z 
PL20Z Z 
PL22Z Z 
PL24Z Z 
PL 27Z Z 
PL30Z Z 
PL33Z Z 
PL36Z Z 
PL39Z Z 
PL 43Z Z 
PL47Z Z 
PL 51Z Z 
PL 56Z Z 
PL62Z Z 
PL68Z Z 
PL 75Z Z 
PL 82Z Z 
PL 91Z Z 
PL 100Z Z 
PL 110Z Z 

Lener luue< ' 

General use Diodes 
Rectifier Diodes 

Fast recovery Diodes 

H M • 
H M • • H M • 
H M • 
H M • 
H M • H M • H M • H M • H M • 
H M • 

• • G 
G 

G 
G 

G • 

• • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

: 

.. ~ -DiodE!! de ri!g $I 
o Diodes usage general 
R Diodes Redressement 

RF Diodes rGp.des 

~SE REPLACEMENT I '- 0 
UTE ~ Page TYPES FONC TYPES 95.910 <r e Page 

ION REMPLA CIÖS Cl c: 

22 PL 120Z Z 24 
22 PL 130Z Z 24 
22 PL 150Z Z 24 
22 PL 160Z Z 24 
22 PL 180Z Z 24 
22 PL 200Z Z 24 
22 PZ6A Z 27 
22 PZ 8A Z 27 
22 PZ 10A Z • 27 
22 PZ lOB Z • 27 
22 PZ12A Z • 27 
22 PZ 12B Z • 27 
22 PZ 15A Z • 27 
22 PZ 158 Z 27 
37 PZ 18A Z • 27 
37 PZ 18B Z 27 
37 PZ22A Z 27 
38 PZ 27A Z 27 
38 PZ33A Z 27 
38 PZ39A Z 27 
38 PZ47Ä Z 27 
38 PZ 56A Z 27 
38 PZ68A Z 27 
38 PZ82A Z 27 
38 R 4HZ AC H 37 
38 R 6HZ AC H G 37 
38 R 8HZ AC H G 37 
33 R 43HZ AC 37 
33 R 63HZ AC 37 
34 R 83HZ AC • 37 
33 RG 602 R G 34 
33 RG 602FT RF 30 
34 RG 602T R RU 802 34 
33 RG 604 R G 34 
33 RG 604FT RF 30 
34 RG 604T R RU 804 34 
33 RG 606 R G 34 
33 RG 606FT RF 30 
34 RG 606T R RU 806 34 
33 RG 608 R G 34 
33 RG 608FT RF 30 
33 RG 608T R RU 808 34 
34 RG 610 R 34 
33 RG 610FT RF 30 
34 RG 610T R RU 810 34 
33 RG 612 R 34 
33 RG 612T R 34 
34 RN 820 R • 34 
33 RN 835 R H 34 
34 RN 1120 R 34 
33 RN 1135 R H 34 
33 RN 1220 R 34 
34 RN 1520 R 34 
33 RP4HZ AC 37 
33 RP 6HZ AC 37 
34 RP8HZ AC 37 
24 RP 44HZ AC 37 
24 RP 64HZ AC 37 
24 RP 84HZ AC 37 
24 RP 1020 R RN 1015 34 
24 RP 1040 R 34 
24 RP 1120 R RN 1115 34 
24 RP 1140 R 34 
24 RP 2020 R RN 2015 34 
24 RP 2040 R 34 
24 RP 4020 R RN 4015 34 
24 RP4040 R 34 
24 RP 6020 R RN 6015 34 
24 RP 6040 R 34 
24 RPS020 R RN 8015 34 
24 RP 8040 R 34 
24 RPR 540 RF 30 
24 RPR 1040 RF 30 
24 RPR 2040 RF 30 
24 RPR 3040 RF 30 
24 RPR 4040 RF 30 
24 RS 52 OS 39 
24 RZ6A Z 27 
24 RZ 8A Z 27 
24 RZ10A Z H M • 27 
24 RZ lOB Z H M • 27 
24 RZ12A Z H M 27 
24 RZ 12B Z M • 27 
24 RZ 15A Z H M • 27 
24 RZ 158 Z 27 
24 RZ 18A Z 11 M • 27 
24 RZ 188 Z 27 
24 RZ 22A Z H M • 27 
24 RZ 27A Z H M • 27 
24 RZ33A Z H M • 27 
24 RZ39A Z H M • 27 
24 RZ47A Z H M • 27 
24 RZ56A Z H M • 27 

- .~ . . _. ___ .... _ r. ~ _ -7_ 

Fast recovery controlled Avalanche Diodes ACF Diodes Ava lanche Contro lee rapide 
High voltage D,odes THT Diodes Haute Tension I 

A C I Diodns AY~ Ia"che-Con trotee 

Power schol\ky OS Dlodes Schou kV 



---

USE _! ; EPLACEME NT 
FONC- T YPES TYPES 
TI ON AEMPLACES 

I 
RZ68A Z 
RZ82A Z 
S 106-05 T 
S 106-1 T 
S 106-2 T 
S106-4 T 
S 107-05 T 
S 107-1 T 
S 107-2 T 
S 107-4 T 
SA 2006R R 
SA 2008'R R 
SA 2010 R R 
SA 2012 R R 
SA 2014 R R 
SA 2016 R R 
SA 2018 R R 
SA 2020 R R 
SU 26HZ AC 
SU 2006 R 
SU 2008 R 
SU 2010 R 
SU 2012 R 
SU 2014 R 
SU 2016 R 
SU 2018 R 
SU 2020 R 
TA 3002RF RF 
TA 3OO3RF RF 
TA 3004RF RF 
TA 3006R R 
TA 3006 RF RF 
TA 3008R R 
TA 3008RF RF 
TA 3010R R 
TA 3010RF RF 
TA 3012R R 
TA 3014R R 
TA 3016R R 
TA 3018R R 
TA 3020R R 
TA 3022R R 
TA 3024R R 
TA 3026R R 
TA 3028R R 
TA 3030R R 
TB 410 T 
TB 420 T 
TB 440 T I 
TB 460 T 
TB 480 T 
TB 4100 T 
TB 4120 T 
TB 4140 T 
TB 4160 T 
TD 5 T 
TD 6 T 
TD 501 T 
TD 501S T TDH 05 
TD 503 T 
TD 1001 T 
TD 1001S T TDH 1 
TD 1003 T 
TD 2001 T 
TD 2001S T TDH 2 
TD 2003 T 
TD 3001 T 
TD 3OO1S T TDH 3 
TD 3003 T 
TD 4001 T 
TD 4001S T TDH 4 
TD 4003 T 
TD 5001 T 
TD 5003 T 
TD 6001 T 
TD 6003 T 
TDAL111A,B Triac 
TDAL 113A,B,S Triac 
TDAL221A,B Triac 
TDAL223A,B,S Triac 
TDAL601A,B Triae 
TDAL603,A,B ,S Triae 
TH 35S T 
TH 55S T 
TH 1055 T 
TH 155S T 
TH 2055 T 
TH 305S T 
TH 405S T 
TJ 701D T TG1A 
TJ 702D T TG 2A 
TJ 704D T TG4A 
TJ 706D T TG 6A 

Compensated temperature Zener Diodes I ZCT I 
Low noise Zener Diodes ZFB 

Referenee Diodes RD 
Darlistor DTF 

17' 

I. ~~ D ~ ! USE AEPLACEMENT 0::; UTE ~ oe Page TYPES FONC, TYPES UTE l jl n ~.., Page 95 .910 'GAM , SE 95.910 GAM S E 
c: ~ I T I ON REMPLACeS c ; 

I • 
, 

H M 27 T J 708D T TG 8A 4~ 
H M 27 T J 710D T 4fi 

42 TJ712D T 4'5 
42 TJAL 602D Triac 51 
42 TJAL 604D Triac 51 
42 TJAL 606D Triae 51 
42 TJAL 608D Triae 51 
42 TJAL 610D Triae 51 
42 TK 1 T 45 
42 TK 1FA/FB TF 41 

I 35 TK 2 T 45 
35 TK 2FA/ FB TF 41 
35 TK 4 T • 45 
35 TK 4FA/ FB TF 41 
35 TK 6 T 45 
35 TK 6FA/ FB TF 41 

I 35 TK 8 T 45 
35 TK 8FA/FB TF 41 
37 TK10 T 45 
35 TK12 T 45 
35 TK 14 T 45 
35 TK16 T 45 
35 TK 110 T 45 
35 TK 110FA/FB TF 41 
35 TK 120 T 45 
35 TK 120FA/ FB TF 41 
35 TK 140 T 45 
31 TK 140FA/ FB TF 41 
31 TK 160 T 45 
31 TK 160FA/ FB TF 41 
35 TK 180 T 45 
31 TK 180FA/FB TF 41 
35 TK 1100 T 45 
31 TK 1100FA/ FB TF 41 

I 35 TK 1120 T • 45 I 

31 TK 1140 T 45 
35 TK 1160 T 45 
35 TK 1401 T 45 
35 TK 1401F,A,B TF 41 
35 TK 1402 T 45 
35 TK 1402F,A,B TF 41 
35 TK 1404 T 45 
35 TK 1404F,A,B TF 41 
35 TK 1406 T 45 
35 TK 1406F,A,B TF 41 
35 TK 1408 T 45 
46 TK 1408F,A,B TF 41 
46 TK 1410 T 45 
46 TK 1410F,A,B TF 41 
46 TK 1412 T 45 
46 TK 1414 T 45 
46 TK 1416 T 45 
46 TKAL 110 Triac 51 
46 TKAL 120 Triac 51 
46 TKAL 140 Triae I 51 
43 TKAL 160 Triae 51 
43 TKAL 180 Triae 51 
43 TKAL 1100 Triae 51 • 42 TKAL 1120 Triae 51 
43 TM 507 T TO 507 • 43 • 43 TM 1007 T TO 1007 • 43 
42 TM 2007 T TO 2007 43 
43 TM 3007 T TO 3007 • 43 
43 TM 4007 T TO 4007 • 43 
42 TM 5007 T TO 5007 43 
43 TM 6007 T TO 6007 43 
43 TR 9 T 44 

• 42 TR 10 T • 44 
43 TR 11 T 44 
43 TR12 T 44 
42 TR 1010 T 44 
43 TR 1110 T 44 
43 TR 1210 T 44 
43 TR 6010 T 44 

• 43 TR 7010 T 44 
43 TR 8010 T 44 
50 TR 9010 T 44 
50 TRA 516DFX,Z TF 40 
50 TRA1016DFX,Z TF 40 
50 TRA2016DFX,Z TF 40 
50 TRA3016DFX,Z TF 40 
50 TRA4016DFX,Z TF 40 
42 TRA5016DFX,Z TF 40 
42 TRA6016DFX,Z TF 40 
42 TRAL 610D Triac 50 
42 TRAL 615D Triac 50 
42 TRAL 625D Triae 50 
42 TRAL 630D Triae 50 
42 TRAL 640D TriCiC 5'1 
45 TRAL 1110D Triac 50 
45 TRAL 1115D T'riac 50 
45 TRAL1125D Triae 50 
45 TRAL 1130D Triae 50 

L-- __ 

Diodes Zener compensees en temperature Thyristors 
Diodes Zener faible bruit Fast switehing Thyristors TF Thyristors rapides 
Diodes de referenee direete Thyristors trigger cireuit 
Dar listor Programmable U.J.T . 

-I T I T hYristors 

DT Cireuit de declenchement de Thyristor 
TUP T .U.J. Programmable 
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~SE REPLACEMENT 0 
W ~Z REPLACEMENT 0 

TYPES ~ONC TYPES GAMT e Page TYPES CIl O!? 
TYPES GAMT ~ Page 

ION REMPLAC~S c ::l lLl- REMPLAC~S c 

TRAL 11400 Triac 51 TY 2007 T 43 
TRAL 22100 Triac 50 TY 2007F TF 43 
TRAL 22150 Triac 50 TY 2010 T 44 
TRAL 22250 Triac 50 TY 3004 T 43 
TRAL 22300 Triac 50 TY 3005F TF TM 3OO7F 40 
TRAL 22400 Triac 51 TY 3007 T 43 
TS035F,A,B TF 40 TY 3007F TF 43 
TS 135 T 44 TY 3010 T 44 
TS 135F,A,B TF 40 TY 4004 T 43 
TS 235 T 44 TY 4005F TF TM 4007F 40 
TS 235F,A,B TF 40 TY 4007 T 43 
TS435 T I 44 TY 4007F TF 43 
TS435F,A,B TF I 40 TY 4010 T 44 
TS 635 T 44 TY 5004 T 43 
TS635F,A,B TF 40 TY 5OO5F TF 40 
TS835 T 44 TY 5007 T 43 
TS 835F,A,B TF • 40 TY 5007F TF 43 
TS 1035 T 44 TY 5010 T 44 
TS 1235 T 44 TY 6004 T 43 
TT 210 T 46 TY 6005F TF 40 
TT 210FA/FB TF 41 TY 6007 T 43 
TT 220 T 46 TY 6oo7F TF 43 
TT 220FA/FB TF 41 TY 6010 T 44 
TT 240 T 46 TYAL 113,M,B,C,G Triac 50 
TT 240FA/FB TF 41 TYAL 116,M,B,C,G Triac 50 
TT 260 T 46 TYAL118 ,M,B,C,G Triac 50 
TT 260FA/FB TF 41 TYAL223,M,B,C,G Triac I 50 
TT280 T 46 TYAL226,M,B,C,G Triac 50 
TT 280FA/FB TF 41 TYAL228,M,B,C,G Triac 50 
TT 310 T 46 TYAL603,M,B,C,G Triac 50 
TT 310F,A,B TF 41 TYAL606,M,B,C,G Triac 50 
TT 320 T 46 TYAL608,M,B,C,G Triac 50 
TT 320F ,A ,B TF 41 TYAL610,M,B,C,G Triac 50 
TT340 T 46 TYAL615,M,B,C,G Triac 50 
TT 340F,A,B TF 41 TYAL1110,M,B,C,G Triac 50 
TT360 T 46 TYALll15,M,B,C,G Triac 50 
TT 360F,A,B 

i
F 

I 
41 TYAL2210,M,B,C,G Triac 50 

TT 380 46 TYAL2215,M,B,C,G Triac 50 
TT 380F,A,B TF 41 ZC 240 ZCT 20 
TT 2100 T 46 ZC241 ZCT 20 
TT 2100F,A,B rl 41 ZF 5AR Z 25 
TT 2120 46 ZF 6A Z 25 
TT 2140 46 ZF 8A Z • 25 
TT 2160 46 ZF10A Z 25 
TT 3100 T 46 ZF lOB Z 25 
TT 3100F,A,B TF 41 ZF 12A Z 25 
TT 3120 T 46 ZF 12B Z 25 
TT 3140 T 46 ZF15A Z 25 
TT 3160 T 46 ZF 15B Z 25 I 
TTAL 210 Triac 51 ZF 18A Z • 25 
TTAL 220 Triac 51 ZF 18B Z 25 
TTAL 240 Triac 51 ZF 22A Z 25 
TTAL 260 Triac 51 ZF 27A Z • 25 
TTAL 280 Triac 51 ZF 33A Z 25 
TTAL 2100 Triac 51 ZF 39A Z 25 
TTAL 2120 Triac 51 ZF 47A Z 25 
TU 36 Hz AC 37 ZF 56A Z 25 
TU 3006 R 36 ZF 68A Z 25 
TU 3008 R 36 ZF 82A Z 25 
TU 3010 R 36 
TU 3012 R 36 STANDARD UTE Appelations for our devices 
TU 3014 R • 36 APPELATIONS UTE de nos DISPOSITIFS 
TU 3016 R 36 
TU 3018 R 36 SSC Correspondi n9 types 
TU 3020 R 36 TYPES UTE TYPES SSC Correspondants 
TUll TUJ 47 
TUllR TUJ 47 

FR 55A G 1010 TUP l,A,B TUJ 47 
TUP 2,A,B TUJ 47 FR 56A G 2010 

TXAL 116,M,B,C,G Triac TDALl16TOALl16 50 FR 57A G 4010 

TXAL 118,M,B,C,G Triac 50 FR 58A G6010 

TXAL 226,M,B,C,G Triac TDAL226 TOAL226 50 FR 59 G 8010 

TXAL 228,M,B,C,G Triac 50 FR 61 G 1110 

TXAL 606,M,B,C,G Triac TOAL606 TOAL606 50 FR 64 IN 1184 

TXAL 608,M,B,C,G Triac 50 FR 65 IN 1186 

TXAL 610,M,B,C,G Triac 50 FR 66 IN 1188 

TXAL 615,M,B,C,G Triac 50 FR 67 IN 1190 

TXAL 1110,M,B ,C,G Triac 50 FR 68 RN 835 

TXAL 1115,M,B,C,G Triac 50 FR 69 RN 1135 

TXAL 2210,M,B,C,G T~iac 50 FR 70 M4Hz 

TXAL 2215,M,B,C,G Triac 50 FR 71 M 6Hz 

TY 504 T 43 FR 72 M 8Hz 

TY 505F TF TM 507F 40 FR 74 G 4Hz 

TY 507 T 43 FR 75 G 6Hz 

TY 507F TF 43 FR 76 G 8Hz 

TY 510 T 44 FR 77 R 4Hz 

TY 1004 T 43 FR 78 R 6Hz 

TY 1005F TF TM W07F 40 FR 79 R 8Hz 
TY 1007 T 43 
TY loo7F TF 43 o OTAN standard types 
TY 1010 T 44 types ayant une classification inter-armees 
TY 2004 T 43 
TY 2005F TF TM 2007F 40 code number manufacturer F 4759 formely F 2214 

n° code Fabricant F 4759 and ennement F 2214 
--
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COMPENSATED TEMPERATURE ZENER DIODES 
DIODES ZENER COMPENSEES EN TEMPERATURE 

VZT 

'ZM IV) 
TYPES 

ZENER SEI.ECTOR GUIDE 

Stl.ECTEUR DES ZENER 

0 

~ 
u 
~ 

<D 
a> 

> N N 

'" '" 
0) 

> <: 

'" 0 

u -
N 

~ Cl 

~ ., 

r3"W' l4wl 
00_ 

rZT 

'
ZT max. 

ImA) - 5% nom . + 5% ImA) In) 
I-

"' 0 

'" 0 ~ 
'" '" M ~ Z _ a> Z -N - - N 
Cl ~ CD a:: 

on 

~ ~ ~ <: 0 
M 
M 

~ ~ ~ N 
~ a: 

10 W ' 20w I sowl 
5115-0 !lO4 I • 

DOS 
J I I 

/\V max. 

~i ' ZT 
6 T 

6 T 
ImV) 1° C) 

autres tensions ou autre boitier, nous consulter . Please consult us tor other voltages or other cases. 

! 

IN 1737 30 17,67 18,6 19,53 7,5 60 288 - 55 + 100 
1N1737A 30 17,67 18,6 19,53 7,5 60 144 - 55 + 100 
1 N 1738 30 23,56 24,8 26,04 7,5 60 384 - 55 + 100 
1N 1738 A 30 23,56 24,8 26,04 7,5 60 192 - 55 + 100 
IN 4059 85 

I 

15,96 16,8 17,64 10 30 130 - 55 + 100 
1N 4059 A 85 15,96 16,8 17,64 10 30 53 - 55 + 100 
lN 4060 80 17,58 18,5 19,42 10 30 143 - 55 + 100 
IN 4060 A 80 17,58 18,5 19,42 10 30 58 - 55 + 100 
1 N 4063 50 25,65 27 28,35 10 45 210 - 55 + 100 
lN 4063 A 50 25,65 27 28,35 10 45 8~ - 55 + 100 
IN 4064 45 28,50 30 31,50 10 50 233 -55 + 100 
IN 4064 A 45 28,50 30 31,50 10 50 93 - 55 + 100 
lN 4065 40 

I 
31,35 33 34,65 10 55 256 - 55 + 100 

l N 4065 A 40 31,35 33 34,65 10 55 103 - 55 + 100 

I , 

2 

, 

D 

o 

.. 

... 

<X T 

110-5 

/0 Cl 

10 
5 

10 
5 
5 
2 
5 
2 
5 
2 
5 
2 
5 
2 
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~~~ 
Srondord 

Low noise densiw 
Faible brui t 

P( W ) 

Cases 

Boitiers 

Case 
Boitier 

moulding 
moulage 

} A 29 

\ 

A 78 

I } 
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<er COMPENSATED TEMPERATURE ZENER DIODES FOR A CURRENT RANGE 
~~w DIODES ZENER COMPENSEES EN TEMPERATURE POUR UNE GAMME DE COURANT 

VZT rZT 
c,.v max . 

!'J.T 
a: T 

IZM (V) IZT max_ @ IZT Case 

!'J.T 
(10-5 

Boitier 
TYPES 

- 5% + 5% (mA) (n) (0 C) ,0 C) (mA) nom. (mV) 

500mW Itamb i = 25° C t{vil = 125° C 5- 20mA 5 -+ 20 mA 5-+20 mA 

~ l 
moulding 

ZC240 20 23 24 25 5 -+ 20 20 372 -55+ 100 10 moulage 
ZC 241 20 23 24 25 5 -+20 20 186 - 55 + 100 5 ZC 

COMPENSATED TEMPERATURE ZENER DIODES 

DIODES ZENER COMPENSEES EH TEMPERATURE 

IZM 
VZT rZT c,.V max. 

!'J.T 
a:T 

(V) IZT max. @ IZT Case 
TYPES !'J.T 

(10-5 
Boitier 

(mA) -5% nom. + 5% (mA) In) (mV) (oC) ,0C) 

400mW Itamb = 25° C t (vj) = 150° C 

IN 3496 60 5,9 6,2 6,5 7,5 15 23 o +75 5 
I 

IN 3497 60 5,9 6,2 6,5 7,5 15 9 o +75 2 007 
IN 3498 60 5,9 6,2 6,5 7,5 15 5 o + 75 1 I 

IN 3500 60 5,9 6,2 6,5 7,5 15 46 o + 75 10 I 
400 mW I tamb = 25° C t(vil = 150° C 

I N 821 60 5,9 6,2 6,5 7,5 15 96 - 55 + 100 10 
I N 823 60 5,9 6,2 6,5 7,5 15 48 - 55 + 100 5 
I N 825 60 5,9 6,2 6,5 7,5 15 19 - 55 + 100 2 
I N 827 60 5,9 6,2 6,5 7,5 15 9 -55 + 100 1 
I N 829 60 5,9 6,2 6,5 7,5 15 4 - 55 + 100 0,5 007 I N 821 A 60 5,9 6,2 6,5 7,5 10 96 - 55 + 100 10 
I N 823 A 60 5,9 6,2 6,5 7,5 10 48 - 55 + 100 5 
I N 825 A 60 5,9 6,2 6,5 7,5 10 19 -55 + 100 2 
I N 827 A , 60 5,9 6,2 6,5 7,5 10 9 - 55+100 1 
I N829A 60 5,9 6,2 6,5 7,5 10 4 -55 + 100 0,5 

400mW I tamb = 50° C t{vjl = 175° C 

IN 3154 45 8 8,4 8,8 10 15 130 - 55 + 100 10 
IN 3155 45 8 8,4 8,8 10 15 65 - 55 +1 00 5 
IN 3156 45 8 8,4 8,8 10 15 26 - 55 + 100 2 
IN 3157 45 8 8,4 8,8 10 15 13 - 55 + 100 1 007 lN3154A 45 8 8,4 8,8 10 15 172 - 55 + 150 10 
IN 3155A 45 8 8,4 8,8 10 15 86 - 55+ 150 5 
lN3156A 45 8 8,4 8,8 10 15 34 - 55+ 150 2 
IN 3157 A 45 8 8,4 8,8 10 15 17 -55 +, 50 1 

500mW I tamb = 25° C t(vj) = 175° C 

IN 9 35 50 8,55 9 9,45 7,5 20 67 0 + 75 10 
IN 936 50 8,55 9 9,45 7,5 20 33 0 + 75 5 
IN 937 50 8 ,55 9 9,45 7,5 20 13 0 + 75 2 
IN 938 50 8,55 9 9,45 7,5 20 6 0 + 75 1 
IN 939 50 8,55 9 9,45 7,5 20 3 0 + 75 0 ,5 
IN 935 A 50 8,55 9 9,45 7,5 20 139 - 55 + 100 10 
IN 936 A 50 8,55 9 9,45 7,5 20 69 - 55 + 100 5 
IN 937 A 50 8,55 9 9,45 7,5 20 27 -55 + 100 2 007 
IN 938 A 50 8,55 9 9,45 7,5 20 13 -55 + 100 1 
IN 939 A 50 8,55 9 9,45 7,5 20 7 - 55 + 100 0 ,5 
IN 935 B 50 8,55 9 9,45 7,5 20 184 -55 + 150 10 
IN 936 B 50 8,55 9 9,45 7,5 20 92 - 55 + 150 5 
IN 937 B 50 8,55 9 9,45 7,5 20 37 -55 + 150 2 
IN 938 B 50 8,55 9 9,45 7,5 20 18 - 55 + 150 1 
IN 939 B 50 8,55 9 9,45 7,5 20 9 -55 + 150 0,5 

500mW I tamb = 25° C t(vj) = 175° C 

IN 941 40 11, 12 1 1.7 12,28 7,5 30 88 0 + 75 10 
IN 942 40 11,1 2 11,7 12,28 7,5 30 44 0 + 75 5 
IN 943 40 11 ,1 2 11,7 12,28 7,5 30 18 0 + 75 2 
IN 944 40 11.1 2 11,7 12,82 7,5 30 9 0 + 75 1 
IN 941 A 40 11,1 2 11,7 12,28 7,5 30 181 - 55 + 100 10 
IN 942 A 40 11,1 2 11,7 12,28 7,5 30 90 -55 + 100 5 
IN 943 A 40 11,1 2 I I ,7 12,28 7,5 30 36 - 55 + 100 2 007 
IN 944 A 40 11,1 2 11,7 12,28 7,5 30 18 -55 + 100 1 
IN 941 B 40 11.1 2 11,7 12,28 7,5 30 239 -55+150 10 
IN 942 B 40 11 ,12 11,7 1 2,28 7,5 30 120 - 55 + 150 5 
IN 943 B 40 11 .12 11,7 12,28 7,5 30 47 - 55 + 150 2 
IN 944 B 40 11 .12 11.7 12,28 7,5 30 24 - 55 + 150 1 



LOW NOISE ZENER DIODES 
DIODES ZENER FAIBLE BRUIT 

IZM 

TV"PES 
(mA) - 5% 

250mW I t case = 250 C t(vj) = 1500 C 

BZV 17 C 5V6 42 5,2 
BZV 17 C 6V2 3B 5,B 
BZV 17 C 6VB 35 6,4 
BZV 17 C 7V5 32 7 
BZV 17 C 8V2 29 7,7 
BZV 17 C 9Vl 26 8 ,5 
BZV17Cl0 24 9,4 
BZV 17 C 11 22 10,4 
BZV17CI2 20 11,4 
BZV17C13 18 12,4 
BZV 17 C 15 16 13,B 
BZV17C16 15 15,3 
BZV17C18 13 16,B 
BZV 17 C 20 12 18,8 
BZV 17 C 22 11 20,8 
BZV 17 C 24 9,8 22,8 
BZV 17 C 27 8,7 25,1 
BZV 17 C 30 7,8 28 
BZV 17 C 33 7,1 31 
BZV 17 C 36 6,6 34 
BZV 17 C 39 6,1 37 
BZV 17 C43 5,4 40 
BZV 17C47 5 44 
BZV 17 C 51 4,6 48 
BZV 17 C 56 4,2 52 

250mW I t case = 250 C t(vj) = 2000 C 

IN 4099 35 6,4 
IN 4100 32 7 
IN 4101 29 7,7 
IN 4103 26 8,5 
IN 4104 24 9,4 
IN 4105 22 10,4 
IN 4106 20 11,4 
IN 4107 18 12,4 
IN 4109 16 13,8 
IN 4110 15 15,3 
lN4112 13 16,8 
IN 4114 12 18,8 
IN 4115 11 20,8 
IN 4116 9,8 22,8 
IN 4118 8,7 25,1 
IN 4120 7,8 28 
IN 4121 7,1 31 
IN 4122 6,6 34 
IN 4123 6,1 37 
IN 4124 5,4 40 
lN4125 5,0 44 
IN 4126 4,6 48 
1 N 4127 4,2 52 
IN 4129 3,8 58 
1 N 4130 3,5 64 
IN 4131 3,2 70 
IN 4132 2,9 77 
IN 4134 2,6 85 
lN4135 2,4 94 

REFERENCE DIODES 
DIODES DE REFERENCE EN DIRECT 

VZT 

(V) 

nam. 

5,6 
6,2 
6,B 
7,5 
8,2 
9,1 

10 
11 
12 
13 
15 
16 
18 
20 
22 
24 
27 
30 
33 
36 
39 
43 
47 
51 
56 

6,8 
7,5 
8,2 
9,1 

10 
11 
12 
13 
15 
16 
18 
20 
22 
24 
27 
30 
33 
36 
39 
43 
47 
51 
56 
62 
68 
75 
82 
91 

100 

IZT rTZ IR max. 
max, maX. @ VR 

+5% (mA) (n) (pA) 

Tensions superieures, naus consulter . 
Please consult us for upper voltages. 

6 0,25 300 10 
6,6 0,25 300 10 
7,2 0,25 300 10 
7,9 0,25 300 10 
8,7 0,25 400 1 
9,6 0,25 400 1 

10,6 0,25 400 1 
11,6 0,25 400 0,05 
12,7 0,25 400 0,05 
14,1 0,25 400 0 ,05 
15,6 0,25 400 0,05 
17,1 0,25 400 0 ,05 
19,1 0,25 400 0 ,05 
21,2 0,25 400 0 ,05 
23,3 0,25 400 0,05 
25,6 0,25 400 0 ,01 
28,9 0,25 600 0.01 
32 0,25 600 0,01 
35 0,25 600 0.01 
38 0,25 600 0.01 
41 0,25 600 0 ,01 
46 0,25 600 0,01 
50 0,25 600 0 ,01 
54 0,25 600 0 ,01 
60 0,25 600 0.01 

7,2 0,25 200 10 
7,9 0,25 200 10 
8,7 0,25 200 1 
9,6 0,25 200 1 

10,6 0,25 200 1 
11,6 0,25 200 0,05 
12,7 0,25 200 0,05 
14,1 0,25 200 0,05 
15,6 0,25 100 0,05 
17,1 0,25 100 0,05 
19,1 0,25 100 0,05 
21,2 0,25 150 0 ,01 
23,3 0,25 150 0,01 
25,6 0,25 150 0.01 
28,9 0,25 150 0,01 
32 0,25 200 0.01 
35 0,25 200 0,01 
38 0,25 200 0.01 
41 0,25 200 0,01 
46 0,25 250 0,01 
50 0,25 250 0,01 
54 0,25 300 0 ,01 
60 0,25 300 0,01 
66 0,25 500 0,01 
72 0,25 700 0.01 
79 0,25 700 0 ,01 
87 0,25 800 0,01 
96 0,25 1200 0.01 

106 0,25 1500 0,01 

IF = 100 pA IF = 1 mA I IF = 5mA IF '= 10mA 

TYPES 
VF (V) r (n) VF (V) r (n) VF (V) r (n) VF (V) r (n) 

min. max max min. max max min. max max min. max'· max 

MDI 0,40 0,50 600 0,52 0,63 90 0,65 0,74 12 
MD2 0,85 1,05 1200 1,10 1,30 180 1,32 1,74 24 
MD3 1,30 1,50 1800 1,65 1,85 275 2,00 2,20 36 
MD4 1,60 2,00 2400 2,20 2,50 360 2,70 2,90 50 

ME 1,5 1,35 1,55 20 
ME2 1,9 2,2 30 

Itf 

~~~ 
Noise 

VR 
density 

Niveau de Case 

bruit @ IZT Boitier 
(V) max . 

(Jl VI \1HZ) 

4 1 
4,5 1 
5,2 1 
5,7 1 
6,2 2 
6,9 2 
7,6 2 
8,4 5 
9,1 5 
9,9 5 

11 5 
12 5 DO 7 
14 5 
15 5 
17 5 
18 10 
21 10 
23 10 
25 10 
27 10 
30 10 
33 10 
36 10 
39 10 
43 10 

5,2 40 
5,7 40 
6,2 40 
6,9 40 
7,6 40 
8,4 40 
9,1 40 
9,9 40 

11 40 
12 40 
14 40 
15 40 
17 40 
18 40 
21 40 DO 7 
23 40 
25 40 
27 40 
30 40 
33 40 
36 40 I 
39 40 I 
43 40 
47 40 
52 40 
56 40 
62 40 
69 40 
76 40 

IF =100mA 

VF (V) r (n, Case 
Boitier 

min. max max 

0,75 0,85 2 
1,55 1,80 4 DO 7 
2,22 2,50 6 
2,92 3,20 8 

007 



22 

<~r ZENER DIODES 
~~W DIODES DE REGULATION DE TENSION 

VZT 
IZT 

I IZK 
rZK IR 

rZT max . cc T max . VR 
Case IZM (V) max. (a VR Boit ier 

TYPES 
-5% + 5% (mA) (.11) I (mA) (.11) (10-4 ,oC) (!lA) (V) (mA) nam . 

250 mW / tamb = 25° C t(vj) = 150° C P (10 ms) = 3 W ± 10% 

MZ 4A 48 4,1 4,7 5,2 25 25 5 300 1 
MZ 5A 40 5 5,6 6,2 25 11 2 300 2 
MZ 6A 33 6,1 6,8 7,5 18,5 14 2 300 3 
MZ 8A 27 7,4 8,2 9,1 15 16 2 300 4 
MZ 10A 23 9 10 11 12,5 18 0,5 500 5 
MZ 12 A 19 10,5 12 13,5 10,5 20 0,5 500 5,7 
MZ 15A 15 13 15 16,5 8,5 24 0,5 500 6,3 
MZ 18A 12 16 18 20,5 7 36 0,5 750 6,8 
MZ 22A 10 20 22 24,5 5,6 50 0,5 1000 7,3 
MZ 27 A 8,3 24 27 30 4,6 80 0,25 5000 7,7 
MZ 33 A 6,9 29 33 36 3,8 115 0,25 5000 8 
MZ 39A 5,8 35 39 43 3,2 200 0,25 5000 8,3 DO 7 
MZ47A 4,9 42 47 52 2,7 300 0,25 7500 8,6 
MZ 56 A 4 50 56 62 2,2 400 0,25 7500 8,8 
MZ 68A 3,3 61 68 75 1,8 600 0,25 7500 9 
MZ 82A 2,7 74 82 91 1,5 1000 0,25 7500 9,2 
MZ 10 B 2,2 90 100 110 1,3 1600 0,25 10000 9,3 
MZ 12 B 1,9 105 120 135 1 2000 0,25 10000 9,4 
MZ 15 B 1,5 1 130 150 165 0,85 2400 0,25 10000 9,6 
MZ 18 B 1,2 160 180 205 0,68 3200 i 0,25 15000 9,6 

250 mW / tamb = 25° C t(vj) = 175° C P (10ms) = 3 W 

l N 708 A 42 5,2 5,6 6 I 25 3,6 2 300 2,5 250 4 
1N 709 A 38 5,8 6,2 6,6 25 4,1 2 300 3,2 200 4,5 
1N 710A 35 6,4 6,8 7,2 25 4,7 2 300 3,8 150 5,2 
I N 711 A 32 7 7,5 7,9 25 5,3 2 300 4 ,5 75 5,7 
l N 712 A 29 7,7 8,2 8 ,7 25 6 2 300 5,3 50 6,2 
l N 713A 26 8,5 9,1 9,6 12 7 2 300 5,5 25 6,9 
lN 714 A 24 9,4 10 10,6 12 8 0,5 500 6,1 10 7,6 

I 
lN 715A 22 10,4 11 11,6 12 9 0,5 500 6,3 5 8,4 
lN 716A 20 11,4 12 12,7 12 10 0,5 500 6 ,8 5 9 ,1 
lN 717 A 18 12,4 13 14,1 12 11 0,5 500 7 5 9,9 
lN 718A 16 13,8 15 15,6 12 13 0,5 500 7,2 5 11 
lN 719A 15 15,3 16 17,1 12 15 0,5 500 7,4 5 12 
lN 720 A 13 16,8 18 19,1 12 17 0,5 500 7,7 5 14 I lN 721 A 12 18,8 20 21,2 4 20 0,5 500 8 5 15 
lN 722 A 11 20,8 22 23,3 4 24 0,2 2000 8,3 5 17 
lN 723 A 9,8 22,8 24 25,6 4 28 0,2 2000 8,6 5 18 
I N 724 A 8,7 25,1 27 28,9 4 35 0,2 2000 8,7 5 21 DO 7 
IN 725 A 7,8 28 30 32 4 42 0 ,2 2000 8,8 5 23 
I N 726 A 7,1 31 33 35 4 50 0,2 2000 9 5 25 
1N 727 A 6,6 34 35 38 4 60 0,2 2000 9,1 5 27 
l N 728 A 6,1 37 36 41 4 70 0,2 2000 9,2 5 30 
l N 729 A 5,4 40 43 46 4 84 0,2 2000 9,2 5 33 
IN 730 A 5 44 47 50 4 98 0,2 2000 9,3 5 36 
lN 731 A 4,6 48 51 54 4 115 0,2 2000 9,4 5 39 
1N 732 A 4 ,2 52 56 60 4 140 0,2 2000 9,5 5 43 
1N 733 A 3,8 58 62 66 2 170 0,2 2000 9,6 5 47 
lN 734 A 3,5 64 68 72 2 200 0,1 5000 9,6 5 52 
I N 735 A 3,2 70 75 79 2 240 0,1 5000 9,6 5 56 
lN 736 A 2,9 77 82 87 2 280 0,1 5000 9,6 5 62 
lN 737 A 2,6 85 91 96 1 340 0,1 5000 9,6 5 69 

1 lN 738 A 2,4 94 100 106 1 400 0,1 5000 9,6 5 76 
lN 739 A 2,2 104 110 116 1 490 0,1 5000 9,6 5 84 

I 

lN 740 A 2 114 120 127 1 570 0,1 5000 9 ,6 5 91 
lN 741 A 1,8 124 130 141 1 650 0,1 5000 9,6 5 99 
lN 742 A 1,6 138 150 156 1 860 0,1 5000 9,6 5 114 
lN 743 A 

I 
1,4 153 160 171 1 970 0,1 

5000 I 9,6 5 122 
lN 744 A 1,3 168 180 191 1 1200 0,1 5000 9,6 5 137 
lN 745 A 1,2 188 200 212 1 1400 0,1 5000 9,6 5 152 

400 mW I tamb = 25° C t(vj) = 175° C P (10 ms) = 5 W 
(!lA) 1!lA) 
25° C ' 50° C 

l N 746 A 115 3,1 3,3 3,5 20 28 · 6 10 30 1 
l N 747 A 105 3,4 3,6 3,8 20 24 · 5,5 10 30 1 
l N 748 A 95 3,7 3,9 4,1 20 23 · 5 10 30 1 
1N 749 A 85 4,0 4,3 4,6 20 22 · 4 2 30 1 
1N 750 A 80 4,4 4,7 5,0 20 19 · 2 2 30 1 
l N 751 A 75 4 ,8 5,1 5,4 20 17 1 1 20 1 
l N 752 A 65 5,2 5,6 6 20 11 2,5 1 20 1 
l N 753 A 60 5,8 6,2 6,6 20 7 3,2 0,1 20 1 DO 7 
l N 754 A 56 6,4 6,8 7,2 20 5 3 ,8 0,1 20 1 
1N 755 A 51 7 7,5 7,9 20 6 4,5 0,1 20 1 
1N 756 A 46 7.7 8,2 8,7 20 8 5,3 0,1 20 1 
l N 757 A 42 8,5 9,1 9,6 20 10 5,5 0,1 20 1 
l N 758 A 38 9,4 10 10,6 20 17 6,1 0,1 20 1 
l N 759 A 

1 
31 11,4 12 12,7 20 30 6,8 0 ,1 20 1 



ZENER DIODES 
DIODES DE REGULATION DE TENSION 

TYPES 

400 mW Itamb = 

Ps 
10ms 

IZM 

(WI 1 (mAI I - 5% 

25° C t (ill = 150° C 
BZX 96 C 2V7 5 135 2,5 
BZX96C3 5125 2,8 
BZX 96 C 3V3 5 115 3,1 
BZX 96 C 3V6 5 105 3,4 
BZX 96 C 3V9 5 95 3,7 
BZX 96 C 4V3 5 85 4,0 
BZX 96 C 4V7 5 80 4,4 
BZX 96 C 5Vl 5 75 4,8 
BZX 96 C 5V6 5 65 5,2 
BZX 96 C 6V2 5 60 5,8 
BZX 96 C 6V8 5 55 6,4 
BZX 96 C 7V5 5 50 7 
BZX 96 C 8V2 5 45 7,7 
BZX 96 C 9Vl 5 42 8,5 
BZX 96 C 10 5 38 9,4 
BZX 96 C 11 5 34 10,4 
BZX 96 C 12 5 31 11,4 
BZX 96 C 13 5 28 12,4 
BZX 96 C 15 5 26 13,8 
BZX 96 C 16 5 23 15,3 
BZX 96 C 18 5 21 16,8 
BZX 96 C 20 5 19 18,8 
BZX 96 C 22 5 17 20,8 
BZX 96 C 24 5 16 22,8 
BZX 96 C 27 5 14 25,1 
BZX96C30 5 13 28 
BZX 96 C 33 ~ 5 11 31 

400 mW I tamb = 25° C t(vj) = 175° C 

BZX 55 C 4V7 
BZX 55 C 5Vl 
BZX 55 C 5V6 
BZX 55 C 6V2 
BZX 55 C 6V8 
BZX 55 C 7V5 
BZX 59 C 8V2 
BZX 55 C 9Vl 
BZX55Cl0 
BZX 55 C 11 
BZX55C12 
BZX55C13 
BZX55C15 
BZX55C16 
BZX 55 C 18 
BZX 55 C 20 
BZX 55 C 22 
BZX 55 C 24 
BZX 55 C 27 
BZX 55 C 30 
BZX 55 C 33 

400 mW j tamb = 
* IN 957 B * IN 958 B * IN 959 B * IN 960 B * IN 961 B * IN 962 B * IN 963 B * IN 964 B * 1 N 965 B 
*IN 966 B 
* 1 N 967 B * IN 968 B * IN 969 B * IN 970 B * 1 N 971 B * IN 972 B * 1 N 973 B 

I N 974 B 
I N 975 B 
I N 976 B 
I N 977 B 
I N 978 B 
1 N 979 B 
I N 980 B 
I N 981 B 
1N 982 B 
I N 983 B 
I N 984 B 
I N 985 B 
I N 986 B 
1 N 987 B 
1 N 988 B 
1 N 989 B 
1 N 990 B 
IN 991 B 
1 N 992 B 

5 80 
5 75 
5 65 
5 60 
5 55 
5 50 
5 45 
5 42 
5 38 
5 34 
5 31 
5 28 
5 26 
5 23 
5 21 
5 19 
5 17 
5 16 
5 14 
5 13 
5 11 

25° C t(vj ) 

5 56 
5 51 
5 46 
5 42 
5 38 
5 34 
5 31 
5 28 
5 26 
5 23 
5 21 
5 19 
5 17 
5 16 
5 14 
5 13 
5 11 
5 11 
5 9,8 
5 8,7 
5 8 
5 7,4 
5 6,7 
5 6,1 
5 5,6 
5 5,1 
5 4,6 
5 4 ,2 
5 3,8 
5 3,4 
5 3,1 
5 2,8 
5 2,6 
5 2,3 
5 2,1 
5 1 1,5 

I 

4,4 
4,8 
5,2 
5,8 
6,4 
7 
7,7 
8,5 
9,4 

10,4 
11,4 
12,4 
13,8 
15,3 
16,8 
18,8 
20,8 
22,8 
25,1 
28 
31 

175° C 

6,4 
7 
7,7 
8,5 
9,4 

10,4 
11,4 
12,4 
13,8 
15,3 
16,8 
18,8 
20,8 
22,8 
25,1 
28 
31 
34 
37 
40 
44 
48 
52 
58 
64 
70 
77 
85 
94 

104 
114 
124 
138 
153 
168 
188 

V ZT 

(VI 

nom 

2.7 
3 
3,3 
3,6 
3,9 
4,3 
4,7 
5,1 
5,6 
6,2 
6,8 
7,5 
8,2 
9,1 

10 
11 
12 
13 
15 
16 
18 
20 
22 
24 
27 
30 
33 

"7 5:' 
5,6 
6,2 
6,8 
7,5 
8,2 
9,1 

10 
11 
12 
13 
15 
16 
18 
20 
22 
24 
27 
30 
33 

G,S 
7,5 
8,2 
9,1 

10 
11 
12 
13 
15 
16 
18 
20 
22 
24 
27 
30 
33 
36 
39 
43 
47 
51 
56 
62 
68 
75 
82 
91 

100 
110 
120 
130 
150 
160 
180 
200 

+ 5% 

2,9 
3,2 
3,5 
3,8 
4,1 
4,6 
5,0 
5,4 
6 
6,6 
7,2 
7,9 
8,7 
9,6 

10,6 
11,6 
12,7 
14,1 
15,6 
17,1 
19,1 
21,2 
23,3 
25,6 
28,9 
32 
35 

5,0 
5,4 
6,0 
6,6 
7,2 
7,9 
8,7 
9,6 

10,6 
11,6 
12,7 
14,1 
15,6 
17,1 
19,1 
21,2 
23,3 
25,6 
28,9 
32 
35 

7,2 
7,9 
8,7 
9,6 

10,6 
11,6 
12,7 
14,1 
15,6 
17,1 
19,1 
21,2 
23,3 
25,6 
28,9 
32 
35 
38 
41 
46 
50 
54 
60 
66 
72 
79 
87 
96 

106 
116 
127 
141 
156 
171 
191 
212 

IZT 

(mAI 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

18,5 
16,5 
15 
14 
12,5 
11,5 
10,5 

9,5 
8,5 
7,8 
7 
6,2 
5,6 
5,2 
4,6 
4,2 
3,8 
3,4 
3,2 
3 
2,7 
2,5 
2,2 
2 
1,8 
1,7 
1.5 
1,4 
1.3 
1,1 
I 
0,95 
0,85 
0,80 
0,68 

i 0,65 

rZT 
max, 

(ni 

80 
80 
80 
80 
80 
75 
70 
60 
40 
10 

8 
7 
7 

10 
15 
20 
20 
25 
30 
40 
55 
55 
55 
80 
80 
80 
80 

60 
50 
40 
10 

8 
7 
7 

10 
15 
20 
20 
26 
30 
40 
55 
55 
55 
80 
80 
80 
80 

4,5 
5,5 
6,5 
7,5 
8,5 
9,5 

11,5 
13. 
16 
17 
21 
25 
29 
33 
41 
49 
58 
70 
80 
93 

105 
125 
150 
185 
230 
270 
330 
400 
500 
750 
900 

1100 
1500 
1700 
2200 
2500 

IZK 

(mAI 

1 

1 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
1 , , , , 

0,5 
0,5 
0,5 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

rZK 
max. 

(ni 

600 
550 
450 
200 
150 

50 
50 
50 
70 
70 
90 

110 
110 
170 
170 
220 
220 
220 
220 
220 
220 

700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
750 
750 
750 
750 
750 

1000 
1000 
1000 
1000 
1500 
1500 
1500 
2000 
2000 
2000 
2000 
3000 
3000 
3000 
4000 
4500 
5000 
6000 
6500 
7100 
8000 

rx T I ~~x . 
(o'VR 

(10-4 JO CI (,uA1 

· 7 
· 6,5 
· 6 
- 5,5 
· 5 
- 4 
· 2 

1 
2,5 1 
3,2 I 
4 1 
4,5 1 
4,8 1 
5 1 
5,5 I 
6 1 
6,5 1 
7 1 
7 I 
7,5 , 
7,5 I 
8 1 
8 1 
8,5 , 
8,5 , 
8,5 I 
8,5 

- 2 
1 
2,5 
3,2 
4 
4,5 
4,8 
5 
5,5 
6 
6,5 
7 
7 
7,5 
7,5 
8 
8 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 

4 
4,5 
4,8 
5,1 
5,5 
6 
6,5 
6,5 
7 
7 
7,5 
7,5 
8 
8 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 

10 

~mt>. 
=~C 

:30 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1

150 
75 
50 
25 
10 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

VR 

(V I 

1 
1 
2 
2' 
3,5 
3,5 
5 
5 
7 
7 

10 
10 
10 
10 
12 
12 
14 
14 
17 

2 
1 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
7,5 
8,5 
9 

10 
11 
12 
14 
15 
17 
18 
20 
22 
24 

5,2 
5,7 
6,2 
6,9 
7,6 
8,4 
9,1 
9,9 

11 
12 
14 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
27 
30 
33 
36 
39 
43 
47 
52 
56 
62 
69 
76 
84 
91 
99 

114 

122 .1 137 
152 

F. _ _ _ 

23 

~~~ 
Case 
Boitier 

007 

007 

007 
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«(t ZENER OlOOES 

~~~ OlOOES OE REGULATION OE TENSION 

Vzr 
rZT rZK IR VR Ps 

IZM 
IZT IZK O:T max. Case 10 ms (V) max. max. 

@ VR Boitier TYPES 
(W) (mA) I - 5% nom. + 5% (mA) (Q) (mA) (Q) 110-4/° C) (pA) (V) 

1W Itamb = 50° C t (vjl = 150° C 

* PL 3V3 Z 30 285 3,1 3,3 3,5 100 10 - 6 
* PL 3V6 Z 30 260 3,4 3,6 3,8 100 10 - 5,5 
* PL 3V9 Z 30 240 3,7 3,9 4,1 100 7 · 5 
* PL4V3Z 30 215 4 4,3 4,6 100 7 - 4 
* PL 4V7 Z 30 200 4,4 4,7 5 100 7 · 2 
* PL5Vl Z 30 185 4,8 5,1 5,4 100 5 1 
* PL 5V6 Z 30 165 5,2 5,6 6 100 2 2,5 
* PL 6V2 Z 30 150 5,8 6,2 6,6 100 2 3,2 
* PL 6V8 Z 30 140 6,4 6,8 7,2 100 2 I 4 1 2 
* PL 7V5 Z 30 130 7 7,5 7,9 100 2 4,5 1 2 
* PL 8V2 Z 30 110 7,7 8,2 8 ,7 100 2 4,8 1 3,5 
* PL9Vl Z 30 100 8,5 9,1 9,6 50 4 5,1 1 3,5 
* PL 10 Z 30 94 9,4 10 10,6 50 4 5,5 1 5 
* PL 11 Z 30 86 10,4 11 11,6 50 7 6 1 5 
* PL 12 Z 30 79 11,4 12 12,7 50 7 6,5 , 7 
* PL 13 Z 30 71 12,4 13 14,1 50 10 6,5 1 7 
* PL 15 Z 30 64 13,8 15 15,6 50 10 7 1 10 
* PL 16 Z 30 59 15,3 16 17,1 25 15 7 , 10 
* PL 18 Z I 30 52 16,8 18 19,1 25 15 7,5 I 10 
* PL 20 Z 30 47 18,8 20 21,2 25 15 7,5 1 10 
* PL 22 Z 30 43 20,8 22 23,3 25 15 8 1 12 
* PL 24 Z 30 39 22,8 24 25,6 25 15 8 1 12 
* PL 27 Z 30 35 25,1 27 28,9 25 15 8,5 1 14 F 126 * PL 30 Z 30 31 28 30 32 25 15 8,5 I 14 
* PL 33 Z 30 29 31 33 35 25 15 8,5 1 17 

PL36 Z 30 26 34 36 38 10 40 8,5 1 17 
PL39 Z 30 24 37 39 41 10 40 9 1 20 
PL43 Z 30 22 40 43 46 10 45 9 , 20 
PL47 Z 30 20 44 47 50 10 45 9 1 24 
PL 51 Z 30 19 48 51 54 10 60 9 1 24 
PL 56 Z 30 17 52 56 60 10 60 9 1 28 PL 62 Z 30 15 58 62 66 10 80 9 , 28 
PL 68 Z 30 14 64 68 72 10 80 9 1 34 
PL 75 Z 30 13 70 75 79 10 100 9 , 34 
PL82 Z 30 12 77 82 87 10 100 9 1 41 
PL 91 Z 30 10 85 91 96 5 200 9 1 41 
PL 100 Z 30 9,4 94 100 106 5 200 9 1 50 
PL 110 Z 30 8,6 104 110 116 5 250 9,5 1 50 
PL 120 Z 30 7,8 114 120 127 5 250 9,5 1 60 
PL 130 Z 30 7 124 130 141 5 300 9,5 1 60 
PL 150 Z 

'" I 
6,4 138 150 156 5 300 9,5 1 75 

PL 160 Z 30 5,8 153 160 171 5 350 9,5 1 75 
PL 180 Z 30 5,2 168 180 191 5 350 9,5 1 90 
PL 200 Z 30 4,7 188 200 212 5 350 ' 0 I 90 

1W I t3mb = 50° C t(vj) = 175° C 

* IN 4158 6 I 20 I 140 6,4 6,8 7,2 37 3,5 1 700 4 150 5,2 
*lN41596 20 130 7 7,5 7,9 34 4 0,5 700 4,5 100 5,7 
*IN41606 20 110 7,7 8,2 8,7 31 4,5 0,5 700 4,8 50 6,2 
* lN 41616 20 100 8,5 9,1 9,6 28 5 0,5 700 5,1 25 6,9 
* IN 4162 6 20 94 9,4 10 10,6 25 7 0,25 700 5,5 25 7,6 
* 1(11 4163 B 20 86 10,4 11 11,6 23 8 0,25 700 6 5 8,4 
* IN 4164B 20 79 11,4 12 12,7 21 9 0,25 700 6,5 5 9,1 
* IN 4165 B 20 71 12,4 13 14,1 19 10 0,25 700 6,5 5 9,9 
* I N 41666 20 64 13,8 15 15,6 17 14 0,25 700 7 5 11 
* IN 4167 6 20 59 15,3 16 17,1 15,5 16 0,25 700 7 5 12 
* IN 41686 20 52 16,8 18 19,1 14 20 0,25 750 7,5 5 14 
* 'N 41696 20 47 18,8 20 21,2 12,5 22 0,25 750 7,5 5 15 
* IN 41706 20 43 20,8 22 23,3 11,5 23 0,25 750 8 5 17 
* lN 4171B 20 39 22,8 24 25,6 10,5 25 0,25 750 8 5 18 
*lN 4172 B 20 35 25,1 27 28,9 9,5 35 0,25 750 8,5 5 21 
*IN41736 20 31 28 30 32 8,5 40 0,25 1000 8,5 5 23 DO 29 "* lN 4174 B 20 29 31 33 35 7,5 45 0 ,25 1000 8,5 5 25 

IN 4175 6 20 26 34 36 38 7 50 0,25 1000 8,5 5 27 
1 N 4176 6 20 24 37 39 41 6,5 60 0,25 1000 9 5 30 
1 N 4'177 B 20 22 40 43 46 6 70 0,25 1500 9 5 33 
1 N 4178 6 20 20 44 47 50 5,5 80 0,25 1500 9 5 36 
IN 4179 6 20 19 48 51 54 5 95 0,25 1500 9 5 39 
lN41806 20 17 52 56 60 4,5 110 0,25 2000 9 5 43 
IN 41816 20 15 58 62 66 4 125 0,25 2000 9 5 47 
IN 4182 6 20 14 64 68 72 3,7 150 0,25 2000 9 5 52 
lN4183B 20 13 70 75 79 3,3 175 0,25 2000 9 5 56 
lN41846 20 12 77 82 87 3 200 0,25 3000 9 5 62 
1 N 4185 B 20 10 85 91 96 2,8 250 0,25 3000 9 5 69 
IN 4186 6 20 9,4 94 100 106 2,5 350 0,25 3000 9 5 76 
lN41876 20 8,6 104 110 116 2,3 450 0,25 4000 9,5 5 84 
lN41886 20 7,8 114 120 127 2 550 0,25 4500 9,5 5 91 
lN41896 20 7 124 130 141 1,9 700 0,25 5000 9,5 5 99 
IN 4190 6 20 6,4 138 150 156 1,7 1000 0,25 6000 9,5 5 114 
IN 4191 B 20 5,8 153 160 171 1,6 1100 0,25 6500 9,5 5 122 
IN 4192 B I 20 

5,2 168 180 191 

I 
1,4 1200 0,25 

7000 I 9,5 5 137 
1 N 4193 6 20 4,7 188 200 212 1,2 1500 0,25 8000 10 5 152 



ZENER DIODES 
DIODES DE REGULATION DE TENSION 

Ps 
TYPES 10 ms 

(W) 

1W / tamb = 25° C 

BZV 18 C 5V6 
BZV 18 C 6V2 
BZV 18 C 6V8 
BZV 18 C 7V5 
BZV 18 C 8V2 
BZV18C9Vl 
BZV18Cl0 
BZV 18 C 11 
BZV18C12 

1W /tamb 

I N 3016 B 
I N 3017 B 
I N 3018 B 
, N 3019 8 
, N 3020 B 
I N 3021 B 
I N 3022 B 
I N 3023 B 
I N 3024 B 
1 N 3025 B 
1 N 3026 B 
I N 3027 B 
, N 3028 B 
, N 3029 B 
I N 3030 B 
I N 3031 B 
, N 3032 B 
I N 3033 B 
I N 3034 B 
I N 3035 B 
I N 3036 B 
I N 3037 B 
1N 3038 B 
I N 3039 B 
I N 3040 B 
l N3041B 
I N 3042 B 
I N 3043 B 
I N 3044 B 
I N 3045 B 
I N 3046 B 
I N 3047 B 
I N 3048 B 
I N 3049 B 
I N 3050 B 
I N 3051 B 

1W ftamb 

ZF 5A R 
ZF 6A 
ZF 8 A 
ZF 10 A 
ZF 12A 
ZF 15A 
ZF 18A 
ZF 22A 
ZF 27 A 
ZF 33A 
ZF 39A 
ZF 47 A 
ZF 56 A 
ZF 68A 
ZF 82 A 
ZF 10 B 
ZF 12 B 
ZF 15 B 
ZF 18 B 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

50° C 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

25° C 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

IZM 

(mAl - 5% 

l(vj) = 150
0 

C 

165 
150 
140 
130 
110 
100 

94 
86 
79 

t(vj) 

140 
130 
110 
100 
94 
86 
79 
71 
64 
59 
52 
47 
43 
39 
35 
31 
29 
26 
24 
22 
20 
19 
17 
15 
14 
13 
12 
10 

9,4 
8,6 
7,8 
7 
6,4 
5,8 
5,2 
4,7 

t(vj) 

160 
130 
110 

91 
77 
68 
50 
41 
33 
28 
23 
19 
16 
13 
11 

9,1 
7,7 
6,2 
5 

5,2 
5,8 
6,4 
7 
7,7 
8,5 
9,4 

10,4 
11,4 

175° C 

6,4 
7 
7,7 
8,5 
9,4 

10,4 
11,4 
12,4 
13,8 
15,3 
16,8 
18,8 
20,8 
22,8 
25,1 
28 
31 
34 
37 
40 
44 
48 
52 
58 
64 
70 
77 
85 
94 

104 
114 
124 
138 
153 
168 
188 

150° C 

5 
6,1 
7,4 
9 

10,5 
13 
16 
20 
24 
29 
35 
42 
50 
61 
74 
90 

105 
130 
160 

V ZT 
(V) 

nom. 

5,6 
6,2 
6,8 
7,5 
8,2 
9,1 

10 
11 
12 

6,8 
7,5 
8,2 
9,1 

10 
11 
12 
13 
15 
16 
18 
20 
22 
24 
27 
30 
33 
36 
39 
43 
47 
51 
56 
62 
68 
75 
82 
91 

100 
110 
120 
130 
150 
160 
180 
200 

+ 5% 

6 
&6 
~2 
~9 
a7 
~6 
1~6 
11,6 
1~7 

7,2 
7,9 
8,7 
9,6 

10,6 
11,6 
12,7 
14,1 
15,6 
17,1 
19,1 
21,2 
23,3 
25,6 
28,9 
32 
35 
38 
41 
46 
50 
54 
60 
66 
72 
79 
87 
96 

106 
116 
127 
141 
156 
171 
191 
212 

±10% 

5,6 6 
6,8 7,5 
8,2 9,1 

10 11 
12 13,5 
15 16,5 
18 20,5 
22 24,5 
27 30 
33 36 
39 43 
47 52 
56 62 
68 75 
82 91 

100 110 
120 135 
150 165 
180 205 

IZT 

(mAl 

43 
40 
37 
34 
31 
28 
25 
23 
21 

37 
34 
31 
28 
25 
23 
21 
19 
17 
15,5 
14 
12,5 
11,5 
10,5 
9,5 
8,5 
7,5 
7 
6,5 
6 
5,5 
5 
4,5 
4 
3,7 
3,3 
3 
2,8 
2,5 
2,3 
2 
1,9 
1,7 
1,6 
1,4 
1,2 

70 
56 
48 
40 
33 
27 
22 
18 
15 
12 
10 

8,5 
7,1 
5,9 
4,9 
4 
3,3 
2,7 
2,2 

rZT 
max, 

(nl 

IZK 

(mA) 

1 1 
1,5 1 
2 1 
~5 1 
3 ~5 
a5 ~5 
4 ~5 
5 ~ 
6 ~5 

3,5 1 
4 0,5 
4,5 0,5 
5 0,5 
7 0,25 
8 0,25 
9 0,25 

10 0,25 
14 0,25 
16 0,25 
20 0,25 
22 0,25 
23 0,25 
25 0,25 
35 0,25 
40 0,25 
45 0,25 
50 0,25 
60 0,25 
70 0,25 
80 0,25 
95 0,25 

110 0,25 
125 0,25 
150 0,25 
175 0,25 
200 0,25 
250 0,25 
350 0,25 
450 0,25 
550 0,25 
700 0,25 

1000 0,25 
1100 0,25 
1200 0,25 
1500 0,25 

4 2 
4,5 2 
5,5 2 
6,5 1 
8,7 1 

11,5 1 
16,5 1 
21,8 1 
28 0,5 
38,8 0,5 
51 0,5 
66 0,5 
92 0,5 

122 0,5 
184 0,5 
280 0,5 
425 0,5 
670 0,5 

1100 0,5 

rZK 
max, 

(n) 

400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 

700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
750 
750 
750 
750 
750 

1000 
1000 
1000 
1000 
1500 
1500 
1500 
2000 
2000 
2000 
2000 
3000 
3000 
3000 
4000 
4500 
5000 
6000 
6500 
7000 
8000 

700 
700 
700 
700 
700 
700 
750 
750 
750 

1000 
1000 
1500 
2000 
2000 
3000 
3000 
4500 
6000 
7000 

CX:T 
IR 
max. 

@ VR 
(10-4/° C!I (pA) 

3 
3,5 
4 
4,5 
4,8 
5,1 
5,5 
6 
6,5 

4 
4,5 
4,8 
5,1 
5,5 
6 
6,5 
6,5 
7 
7 
7,5 
7,5 
8 
8 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 

10 

2,5 
4 
4,8 
5,5 
6,5 
7 
7,5 
8 
8,5 
8,5 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9,5 
9,5 
9,5 

50 
20 
10 

5 
2 
1 
1 
1 
1 

150 
100 

50 
25 
25 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

VR 
(V) 

4 
~5 
~2 
~7 
&2 
&9 
~6 a4 
~1 

5,2 
5,7 
6,2 
6,9 
7,6 
8,4 
9,1 
9,9 

11 
12 
14 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
27 
30 
33 
36 
39 
43 
47 
52 
56 
62 
69 
76 
84 
91 
99 

114 
122 
137 
152 

25 

~~~ 
Case 
Boitier 

0029 

0013 

0013 
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~~~ ZENER DIODES 
DIODES DE REGULATION DE TENSION 

VZT rZT 
IZK rZK 

IR 
Ps a:T Case IZM (V) max, max. V R 10ms IZT max, 

@ VR 
Boitier 

TYPES 
(10-4/° C) (W) (mA) -5% nom. +5% (mA) In) (mA) In) (V) 

3W I tamb = 25° C t (yj} = 175 ° C 

'* BZV 16 C6V8 50 420 6,4 6,8 7,2 74 3,5 1 700 4 150 5,2 
*" BZV 16 C 7V5 50 380 7 7,5 7,9 68 4 0,5 700 4,5 100 5,7 
* BZV 16 C 8V2 50 350 7,7 8,2 8.1 62 4,5 0,5 700 4,8 50 6,2 
*" BZV 16 C 9Vl 50 310 8,5 9,1 9,6 56 5 0,5 700 5,1 25 6,9 
*BZVI6Cl0 50 280 9,4 10 10,6 50 7 0,25 700 5,5 25 7,6 
* BZV16Cl1 50 260 10,4 11 11,6 46 8 0,25 700 6 5 8,4 
* BZV 16 C 12 50 240 11,4 12 12,7 42 9 0,25 700 6,5 5 9,1 
*BZVI6CI3 50 210 12,4 13 14,1 38 10 0,25 700 6,5 5 9,9 
*BZVI6CI5 50 190 13,8 15 15,6 34 14 0,25 700 7 5 11 
*BZVI6CI6 50 175 15,3 16 17,1 31 16 0,25 700 7 5 12 
* BZV 16 C 18 50 155 16.8 18 19,1 28 20 0,25 750 7,5 5 14 
* SZV 16 C 20 50 140 18.8 20 21,2 25 22 0,25 750 7,5 5 15 
* BZV 16 C 22 50 130 20 ,8 22 23,3 23 23 0,25 750 8 5 17 
* BZV 16 C 24 50 115 22,8 24 25,6 21 25 0,25 750 8 5 18 
* BZV 16C 27 50 100 25,1 27 28,9 19 35 0,25 750 8 ,5 5 21 00 13 
* BZV 16 C 30 50 95 28 30 32 17 40 0,25 1000 8,5 5 23 
* BZV 16 C 33 50 85 31 33 35 15 45 0,25 1000 8,5 5 25 

BZV 16C36 50 80 34 36 38 14 50 0,25 1000 8,5 5 27 
BZV 16 C 39 50 70 37 39 41 13 60 0,25 1000 9 5 30 
SZV 16 C43 50 65 40 43 46 12 70 0,25 1500 9 5 33 
BZV 16 C47 50 60 44 47 50 11 80 0,25 1500 9 5 36 
BZV16C51 50 55 48 51 54 10 95 0,25 1500 9 5 39 
BZV 16 C 56 50 50 52 56 60 9 110 0,25 2000 9 5 43 
BZV 16 C62 50 45 58 62 66 8 125 0 ,25 2000 9 5 47 
BZV 16 C 68 50 42 64 68 72 7 150 0,25 2000 9 5 52 
BZV 16 C 75 50 38 70 75 79 6,5 175 0,25 2000 9 5 56 
BZV 16C82 50 35 77 82 87 6 200 I 0,25 I 3000 9 5 62 
BZV16C91 50 31 85 91 96 5,5 250 0,25 3000 9 5 69 
BZV 16 C 100 50 28 94 100 106 5 350 0,25 3000 9 5 76 

4W I tcase = 75° C t(yj) = 150° C ± 10% csthode au bo itn,r calh~e 10 case 
type + suffixe R : anode au boitier rype + suffix R : anode to case 

4GZ10A,I R) 50 350 9 10 11 250 2,4 2 250 5,5 I 4GZI2A, IR ) 50 300 10,5 12 13,5 210 3,2 2 250 6,5 
4GZI5A,IR) 50 250 13 15 16,5 170 4,5 2 250 7 
4GZI8A,IR) 50 200 16 18 20,5 140 6 2 250 7,5 
4 GZ 22 A, IR) 50 160 20 22 24,5 115 8,5 2 250 8 
4 GZ 27 A, IR ) 50 130 24 27 30 95 11 2 250 8 ,5 
4 GZ33 A, IR) 50 110 29 33 36 75 17 2 300 8,5 
4 GZ 39 A, IR) 50 90 35 39 43 65 21 2 300 9 
4GZ47A,IR) 50 78 42 47 52 55 28 2 400 9 
4 GZ 56 A, IR) 50 64 50 56 62 45 38 2 500 9 004 
4 GZ 68 A, IR) 50 53 61 68 75 37 52 2 600 9 
4GZ82A,IR) 50 44 74 82 91 30 72 2 700 9 
4GZ 10 B, IR) 50 35 90 100 110 25 96 2 900 9 
4GZI2B,IR) 50 30 105 120 135 20 135 2 1200 9 ,5 
4GZI5S,IR) 50 25 130 150 165 17 190 2 1500 9,5 
4 GZ 18 B, IR) 50 20 160 180 205 14 260 2 1850 9,5 

10W / tcase = 75° C t(vj) = 175° C anode au boitiar an ode 10 case 
type + suffixe R : cathode au boitier rype + suffix R : cathode to case 

* I N 2970 B, IR) 100 1400 6,4 6,8 7,2 370 1,2 1 500 4 
1

150 5,2 
*I N 2971 B, I R) 100 1300 7 7,5 7,9 335 1,3 1 250 4,5 100 5,7 
* I N 2972 B, I R) 100 1100 7,7 8,2 8,7 305 1,5 1 250 4,8 50 6,2 
* I N 2973 B, I R) 100 1000 8,5 9,1 9,6 275 2 I 250 5,1 25 6,9 
* I N 2974 S, I R) 100 940 9,4 10 10,6 250 3 1 250 5,5 10 7,6 
*1 \11 2975 B, I R) 100 860 10,4 11 11,6 230 3 1 250 6 10 8,4 
*I N 2976B, I R) 100 790 11,4 12 12,7 210 3 1 250 6,5 10 9,1 
*I N 2977 B, I R) 100 710 12,4 13 14,1 190 3 1 250 6,5 10 9,9 
*I N 2979 B, IR) 100 640 13,8 15 15,6 170 3 1 250 7 10 11 
*I N 2980S, IR) 100 590 15,3 16 17,1 155 4 1 250 7 10 12 
*I N 2982 S, IR) 100 520 16,8 18 19,1 140 4 1 250 7,5 10 14 
*I N 2984 S, IR) 100 470 18,8 20 21,2 125 4 1 250 7,5 10 15 
*1 ", 2985 S, IR) 100 430 20,8 22 23,3 115 5 1 250 8 10 17 
*I N 2986 S, IR) 100 390 22,8 24 25,6 105 5 1 250 8 10 18 
*1 N 2988 S, I R) 100 350 25,1 27 28,9 95 7 1 250 8,5 10 21 
*I N 2989 S, I R) 100 310 28 30 32 85 8 1 300 8,5 10 23 
*1 N 2990 B, IR) 100 290 31 33 35 75 9 1 300 8,5 10 25 004 

I N 2991 B, I R) 100 260 34 36 38 70 10 1 300 8.5 10 27 
I N 2992 B, I R) 100 240 37 39 41 65 11 1 300 9 10 30 
1 N 2993 S, IRI 100 220 40 43 46 60 12 1 400 9 10 33 
I N 2995 S, I RI 100 200 44 47 50 55 14 1 400 9 10 36 
I N 2997 B, I RI 100 190 48 51 54 50 15 1 500 9 10 39 
I N 2999 B, IR) 100 170 52 56 60 45 16 1 500 9 10 43 
I N 3000 S, I R) 100 150 58 62 66 40 17 1 600 9 10 47 
I N 3001 B, I R) 100 140 64 68 72 37 18 , 600 9 10 52 
I N 3002 B, I R) 100 130 70 75 79 33 22 1 600 9 10 56 
1 N 3003 B, I R) 100 120 77 82 87 30 25 1 700 9 10 62 
I N 3004 B, I R) 100 100 85 91 96 :28 35 1 800 9 10 69 
1 N 3005 B, I R) 100 94 94 100 106 25 40 I 900 9 10 76 
I N 3007 B. I R) 100 86 104 110 116 23 55 1 1100 9.5 lQ 84 
I N 3008 s. I R) 100 79 114 120 127 20 75 1 1200 9,5 10 91 
1 N 3009 B, I R) 100 71 124 130 141 19 100 1 1300 9,5 10 99 
l N 3011 B, ( R) 100 64 138 150 156 17 175 1 1500 9,5 10 114 
1 N 3012 B, I R) 100 59 153 160 171 16 200 I I ~:g 9,5 10 122 
1 N 3014 B, IR) 100 52 168 180 191 14 260 1 9,5 10 137 
lN3015B, ( R) 100 47 188 200 212 12 300 1 2000 10 10 152 



ZENER DIODES 
DIODES DE REGULATION DE TENSION 

TYPES 
Ps 

10ms 
(W) 

IZM 

(mA) -5% 

10W /tease 75° C t(vj) = 150° C . 

GZ 6A, PZ 6A, t R) 
GZ 8A, PZ 8A, I R) 
GZ 10A, PZ 10A, I R) 
GZ 12A, PZ 12A, I R) 
GZ 15A, PZ 15A, I R) 
GZ 18A, PZ 18A, I R) 
GZ 22A, PZ 22A, I R) 
GZ 27A, PZ 27A, I R) 
GZ 33A, PZ 33A, I R) 
GZ 39A, PZ 39A, (R) 
GZ 47.0., PZ 47A, (R) 
GZ 56A, PZ 56A, IR) 
GZ 68A, PZ 68A, IR) 
GZ 82A, PZ 82A, IR) 
GZ lOB, PZ lOB, (R) 
GZ 12B, PZ 12B, (R) 
GZ 15B, PZ 158, (R) 
GZ 18B, PZ 18B, (R) 

100 1300 
100 1100 
100 925 
100 770 
100 625 
100 SOO 
100 415 
100 335 
100 275 
100 230 
100 195 
100 160 
100 135 
100 110 
100 90 
100 77 
100 62 
100 SO 

6,1 
7,4 
9 

10,5 
13 
16 
20 
24 
29 
35 
42 
50 
61 
74 
90 

105 
130 
160 

20 W /tease = 75° C t(vj) 150° C 

RZ 6 A, I R) 
RZ 8 A, I R) 
RZ 10 A, CR) 
RZI2A, I R) 
RZ 15 A, I R) 
RZ 18 A, I R) 
RZ 22 A, t RI 
RZ 27 A, I R) 
RZ 33 A, I R) 
RZ 39 A, ( R) 
RZ 47 A, I R) 
RZ 56 A, I R) 
RZ 68 A, I R) 
RZ 82 A, I R) 
RZ 10 B, I R) 
RZ 12 B, I R) 
RZ 15 B, I R) 
RZ 18 B, IRI 

300 2700 
300 2200 
300 1800 
300 1540 
300 1250 
300 1000 
300 830 
300 665 
300 555 
300 465 
300 390 
300 320 
300 265 
300 220 
300 180 
300 154 
300 125 
300 100 

6,1 
7,4 
9 

10,5 
13 
16 
20 
24 
29 
35 
42 
SO 
61 
74 
90 

105 
130 
160 

50W /tease = 75° C t(vj) = 175° C 

* 1 N 3305 B, (R) * IN 3306 B, IR) * IN 3307 B, IR) * I N 3308 B, IR) 
* I N 3309 B, (R) 
* I N 3310 B, (R) 
* I N 3311 B, IR) * I N 3312 B, IR) * I N 3314 B, IR) * I N 3315 B, IR) 
* IN 3317 B, IR) 
*IN 3319 B, IR) 
* IN 3320 B, (R) 
* IN 3321 B, IR) 
*IN 3323 B, (R) 
* IN 3324 B, (R) 
* IN 3325 B, IR) 

IN 3326 B, (R) 
IN 3327 B, IR) 
IN 3328 B, IR) 
1 N 3330 B, (R) 
IN 3332 B, (R) 
IN 3334 B, IR) 
IN 3335 B, IR) 
IN 3336 B, (R) 
IN 3337 B, IR) 
lN3338B,IR) 
IN 3339 B, (R) 
IN 3340B, (R) 
IN 3342B, IR) 
IN 3343 B, (R) 
IN 3344 B, IR) 
lN3346B,(R) 
IN 3347 B, (R) 
IN 3349 B, IR) 
IN 33SO B, IR) 

400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 

6900 
6300 
5700 
5200 
4700 
4300 
3900 
3S00 
3200 
2900 
2600 
2400 
2100 
2000 
1700 
1600 
1400 
1300 
1200 
1100 
1000 
930 
830 
750 
690 
630 
570 
520 
470 
430 
390 
350 
320 
290 
260 
240 

6,4 
7 
7,7 
8,5 
9,4 

10,4 
11,4 
12,4 
13,8 
15,3 
16,8 
18,8 
20,8 
22,8 
25,1 
28 
31 
34 
37 
40 
44 
48 
52 
58 
64 
70 
77 
85 
94 

104 
114 
124 
138 
153 
168 
188 

V ZT 
(V) 

nom. + 5% 

± 10% 

6,8 
8,2 

10 
12 
15 
18 
22 
27 
33 
39 
47 
56 
75 
82 

100 
120 
150 
180 

7,5 
9,1 

11 
13,5 
16,5 
20,5 
24,5 
30 
36 
43 
52 
62 
75 
91 

110 
135 
165 
205 

± 10% 

6,8 
8,2 

10 
12 
15 
18 
22 
27 
33 
39 
47 
56 
68 
82 

100 
120 
ISO 
180 

7,5 
9,1 

11 
13,5 
16,5 
20,5 
24,5 
30 
36 
43 
52 
62 
75 
91 

110 
135 
165 
205 

IZT 

(mA) 

rZT 

max. 

In) 

cathode au boitier 

IZK 

(mA) 

rZK 
max. 

In) 

type + suffixe R : anode au boitier 

370 
305 
2SO 
210 
170 
140 
115 

95 
75 
65 
55 
45 
37 
30 
25 
20 
17 
14 

1,2 
1,8 
2,4 
3,2 
4,5 
6 
8,5 

11 
17 
21 
28 
38 
52 
72 
96 

135 
190 
260 

cathode au boitier 

3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

500 
250 
2SO 
250 
250 
250 
250 
250 
300 
300 
400 
500 
600 
700 
900 

1200 
1500 
1850 

type + suffixe R : anode au bo itier 

730 
610 
500 
420 
330 
280 
230 
180 
150 
120 
100 
90 
73 
60 
SO 
42 
33 
28 

1 
1,2 
1,8 
2,4 
3,9 
5,7 
6,9 
9 

11 
13 
16 
18 
24 
33 
56 
76 

ISO 
280 

3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

250 
150 
150 
ISO 
150 
ISO 
ISO 
200 
200 
200 
200 
500 
SOO 
SOO 
700 
700 

1000 
1000 

anode au boitier 

6,8 
7,5 
8,2 
9,1 

10 
11 
12 
13 
15 
16 
18 
20 
22 
24 
27 
30 
33 
36 
39 
43 
47 
51 
56 
62 
68 
75 
82 
91 

100 
110 
120 
130 
150 
160 
180 
200 

type + suffixe R : cathode au boitier 

7,2 
7,9 
8,7 
9,6 

10,6 
11,6 
12,7 
14,1 
15,6 
17,1 
19,1 
21,2 
23,3 
25,6 
28,9 
32 
35 
38 
41 
46 
50 
54 
60 
66 
72 
79 
87 
96 

106 
116 
127 
141 
156 
171 
191 
212 

18SO 
1700 
1500 
1370 
1200 
1100 
1000 

960 
830 
780 
700 
630 
570 
520 
460 
420 
380 
3SO 
320 
290 
270 
245 
220 
200 
180 
170 
150 
140 
120 
110 
100 
95 
85 
80 
68 
65 

0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,8 
1 
1,1 
1,4 
1,6 
2 
2,4 
2,5 
2,6 
2,8 
3 
3,2 
3,5 
4 
4,5 
5 
5,2 
6 
7 
8 
9 

11 
15 
20 
30 
40 
50 
75 
80 
9U 

100 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

500 
250 
2SO 
250 
250 
250 
250 
2SO 
250 
2SO 
2SO 
250 
250 
2SO 
250 
300 
300 
300 
300 
400 
400 
500 
500 
600 
600 
600 
700 
800 
900 

1100 
1200 
1300 
lS00 
1600 
1800 
2000 

IR 
max . CXT 
@ VR 

(10-4 ,0 d I!JA) 

cathode to case 

VR 
(V) 

27 

~~~ 
Case 
Boitier 

type + suffix R : anode to case 

3 
4 
5 
5,7 
6,3 
6,8 
7,3 
7,7 
8 
8,5 
8,5 
8,8 
9 
9,2 
9,3 
9,4 
9,6 
9,6 

cathode to case 

D04IGZ) 
S 95a (PZ) 

type + suffix R : anode to case 

3 
4 
5 
5,7 
6,3 
6,8 
7,3 
7,7 
8 
8,3 
8,6 
8,8 
9 
9,2 
9,3 
9,4 
9,6 
9,6 

anode to case 
type + suffix R : cathode to case 

4 
4,5 
4,8 
5,1 
5,5 
6 
6,5 
6,5 
7 
7 
7,5 
7,5 
8 
8 
8,5 
8,5 
8,5 
Sl,5 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9,!1 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 

10 

ISO 
100 

50 
25 
25 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

5,2 
5,7 
6,2 
6,9 
7,6 
8,4 
9,1 
9,9 

11 
12 
14 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
27 
30 
33 
36 
39 
43 
47 
52 
56 
62 
69 
76 
84 
91 
99 

114 
122 
137 
152 

005 

005 
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Fan recowry rectifi rr 
Redreuemefll rap.d, 

~~~ 
" 

JOOO 

o ft.I '_ ".,-" 

RECTIFIER SELECTOR 

SEI.J!CTEUR DES DIODES DE REDRESSEMENT 

2800 

2600 

2400 

2200 

2000 

'800 

'600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

'00 

CJ -

~ 

AI/alanch' controlled rectifier 
AVillancheconlrcllee 

Fast recovery 3valanchecontrOlled reeti fier 
Allalanche c:ontrolet rapide 

~ W 

N 

ffi 

200mA 400mA t .. 2~ 

wOt Ft26 __ ...:0,-,O:.:.7_~._~ ~'26~~~ 

FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES 
DIODES DE REDRESSEMENT RAPIDE 

I 
VRWM I 
:; 1 

IF 10 
V~RM FRM 

TYPES 
VR I (mA) (mA) I IV I (A) 

100mA / tamb = 25° C t(vj) = 125° C 

MR 05 120 100 50 0,6 
MR 11 120 100 100 0,6 
MR 21 120 100 250 0,6 
MR 31 120 100 350 0,6 
MR41 120 100 450 0,6 

200mA / tamb = 25° C t(Vj) = 125° C 

MC46 240 200 100 I 
MC47 240 200 200 1 
MC48 240 200 300 1 
MC49 240 200 400 1 
MC 50 240 200 500 1 

400mA / tamb = 25°C t(vj) = 125° C 

MC 22 500 400 100 1,25 
MC42 500 400 200 1,25 
MC43 500 400 300 1,25 
MC44 500 400 400 1,25 
MC45 500 400 500 1,25 

400 mA / tamb = 25° C t(vjl = 125° C 

BA 157 500 400 400 2 
BA 158 500 400 600 2 

* BA 159 500 400 1000 2 

VF @ IR @ VR 
IFSM IF = IO (/lA) 

tamb tamb 
(A) IV) 25°C 100°C 

2 1 2 
2 1 2 
2 i 2 
2 1 2 
2 

I 
1 2 

l 
3 1 2 100 
3 1 2 100 
3 1 2 100 
3 1 2 100 
3 I 2 100 

3 1 2 100 
3 I 2 100 
3 1 2 100 
3 1 2 100 
3 I 2 100 

15 1,5 5 
15 1,5 5 
15 1,5 5 

~ 
IiÄ, 

004 

Co t rr 

(pF) (ns) 

'F = 2 mA 

Irr = 0,2 mA 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

@_ lOV 
IF = l 00 mA 

lrr = 50 mA 

35 200 
35 200 
35 200 
35 200 
35 200 

@ -10V 
IF = l 00mA 

Ir r = 50mA 

35 200 
35 200 
35 200 
35 200 
35 200 

@VR IF = 2mA 

(typ) 'rr = O,2 mA 

3 300 
2 300 
1,8 300 

I 
Case 
Boitier 

'R = 2mA 

DO 7 

IR = 100 mA 

DO 7 

IR =l00mA 

DO 7 

IR = 2 mA 

F 126 
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FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES 

DIODES DE REDRESSEMENT RAPIDE 

TYPES IF 10 

IA) IA) 

1A / tamb = 25°C t(vj) = 1500 e 

ER 2 ' ,3 1 
ER 4 1.3 1 
ER 6 1.3 1 
ER 8 1,3 I 

1A / t amb = 25°C t(vj) = 1500 e 

BYX 92 - 50 1,3 1 
BYX 92 - 100 1,3 1 
BYX 92 - 200 1,3 1 
BYX 92 -300 1,3 1 
BYX 92 -400 1,3 1 

1A / tamb = 25°e t(vj) = 1500 e 

BYX 58 - 50 1,3 1 
BYX 58 -100 1,3 1 
BYX 58 - 200 1,3 1 
BYX 58 - 300 1,3 1 
BYX 58 -400 1,3 1 

4A / tease = 1000 e t(vj) = 125°e 

GR 05, IR) 4,5 4 
GR 1, IR) 4,5 4 
GR 2; IR) 4,5 4 
GR 4, IR) 4,5 4 

3 

~ 

VR~M 

VR~M IFRM 

VR IV) IA) 

200 4 
400 4 
600 4 
800 4 

50 4 
100 4 
200 4 
300 4 
400 4 

50 4 
100 4 
200 4 
300 4 
400 4 

12 t= 12,5A2 s 

50 12 
150 12 
250 12 
350 12 

29 
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0" 

Z 
< 
~ ;; 
:; 
" ~ I I I I I I 

~ .. 

! 1 , 1 1 ! 1 1 1 1~1 11 1 ~ ! 
• 

! I 151 151 I§ 

mOA 1 {3Q}., i 200A I ~~ s6OA. • 10 (A) 

F62m ~ TB • 
Bo..itJIII'L 

type number : cathode to ease 
type number + suffix R : anode to ease 

n° de type: cathode au boitier 
n° de type + suffixe R : anode au boitier 

VF @ IR @ V A 
IFSM 1J1A) ImA) t rr ease 
10ms IF =1 0 Boitier 

IA) 
t case t case Ins) IV ) 25°C 1000 e 

IF =100mA I A = l00mA 

Irr =50mA 

20 1,3 0,2 1500 
20 1,3 0,2 1500 0029 
20 1,3 0,2 1500 
20 1,3 0,2 1500 

IF=100mA IR=100mA 

irr:=' 50mA 

20 1,3 0,4 100 
20 1,3 0,4 100 

I 20 1,3 0,4 100 0013 
20 1,3 0,4 100 
20 1,3 0,4 100 

F = l00mA I A = 100mA 
irr = 50 mA 

20 1,3 0,2 250 
20 1,3 0,2 250 
20 1,3 0,2 250 0013 
20 1,3 0,2 250 
20 1,3 0,2 250 

IF 'A VA 30V 
'RM ~2A Irr =O.2A 

d;!dt =25A//JS 

50 1,4 150 200 
50 1,4 150 200 004 
50 1,4 150 200 
50 1,4 150 200 
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~~~ FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES 
DIODES DE REDRESSEMENT RAPIDE 

VR~M 

' F 
'
0 VRRM 

TYPES = 

(A) (Al VR (V) 

6 A I tease = 100° C t(vj) = 150° C 12t = 28 A 2s 

IN 3879, (R) 6,5 6 50 
IN 3880, (R) 6,5 6 100 
IN 3881, (R) 6,5 6 200 
IN 3882, (R) 6,5 6 300 
IN 3883, (R) 6,5 6 400 
GR 606, (R) 6,5 6 600 
GR 806, (R) 6,5 6 800 

12 A I tease = 100° C t(vj) = 150° C 12t = 100 A 2 s 

BYX 61 · 50, I R) 14 12 50 
BYX 61 • 100, (R) 14 1:1 100 
BYX 61 · 200, I R) 14 12 200 
BYX 61 · 300, I R) 14 12 300 
BYX 61 · 400, I R) 14 12 400 

12 A I t ease = 100° C t(vj) = 150°C 12t= 100 A 2 s 

IN 3889, (R) 14 I 12 50 
IN 3890,(R) 14 12 100 
IN 3891,(R) 14 12 200 
IN 3892, (R) 14 12 300 
IN 3893,(R) 14 12 400 
GR 612,IR) 14 12 600 
GR 812, (R) 14 12 800 

20A I tease = 100° C t(vj) = 150° C 12t = 300 A 2 s 

IN 3899,(R) 23,5 20 50 
IN 3900,(R) 23,5 20 100 
IN 3901,(R) 23,5 20 200 
IN 3902,(R) 23,5 20 300 
IN 3903,(R) 23,5 20 400 

30A I tease = 100°C t(vj) = 150°C 12t = 450 A 2 s 

BYX 65 - 50, IR ) 35 30 50 
BYX 65 - 100, I RI 35 30 100 
BYX 65 - 200, (RI 35 30 200 
BYX 65 - 300, IR) 35 30 300 
BYX 65 - 400, (R I 35 30 400 

30A I tease = 100° C t(lIj) = 150° C 12t = 1250A2s 

IN 3909, I R) 35 30 50 
IN 3910, I R) 35 30 100 
IN 3911, I R) 35 30 200 
IN 3912, ( R) 35 30 300 
IN 3913, (R) 35 30 400 

40A I tease = 75° C t(vj} = 125° C 12t = 1800A2s 

RPR 540, (R) 50 40 50 
RPR 1040, (R) 50 40 100 
RPR 2040, (R) 50 40 200 
RPR 3040, (R) 50 40 300 
RPR 4040, (R) 50 40 400 

60A I t ease = 75°C t(vj} = 125°C 12t = 4000 A 2s 

RG 602 FT. IRFT) 70 60 200 
RG 604 FT. (RFT) 70 60 400 
RG 606 FT. (RFT) 70 60 600 
RG 608 FT. (RFT) 70 60 800 
RG 610 FT. I RFT) 70 60 1000 

'FRM 

(A) 

20 
20 
20 
20 
2~ 
20 
20 

35 
35 
35 
35 
35 

35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 

90 
90 
90 
90 
90 

120 
120 
120 
120 
120 

120 
120 
120 
120 
120 

150 
150 
150 
150 
150 

200 
200 
200 
200 
200 

type number : cathode to ease 
type number + suffix R or R FT : anode to case 

n° de type: cathode au boitier 
n° de type + suffixe R ou R FT : anode au boitier 

VF@ IR @ VR 

'FSM (fJA) (mA) t rr 
Case 

10 ms 'F =10 Boitier 
t case tcase 

(A) (V) 25°C 100°C (ns) 

'F IA VR 30V 
'RM';;2A 'rr=O,2A 

d Udt =25 A //15 

I 75 1,4 15 1 200 
75 1,4 15 1 200 
75 1,4 15 1 200 004 
75 1,4 15 I 200 
75 1,4 15 I 200 
75 1,4 15 1 200 
75 1,4 15 1 350 

'F 'A VR 30V 
I RM ~ 2A Irr = O,2A 

d i/dt = 25 A lUs 

150 1,4 25 3 100 
150 1,4 25 3 100 
150 1,4 25 3 100 004 
150 1,4 25 3 100 
150 1,4 25 3 100 

I 'F 'A VR 30V 
'AM ~ 2A Irr =O,2A 

d i/dt = 25 A lUs 

150 1,4 25 3 200 
150 ' ,4 25 3 200 , 
150 1,4 25 3 200 004 
150 1,4 25 3 200 
150 1,4 25 3 200 
150 1,4 25 3 200 
150 1,4 25 3 350 

'F ' A VR 30V 
'RM <;;2A 'rr=O,2A 

di dt = 25 AlUs 

250 1,4 50 6 200 
250 1,4 50 6 200 
250 1,4 50 6 200 005 
250 1,4 50 6 200 
250 ' .4 50 6 200 

'F - lA VR - 30V 
'AM <;; 2A Irr = O,2A 

d Ldt = 25 A /lls 

300 1,5 80 10 100 
300 1,5 80 10 100 
300 1,5 80 10 100 005 
300 1,5 80 10 100 
300 1,5 80 10 100 

'F 'A VA 30V 
'AM ';; 2A Irr = O,2A 

d i. dt - 25 A lUs 

500 1,4 80 10 200 
500 1,4 80 10 200 
500 1,4 80 10 200 D05 
500 1,4 80 10 200 
500 1,4 80 10 200 

'F 'A VA 30V 
'RM';;2A Irr =O,2A 

di dt =25A/J,Js 

600 1,4 80 10 200 
600 1,4 80 10 200 
600 1,4 80 10 200 005 
600 1,4 80 10 200 (RP) 
600 1.4 80 10 200 

'F -lA VA -30V 
'AM ';;2A Irr =O,2A 

di/dt = 25 A //15 

900 1,5 10 1000 
900 1,5 10 1000 
900 1,5 10 1000 RG, T 
900 1,5 10 1000 
900 1,5 10 1000 
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FAST RECO"ERY RECTIFIER DIODES <et 
DIODES DE REDRESSEMENT RAPIDE ~~~ 

- _._- --

VRWM I VFM IR @ VR 
IFSM OR 

'F I '0 I VR!\:2M 'FRM 10 ms , @ 'FM t case = I Ca~e_ 
TYPES - I 1250C BOItIer 

VR FM max. 

(Al I (Al I (VI (A l (Al (V) (Al (mAl (J..lCI 

_ ° . _ ° 2 _ 2 I FM ~ 5QA '1vjl = 125°C 
100 A / tcase - 90 C t(vJ) - 125 C I t - 30.000 A S di/dt =-20AI /1S 

KU 1002 F, (RFI 125 100 200 400 1800 1.4 300 10 70 
KU 1003 F,(RFI 125 100 300 400 1800 1,4 300 10 70 
KU 1004 F,(RFI 125 100 400 400 1800 1.4 300 10 70 
KU 1006 F,(RFI 125 100 600 400 1800 1,4 300 10 70 I F 62m 
KU 1008 F, (RFI 125 100 800 400 1800 1,4 300 10 70 
KU 1010 F, (RFI 125 100 1000 400 1800 1.4 300 10 70 

2 2 'FM=200A1(vjl=125° C -, -

300 A / tcase = 80°C t(vj)= 125°C I t = 180.000 A S di /dt =- 20Al ", 

TA 3002 RF 350 300 200 1200 6000 1,4 1000 15 85 
TA 3003 RF 350 300 300 1200 6000 1.4 1000 15 85 
TA 3004 RF 350 300 400 1200 6000 1,4 1000 15 85 I TA 
TA 3006 RF 350 300 600 1200 6000 1.4 1000 15 B5 
TA 3008 RF 350 300 800 1200 6000 1.4 1000 15 85 
TA 3010 RF 350 300 1000 1200 6000 1.4 1000 15 85 

type number : cathode to case 
type number + suffix R F : anode to case 

n° de type; cathode au boitier 
n° de type + suffixe R F : anode au boitier 

LOW CAPACITY RECTIFIER DIODES 
DIODES DE REDRESSEMENT A FAIBLE CAPACITE 

VRWM 

TYPES IF '0 VR,§,M 

VR 
(VI 

'FRM 'FSM 
10 ms VF @ 'F 'R @ VR C @ VR I Case 

Boitier 
(mAl (mAl 

100 mA / tamb = 25°C t(vj) = 150°C 

MC19 
MC51 

120 
120 

100 
100 

200 mA / tamb = 25°C t(vj) = 150°C 

BAY 17 
BAY18 
BAY 19 
BAY 20 
BAY 21 

250 
250 
250 
250 
250 

200 
200 
200 
200 
200 

150 
300 

12 
50 

100 
150 
300 

(mAl 

600 
600 

(A) 

2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 

(V) I (mAl 

0,9 
0,9 

30 
30 

100 
100 
100 
100 
100 

0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 

J g: 

(J..lA1 

tamb= 

100°C 

5 
5 

tamb -
150°C 

100 
100 
100 
100 
100 

(pFI I (VI 

10 
10 

1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 

- 0 ,75 
-0,75 

- 10 
-10 
- 10 
- 10 
- 10 

DO 7 

DO 7 
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~~~ RECTIFIER DIODES 
DIODES DE REDRESSEMENT 

VRWM IFSM VF@ IF 10 vRRM 
IFRM 10ms IR Gase IF = IO 

Boitier 
TYPES 

VR (mAl (mA) 
IV) 

(A) (A) (V) (/-LA) 

200mA Itamb = 25° e t(vj) = 150° e 
t.amb 

= 125°e 

M 12 240 200 100 1 3 I 150 
Mn 240 200 200 1 3 I 150 
M 42 240 200 400 1 3 1 150 007 
M 62 240 200 600 1 3 1 150 
M82 240 200 800 1 3 I 150 
M 102 240 200 1000 1 3 I 150 

-
400mA Itamb = 25° e t(vj) = 150° e 

t.amb t.amb 
= 25°e = 1000e 

M 14 500 400 100 1,25 3 1 I 0,5 
* IN 645 500 400 225 1,25 3 I 0,2 15 

IN 646 500 400 300 1,25 3 1 0,2 15 007 *'N647 500 400 400 1,25 3 , 0,2 20 
IN 648 500 400 500 1,25 3 1 0,2 20 

*'N 649 500 400 600 1,25 3 1 0,2 25 

400mA Itamb = 1000e t(vj) = 200° e 
t.amb t.amb 

= 1000e = 1500e 

MT14 500 400 100 1,25 3 1 10 100 
MT 24 500 400 200 1,25 3 1 10 100 
MT 44 500 400 400 1,25 3 1 10 100 007 
MT 64 500 400 600 1,25 3 1 10 100 
MT 84 500 400 800 1,25 3 1 10 100 

1A Itamb = 50
0

e t(vj) = 175 oe 
t.amb I t. ambo 

= 25°e = 1500 e 

IN 4383 1, 1 1 200 6 50 , 10 250 
* IN 4384 1,1 1 400 6 50 1 10 250 

IN 4385 1, 1 1 600 6 50 1 10 250 0029 * IN 4585 1, 1 1 800 4 30 1 10 250 
IN 4586 1, 1 1 1000 4 30 1 10 250 

1A Itamb = 25°e t(vj) = 150 oe 
t. ambo 
= 1250 e 

1= 11 1,2 1 100 4 30 1,2 200 
E 21 1,2 I 200 4 30 1,2 200 
E 41 1,2 I 400 4 30 1,2 200 0029 E 61 1,2 1 600 4 30 1,2 200 
E 81 1,2 1 800 4 30 1,2 200 
E 101 1,2 1 1000 4 30 1,2 200 

1A Itamb = 75° e t(vj) = 150° e 
t.amb t. ambo 

= 25°e = 1000 e 

IN 4001 1,15 1 50 10 30 1. 1 5 50 
* IN 4002 1,15 1 100 10 30 1.1 5 50 

IN 4003 1,15 1 200 10 30 1,1 5 50 
*'N 4004 1,15 1 400 10 30 1.1 5 50 F 126 

IN 4005 1,15 , 600 10 30 1,1 5 50 
*IN 4006 1,15 1 800 10 30 1,1 5 50 

1 N 4007 1,15 1 1000 10 30 1, 1 5 50 

lA Itamb = 100°C t( vj) = 175 oe 
t.amb t,amb. 

= 25°e = 1500 e 

IN 3189 1,1 , 200 4 30 1 5 500 
IN 3190 1,1 I 400 4 30 1 5 500 0013 
IN 3191 1,1 1 600 4 30 1 5 500 

1,25 A Itamb = 25°C t(vj) = 1bOoC t. ambo 
= 1500 e 

I 
F 11 1,5 1,25 100 4 30 1,2 1000 
F 21 1,5 1,25 200 4 30 1,2 1000 
F 41 1,5 1,25 400 4 30 1,2 1000 O·::J 13 F 61 1,5 1,25 600 4 30 1,2 1000 
F 81 1,5 1,25 800 4 30 1,2 1000 
F 101 1,5 1,25 1000 4 30 1,2 1000 
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RECTIFIER DIODES 

DIODES DE REDRESSEMENT ~~~ 
VRWM 

IFSM VF @ IF 10 
VRRM IFRM IR 

TYPES 10 ms IF=IO Case 
VR Baitier 

(A) (A) (V) (A) (A) (V) (mA) 

2A / tamb = 2SoC t(vj) = 17SoC 
tamb-
150°C 

F 12 2,4 2 100 6,5 70 1,2 1 
*F 22 2,4 2 200 6,5 70 1,2 1 

F 42 2,4 2 400 6,5 70 1,2 1 DO 13 
*F 62 2,4 2 600 6,5 70 1,2 1 

F 82 2,4 2 800 6,5 70 1,2 1 
*F 102 2,4 2 1000 6,5 70 1,2 1 

3A / 12 t = SOA2 s 
VFM @ tease = 

tcase = 1S0° C t(vj) = 17SoC IFM 10A 150°C 

IN 1581,(R) 3,2 3 50 15 100 1,2 0,5 
IN 1582, (R) 3,2 3 100 15 100 ' ,2 0,5 
IN 1583,(R) 3,2 3 200 15 100 1,2 0,5 
IN 1584,(R) 3,2 3 300 15 100 1 ,2 0,5 D04 
IN 1585,(R) 3,2 3 400 15 100 1,2 0,5 
IN 1586,(R) 3,2 3 500 15 100 1,2 0,5 
IN 1587, (R) 3,2 3 600 15 100 1,2 0,5 

4A / tease = 12SoC t(vj) = 1S0°C 12 t=SOA2 s IFM 13A tease -
125°C 

G, P 504 ,(R) 6 4 50 20 100 1,2 3 
G, P 1004,(R) 5 4 100 20 100 1,2 3 
G, P 2004,(R) 5 4 200 20 100 1,2 3 D04 (G) 
G, P 4004,(R) 5 4 400 20 100 1,2 3 
G, P 6004,(R) 5 4 600 20 100 1,2 3 S95a (P) 
G, P 8004,(R) 5 4 800 20 100 1,2 3 
G, P 1104,(R) 5 4 1000 20 100 1,2 3 
G, P 1204,(R) 5 4 1200 20 100 1,2 3 

GA / tlead = 100°C t(vj) = 1S0°C 12 t=800A2 s IFM 20A tamb-
100°C 

AG 056 6,5 6 50 20 400 1,2 1 
AG 106 6,5 6 100 20 400 1,2 1 AG 
AG 206 6,5 6 200 20 400 1,2 1 

*AG406 6,5 6 400 20 400 1,2 1 

GA / tcase = 1S0°C t(vj) = 17SoC 12 t= 120A2 s IFM 20A tease = 
150°C 

IN 1341 B, (R) 7 6 50 30 160 1,2 0,5 

I 

IN 1342 B, IR) 7 6 100 30 160 1,2 0,5 
IN 1344 B, (R) 7 6 200 30 160 1,2 0,5 
IN 1345 B, IR) 7 6 300 30 160 1,2 0,5 
IN 1346 B, (R) 7 6 400 30 160 1,2 0,5 DO 4 
IN 1347 B, (R) 7 6 500 30 160 1,2 0,5 
IN 1348 B, (R) 7 6 600 30 160 1.2 0,5 
IN 3988 ,(R) 7 6 800 30 160 1,2 0,5 
IN 3990 ,(R) 7 6 1000 30 160 1,2 0,5 

GA / tcase = 12SoC t(vj) = 1S0°C 12 t= 120A2 s 
IFM 20A tcase = 

125°C 

G,P506,(R) 6,8 6 50 25 160 1,2 3 
G, P 1006, IR) 6,8 6 100 25 160 1,2 3 
G, P 2006, (R) 6,8 6 200 25 160 1,2 3 
G, P 3006, (R) 6,8 6 300 25 160 1,2 3 
G, P 4006, IR) 6,8 6 400 25 160 1,2 3 D04 (G) 
G, P 5006, IR) 6,8 6 50D 25 160 1,2 3 
G, P 6006, (R) 6,8 6 600 25 160 1,2 3 S95a (P) 
G, P 8006, (R) 6,8 6 800 25 160 1,2 3 
G, P 1106, (R) 6,8 6 1000 25 160 1,2 3 
G, P 1206, (R) 6,8 6 1200 25 160 1,2 3 
G, P 1506, (R) 6,8 6 1500 25 160 1,2 3 

type number : cathode to case n° de type: cathode au bortier 
type number + suffix R : anode to case n° de type + suffixe R : anode au bojd er 
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~~~ RECTIFIER DIODES 
DIODES DE REDRESSEMENT 

VR~M 
IFRM 

IFSM 
VFM IF 10 VR,§M IR Casc 

TYPES 10ms @ IFM Boitier 

(A) (A) 
VR (A) (A) (V) ImA) 
(V) 

10A I tease = 125° C t(vjl = 150° C [2 t = 260 A2 s IFM = 35A t.case 
= 125° C 

G, P 510 , IR) 11 10 50 35 230 1,2 3 
G, P 1010, IR) 11 10 100 35 230 1,2 3 

* G, P 2010, !R) 11 10 200 35 230 1,2 3 
G, P 3010, R) 11 10 300 35 230 1,2 3 D04 (G) 
G, P 4010, IR) '1 10 400 35 230 1,2 3 

S95a (P) 
G, P 5010. IR) 11 10 500 35 230 1,2 3 

* G, P 6010, (R) 11 10 600 35 230 1,2 3 
G, P 8010, [ R) 11 10 800 35 230 1,2 3 

*G,Plll0, IR) 11 10 1000 35 230 1.2 3 
G, P 1210, I R) 11 10 1200 35 230 1,2 3 

[2 t = 300 A2 s IFM =70A 
t.ease 

20A I t ease = 1250 C t(vj) = 150
0 

C = 150°C 

RP 1020, (R I 24 20 100 90 250 1,5 5 
RP 2020, (R I 24 20 200 90 250 1,5 5 DO 5 
RP4020, (R ) 24 20 400 90 250 1,5 5 
RP602O, (R I 24 20 600 90 250 1,5 5 (RP) 
RP 8020, (R I 24 20 800 90 250 1,5 5 
RP1120, (R ) 24 20 1000 90 250 1,5 5 

20A I tease = 150° C t(vj) = 175° C [2 t = 300 A2 s IFM = 70A t.case 
= 150°C 

lN248B ,(R) 24 20 50 90 250 1,5 5 
IN 249 B ,(A) 24 20 100 90 250 1,5 5 

*IN250B ,(R) 24 20 200 90 250 1,5 5 
lNI195A,(R) 24 20 300 90 250 1,5 5 
lNI196A,(R) 24 20 400 90 250 1,5 5 
IN 1197 A, (R) 24 20 500 90 250 1,5 5 DO 5 

* IN 1198A, (R) 24 20 600 90 250 1,5 5 
RN 820 , (A) 24 20 800 90 250 1,5 5 
RN 1120 ,(A) 24 20 1000 90 250 1,5 5 

* RN 1220 ,(A) 24 20 1200 90 250 1',5 5 
RN 1520 ,(A) 24 20 1500 90 250 1,5 5 

35A I t ease = 140° C t(vj) = 175° C [2 t = 1.250 A2 s IFM =110A t.case 
= 150°C 

IN 1183 , (R l 42 35 50 120 500 1,5 20 
IN 1184 , (R l 42 35 100 120 500 1,5 20 
IN 1186 , (R l 42 35 200 120 500 1,5 20 
lN 1187 , (R l 42 35 300 120 500 1,5 20 
lN 1188 , (R l 42 35 400 120 500 1,5 20 DO 5 
IN 1189 , (R I 42 35 500 120 500 1,5 20 
IN 11 90 . (R ) 42 35 600 120 500 1,5 20 
RN 83S , (R I 42 35 800 120 500 1,5 20 
RN 1135, (R I 42 35 1000 120 500 1,5 20 

40 A / tease = 100°C t(vj) = 150°C [2 t = 2.500 A2 s 
t.ease I 

IFM = 120A = 150°C 

RP 1040, I R) 48 40 100 200 700 1,5 5 
*RP 2040, I R) 48 40 200 200 700 1,5 5 

RP 4040, IR) 48 40 400 200 700 1,5 5 DO 5 
*RP 6040, ( R) 48 40 600 200 700 1,5 5 (AP) 

RP 8040, ( R) 48 40 800 200 700 1,5 5 * RP 1140, I R) 48 40 1000 200 700 1,5 5 

60 A / tease = 100°C t(vj) = 150°C [2 t = 5.000 A2 s IFM=I50A t.case 
= 150°C 

RG602,(R)/*RG602T,(R) 70 60 200 200 1000 1,6 20 
RG604,(R)/ RG604T,(R)' 70 60 400 200 1000 1,6 20 RG RG606,IR)!ll-RG606T,(R) 70 60 600 200 1000 1,6 20 
RG608,IR)/ RG608T,(R) 70 60 800 200 1000 1,6 20 RG,T RG61 0 ,IR)!ll-RG610T,(R) 70 60 1000 200 1000 1,6 20 
'RG612,(R)/ RG612T,(R) 70 60 1200 200 1000 1,6 20 

type number ; cathode to esse n° da type: cathode 8U boitier 
type number + luff!>, R : .node to c .... n° da type + suffixe R : anode au boitier 
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POWER RECTIFIER DIODES 

DIODES DE REDRESSEMENT DE PUISSANCE ~~t 
VRWM 

= vFM 
IF 10 VRMM IFSM Case 

IFRM 10ms @ IFM IR TYPES Boitier (A) (A) VR (A) (A) (V) (mA) (V) 

100 A I tease = 100°C t(vj) = 150°C 12 t = 16.500 A2 s IFM 300A tcase = 
150°C 

KU 1002, IR) 125 100 200 400 lBoo 1,4 20 
KU 1004, (R) 125 100 400 400 1800 1,4 20 
KU 1006, (R) 125 100 600 400 1800 1,4 20 
KU 1008, (R) 125 100 800 400 1800 1,4 20 F 62m 
KU 1010, (R) 125 100 1000 400 1800 1,4 20 
KU 1012, (R) 125 100 1200 400 1800 1,4 20 
KU 1014, (R) 125 100 1400 400 1800 1,4 20 

100 A I t ease = 140°C t(vj) = 180°C 12 t = 25.000 A2 s IFM 300A tcase = 
180°C 

KA 1012 R 125 100 1200 400 2200 1,4 20 
KA 1014 R 125 100 1400 400 2200 1,4 20 
KA 1016 R 125 100 1600 400 2200 1,4 20 
KA 1018 R 125 100 1800 400 2200 1,4 20 F 62m 
KA 1020 R 125 100 2000 400 2200 1,4 20 
KA 1022 R 125 100 2200 400 2200 1,4 20 
KA 1024 R 125 100 2400 400 2200 1,4 20 

130 A I tease = 100°C t(vj) = 150°C 12 t = 26.000 A2 s IFM 400A tcase = 
150°C 

KU 1302,(R) 160 130 200 500 2300 1,4 20 
KU 1304,(R) 160 130 400 500 2300 1,4 20 
KU 1306,(R) 160 130 600 500 2300 1 ,I! 20 
KU 1308,(R) 160 130 800 500 2300 1,4 20 F 62m 
KU 1310,(RI 160 130 1000 500 2300 1,4 20 
KU 1312,(RI 160 130 1200 500 2300 1,4 20 
KU 1314,(R) 160 130 1400 500 2300 1,4 20 

200A I lease = 100°C t(vj) = 150°C 12 t = 80.000 A2 s IFM 600A tcase = 
150°C 

SA 2006 R 250 200 600 800 4000 1,4 15 
SA 2008 R 250 200 800 800 4000 1,4 15 
SA 2010 R 250 200 1000 800 4000 1,4 15 
SA 2012 R 250 200 1200 800 4000 1,4 15 SA 
SA 2014 R 250 200 1400 800 4000 1,4 15 
SA 2016 R 250 200 1600 800 4000 1,4 15 
SA 2018 R 250 200 1800 800 4000 1,4 15 
SA 2020 R 250 200 2000 800 4000 1,4 15 

200A I lease = 100°C t(vj) = 150°C 12 t = 80.000 A2 s IFM 600A tcase = 
150°C 

SU 2006 250 200 600 800 4000 1,4 16 
SU 2008 250 200 800 800 4000 1,4 15 
SU 2010 250 200 1000 800 4000 1,4 15 
SU 2012 250 200 1200 800 4000 1,4 15 SU 
SU 2014 250 200 1400 800 4000 1,4 15 
SU 2016 250 200 1600 800 4000 1,4 15 
SU 2018 250 200 1800 800 4000 1,4 15 
SU 2020 250 200 2000 800 4000 1,4 15 

300A I lease = 100°C 12 t = 180.000 A2 s IFM 1000A tcase = 
t(vj) = 150°C 150°C 

TA 3006 R 380 300 600 1200 6000 1,4 15 
TA-3OO8 R 380 300 800 1200 6000 1,4 15 
TA 3010 R 380 300 1000 1200 6000 1,4 15 
TA 3012 R 380 300 1200 1200 6000 1,4 15 
TA 3014 R 380 300 1400 1200 6000 1,4 15 
TA 3016 R 380 300 1600 1200 6000 1,4 15 
TA 3018 R 380 300 1800 1200 6000 1,4 15 TA 
TA 3020 R 380 300 2000 1200 6000 1,4 15 
TA 3022 R 380 300 2200 1200 6000 1,4 15 
TA 3024 R 380 300 2400 1200 6000 1,4 15 
TA 3026 R 380 300 2600 1200 6000 1,4 15 
TA 3028 R 380 300 2800 1200 6000 1,4 15 
TA 3030 R 380 300 3000 1200 6000 1,4 15 

type number : cathode to case n° de type: cathode au bortier 
type number + suffix R : anode to ease n° da type + suffixe R : anode au boitier 
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~~~ POWER RECTIFIER DIODES 
DIODES DE REDRESSEMENT DE PUISSANCE 

VRWM ... 
IF 10 VRRM IFRM 

TYPES '"" 
(Al (Al 

VR (Al 
(VI 

300A / tease = 100 °C t(vj) = 150°C 12t = 125.000 A2s 

-

TU 3006 380 300 600 1000 
TU 3008 380 300 800 1000 
TU 3010 380 300 1000 1000 
TU 3012 380 300 1200 1000 
TU 3014 380 300 1400 1000 
TU 3016 380 300 1600 1000 
TU 3018 380 300 1800 1000 
TU 3020 380 300 2000 1000 

500A / tease = 95 oe t(vj) = 1S0°C 12t = 400.000 A2s 

B 5012 R 600 500 1200 2000 
B 5014 R 600 500 1400 2000 
B 5016 R 600 500 1600 2000 
B 5018 R 600 500 1800 2000 

I B 5020 R 600 500 2000 2000 
B 5022 R 600 500 2200 2000 
B 5024 R 600 500 2400 2000 
B5026R 600 500 2600 2000 
B 5028 R 600 500 2800 2000 
B 5030 R 600 500 3000 2000 

FAST RECOVERY CONTROLLED AVALANCHE RECTIFIER DIODES 
DIODES DE REDRESSEMENT A AVALANCHE CONTROLEE RAPIDE 

VRWM VRA 
0= 

@ IR = 100}JA VRRM IF 10 IFRM 
TYPES ~ (VI 

VR 
min. 1 (Al (Al (Al 

(V) max. 

200mA / tamb = 25 °C t(vj) = 125 °C 

MR 52 Z 500 540 1 950 0,24 0,2 1 
MR 62 Z 600 720 950 0,24 0,2 1 

400mA / tamb = 25 °C t(vj) = 125 °C 

BYX 57·500 500 540 

I 
950 0,5 0,4 1,25 

BYX 57·600 600 720 950 0,5 0,4 1,25 

1A / tamb = 25°C t(vj) = 1S0 QC 

IFSM 
IOms 

(Al 

5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 

9000 
9000 
9000 
9000 
9000 
9000 
9000 
9000 
9000 
9000 

IFSM 
IOms 

(A) 

3 
3 

3 
3 

10 6 HZS 600 720 I ~OOO . ~3_ J_l I 4_1 20 

CONTROLLED AVALANCHE RECTIFIER DIODES 
DIODES DE REDRESSEMENT A AVALANCHE CONTROLEE 

VRWM 
VRA 

= @ IR = 100}JA IF 10 IFRM VRRM 
TYPES " 

(V) 
VR 

I (Al (A) (Al IV) min max. 

150 mA/400 mA / tamb = 25°C t(vj) = 1S0°C 

M4 HZ 400 450 

I 
750 0,5 0,4 1,25 

M6 HZ 600 720 1000 0,5 0,4 1,25 * M8 HZ 800 950 1400 0,5 0,4 1,25 
Mlo HZ 1000 1100 1700 0,5 0,4 1,25 
M15 HZ 1500 1600 2200 0,2 0,15 0,5 

VFM 
@ Case 

IFM 
IR Boitier 

(VI (mAl 

IFM 1000A t case -
150°C 

1,4 10 
1,4 10 
1,4 10 
1,4 10 TU 
1,4 10 
1,4 10 
1,4 10 
1,4 10 

IFM 1600A 
tc.a.5e%. 
150°C 

1,4 20 
1,4 20 
1,4 20 
1,4 20 
1.4 20 8 
1,4 20 
1,4 20 
1.6 20 
1.6 20 
1,6 20 

VF IR 'rr @ 
@ IF = 100mA Case 

@ IF = IO IR =100mA VR 
irr=50mA 

Boitier 

(V) (/lAI (nsl 

tamb= 
100°C 

1 100 200 
1 100 200 00 7 

'amb= 
100°C 

1 100 200 Da 7 
1 100 200 

'amb = 
loO"C 

I 1,3 200 1500 I Da 29 

IFSM VF 
10ms 

IR 
Case 

@ IF = 10 @ 
VR 

Boitier 

(A) (V) (}JA) 

ta!!,b <"mb 
100cC li5~( 

3 1 150 
3 1 150 
3 1 150 DO 7 
3 1 25 
2,5 2 25 



CONTROLLED A"ALANCHE RECTIFIER DIODES 
DIODES DE REDRESSEMENT A A"ALANCHE CONTROLEE 

TYPES 

1A 

E6 HZ 
*E8 HZ 

2A 

1 N 3938 
1 N 3939 
l N3940 
1 N 3941 
1 N 3942 

2A 

F42Z 
F62 Z 

*F82Z 

VÄ 
(V) 

600 
800 

200 
400 
600 
800 

1000 

400 
600 
800 

m int max. 

720 
950 

240 
480 
720 
960 

1160 

450 
720 
950 

1000 
1400 

500 
750 

1000 
1200 
1400 

750 
1000 
1400 

(A) 

1,2 
1,2 

2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 

2,4 
2,4 
2,4 

10 

(A) 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 

IFRM 

(A) 

4 
4 

6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 

6,5 
6,5 
6,5 

IFSM 
10ms 

(A) 

30 
30 

70 
70 
70 
70 
70 

70 
70 
70 

(V) 

1,2 
1,2 

1,1 
1,1 
1,l 
1,1 
1, 1 

1,2 
1,2 
1,2 

0,20 
0,20 

0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 

Case 
Boitier 
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DO 29 

D013 

D013 

5 A I 150° C 2 2 VFM @ tcase= r-___________ t_~ __ se __ =rl-2-5-0-C--~t-(-~-)-=----,_-----I -t~=-~-\5-.O __ A __ S,_------~------_,--------~I~F~M~1~5~A~--1-2-50-C--~----~ 
G65 HZ,(R) 
G85 HZ,(R) 

600 
800 

10A at~se=125° C 

G4 HZ, (R) P4 HZ, (RI 400 
G6 HZ, (R) P6 HZ, (R) 600 * G8 HZ, (R) P8 HZ, IR) 800 

RP4 HZ, IR) 
RP 6 HZ, IR) 
RP 8 HZ, IR) 

20A 

R4 HZ, (R) 
R6 HZ, (R) * R8 HZ , (R) 

35A 

R43 HZ, (R) 
R63 HZ, (R) 
R83 HZ, (R) 

400 
600 
800 

400 
600 
800 

400 
600 
BOO 

40 A / t case = 100° C 

RP44 HZ, (R) 
RP 64 HZ,(R) 

*RP84HZ,(R) 

400 
600 
800 

100 A I t~se = 100° C 

KU 6 HZ 600 

200A 

SU 26 HZ 600 

300A 

TU 36 HZ 600 

type number : cathode to case 
type number + suffix R ; anode to case 

720 
950 

1000 
1400 

5,5 
5,5 

450 750 11,5 
720 1000 11,5 
950 1400 11,5 

450 
720 
950 

450 
720 
950 

450 
720 
950 

450 
720 
950 

720 

720 

t(vj) = 150°C 

720 

750 
1000 
1400 

750 
1000 
1400 

750 
1000 
1400 

750 
1000 
1400 

1400 

1400 

1400 

24 
24 
24 

21,5 
21,5 
21,5 

39 
39 
39 

48 
48 
48 

125 

250 

380 

5 
5 

10 
10 
10 

20 
'20 
20 

20 
20 
20 

35 
35 
35 

40 
40 
40 

100 

200 

300 

20 
20 

35 
35 
35 

90 
90 
90 

90 
90 
90 

120 
120 
120 

200 
200 
200 

400 

600 

1000 

I 
I 

100 
100 

230 
230 
230 

250 
250 
250 

250 
250 
250 

500 
500 
500 

700 
700 
700 

1800 

4000 

5000 

1,2 
1,2 

IFM 35A 
I 

i 1,2 
1.2 
1,2 

IFM 70A 

1,5 
1,5 
1,5 

IFM 70A 

1,5 
1,5 
1,5 

IFM 110A 

1,5 
1,5 
1,5 

IFM 120A 

1,5 
1 ,5 
1,5 

IFM 300A 

1,40 

IFM 600A 

1,40 

IFM 1000A 

1,40 

nU d e type: cathod e au boit ier 
n° de tyoe + suffixe R : anode au boit ier 

3 
3 

3 
3 
3 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

tcase = 
150°C 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

20 

15 

10 I 

D04 

D04 (G) 
D95 a (P) 

DO 5 
(RP) 

DO 5 

DO 5 

DO 5 
(RP) 

F62m 

SU 

TU 
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HIGH VOLTAGE. AVALANCHE RECTIFIER DIODES 
D'ODES DE REDRESSEMENT HAUTE TENSION A AVALANCHE 

TYPES 

VRA 
@ IR= 
100 IJA 

(V) 

min. 

10 mA I tamb = 25° C t(vjl = 125° C 

MA30 3000 

100 mA I tamb = 25° C 

1 N 3284.BA Y 25 
lN 3285 
1 N 3286.BA Y 26 

2000 
2500 
3000 

3300 

2300 
2800 
3300 

.250 mA I tamb = 25° C t(vjl = 150° C 

M 15 Ki l N 2887 
M 20 K/ l N 2891 

I N 2897 
M 30 K/ l N 2901 

I N 2905 
IVI 40 K/ 1N 2911 

I N 2915 
M 50 Ki l N 2919 

IN 2921 
M 60 K/l N 2923 

IN 2925 
M 80 K 
M 120 K 
M 150 K 
M 200 K 
M300 K 

1500 
2000 
2500 
3000 
3500 
4000 
4500 
5000 
5500 
6000 
6500 
8000 

12000 
15000 
20000 
30000 

1550 
2100 
2600 
3100 
3700 
4200 
4700 
5200 
5800 
6300 
6800 
8400 

12600 
15700 
21000 
31500 

10 

(A) 

0,01 

0, 1 
0, 1 
0,1 

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

250/400 mA I tamb = 25° C t(vjl = 125° C 

EV 15 
EW 20 

15000 
20000 

500 mA I tamb = 25° C 

D 40 H 
D 60 H 
D 80 H 
D 150 H 
D 200 HL 
D 250 HL 

4000 
6000 
8000 

15000 
20000 
25000 

16000 
22000 

t(vj) = 1250 
C 

4300 
7200 
8600 

16000 
21000 
26000 

1 A I tamb = 25° C t(vj) = 125° C 

F 40 H 
F 80 H 
F 100 H 
F 150 H 
F 200 HL 
F 250 HL 
F 300 HL 

4000 
8000 

10000 
15000 
20000 
25000 
30000 

4300 
8600 

10800 
18500 
21000 
26000 
34000 

3 A I tamb = 25° C t(vjl = 125° C 

P 32 H 
P 40 H 
P 48 H 
P 56 H 
P 64 H 
P 70 H 
P 80 H 
P 100 H 
P 200 H 
P 400 H 

3200 
4000 
4800 
5600 
6400 
7000 
8000 

10000 
20000 
40000 

3600 
4300 
5000 
6500 
7600 
7600 
8800 

11000 
20800 
41000 

0,25 
0,40 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

(A) 

0,075 

0,5 
0,5 
0,5 

0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 

0,8 
1,3 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
35 
3:5 
3,5 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

IFSM 
10ms 

(A) 

2,5 
2,5 
2,5 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

30 
30 

30 
30 
30 
30 
30 
30 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

230 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
230 

6,5 

3 
3 
3 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
16 
24 
30 
40 
60 

20 
30 

6 
10 
12 
21 
29 
36 

6 
12 
15 
17 
29 
36 
43 

5 
6 
7 
8 
8 
8 
8 

10 
22 
44 

0,04 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

50 

10 
10 
10 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

100 
100 

Case 
Boitier 

DO 7 

DO 7 

Moulding 
Moulage 

MK 

Moulding 
Moulage 

EV 
EW 

Moulding 
Moulage 

DH 

Moulding 
Moulage 

FH 

Moulding 
Moulage 

PH 
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HIGH VOLTAGE, FAST RECOVERY, AVALANCHE CONTROLLED RECTIFIER DIODES 
DIODES DE REDRESSEMENT HAUTE TENSION A AVALANCHE CONTROLEE RAPIDE 

VRWM vRA VF 
IR @ VR 

VR~M @ IFSM @ IF =10 (,uA ) t rr 
Case 

TYPES Vc:<R 100fJA 10 IFRM 10ms Boitier 
min. tamb- tamb= 

(V) (V) (mA) (A) (A) (V) 
25°C 100°C 

(ns) 

20 mA / tamb = 25°C t(vj) = 100°C 
IF-5mA IR-l0mA 

irr =0,2mA 

CY 5 F 5000 I 20 0,06 1 15 0,5 10 250 
Moulding 
Moulage 

CY 7 F 7000 20 0,06 1 15 0,5 10 250 CY 

200mA / tamb = 25°C t(vj) = 125°C 
IF -100mA IR= 100mA 

irr = 50mA 

MU 2 2000 2160 200 1 2 5,2 2 100 200 Moulding 
MU 3 3000 3240 200 1 2 7,8 2 100 200 Moulage 
MU 4 4000 4300 200 1 2 10,4 2 100 200 
MU 5 5000 5400 200 1 2 13 2 100 200 MU 200 MU 6 6000 6300 

I 
200 1 2 15,6 2 100 200 

MU 8 8000 8740 200 1 2 20,8 2 100 200 
MU10 10000 10800 200 1 2 26 2 100 200 
MU 20 20000 21600 200 1 2 52 2 100 200 

200/300 mA / tamb = 25°C t(vj) = 125°C 
IF = 100mA IR= 100mA 

irr = 50mA I Moulding 
EV 12 R 12000 13000 200 0,65 20 20 1 100 1500 Moulage 
EW 15 R 15000 16000 300 1 20 30 1 100 1500 EV 

EW 

500mA /tamb = 250C t(vj) = 125°C 
IF-l00mA IR-l00mA 

i rr = 50mA 

Moulding 
E 50 HR 5000 5500 500 2 20 12 5 1500 Moulage 
E 100 HR 10000 11000 500 2 20 24 5 1500 EHR 
E 150 HR 15000 16500 500 2 20 36 5 1500 

HIGH VOL TAGE RECTIFIER DIODES 
DIODES DE REDRESSEMENT HAUTE TENSION 

VRYII M 
IFSM 

VF 
IR CalVR 

VRR M 10 IFRM 10ms Ca! I F = 10 (,uA) Case 
TYPES VR 

Boitier 
tamb tamb-

(V) (mA) (mA) (A) (V) 25° C 100°C 

50/100 mA / tamb = 25°C t(vj) = 150°C 

-
lN 3282 1000 100 500 2,5 2,5 I 10 
1 N 3283 -BA Y24 1500 100 500 2,5 2,5 I 10 
M405 4000 50 250 2,5 4 ; 50 DO 7 
M 505 5000 50 250 2,5 5 1 50 
M 605 6000 50 250 2,5 6 1 50 

200mA / tamb = 25°C t(vj) = 125°C 

ME 30 3000 200 650 2,5 3 10 Moulding 
ME 60 6000 200 650 2,5 6 10 Moulage 
ME 100 10000 200 650 2,5 10 10 ME 
ME 120 12000 200 650 2,5 12 10 
ME 200 20000 200 650 2,5 24 10 

POWER SCHOTTKY (HOT CARRIER} 
DIODES SCHOTTKY DE PUISSANCE 

VRWM IR @ VR 
VRSM 10 IFSM VFM 

IFM VRWM @ IFM (mA) Case 
TYPES (V) (A) (A) (A) tamb- I tamb = boitier 

VR 
(V) 

(V) 
25°C 100°C 

50 A / tamb = 60° C t(vj) = 100° C 1
2

t = 1_800 A 2s 

0,35 10 

I RS 52 20 25 50 600 0,65 100 120 300 DO 5 
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VDWM (V) 

VRWM 
'J'HY'RJaTORS'. s.n.a.c::TOR G.tnOI' 
sELECTEUR DES THYRISTORS 

o .. 

~ 
SIInsitiv~lIa[ll1hvrinor. 

t hyrinors ..ensibles 

i 
~ 

g , 
! 

j i j I 
~ j 

0 

&1 ~ ~ .. 
~ ~ !Ir ffi 1 j li jE ~ ~ ~ i 

' ... T046 I ID48 TQ48 , 

FAST SWITCHING THYRISTORS 
THYRISTORS RAPIDES 

Abs. max ratings 
Electrical characteristics 

valeurs limites Caracteristiques electriques 

TYPES VOWM 'TSM 
10 IH = VRSM (10 ms) 

VRWM VGT IGT RGK = 
= 

(A) (V) (V) (A) (V) (mA) (mA) 

5 A eff (rms) / tease = 75DC t(vj) = 100"C 12t= 12,5A2 s 

TY 505F 3 50 75 50 
TY1005F 3 100 150 50 
TY2005F 3 200 300 50 
TY3005F 3 300 400 50 3 .... 40 .... 30-
TY4005F 3 400 500 50 
TY5005F 3 500 600 50 
TY6005F 3 600 700 50 

16 A eff (rms) / tease = 1 OOD C t(vj) = 100°C 12 t = 100 A 2 s 

TRA 5160F XI Z 10 50 75 150 
TRA10160F XI Z 10 100 150 150 
TRA20160F XI Z 10 200 300 150 
TRA30160F XI Z 10 300 400 150 3 .... 80 .... 30-
TRA40160F X I Z 10 400 500 150 
TRA50160F XI Z 10 500 600 150 
TRA60160F XI Z 10 600 700 150 

35 A eff (rms) / tease = 60DC t(vj) = 125DC 12 t=300A2 s 

TS035F, AlB 22,5 50 75 250 
TS135F, AlB 22,5 100 150 250 
TS235F, AlB 22,5 200 300 250 
TS435F, AlB 22,5 400 500 250 3 .... 180 .... 70-
TS635F, AlB 22,5 600 700 250 
TS835F,A/B 22,5 800 900 250 

* Please, consult us for others values of dV/dt and di/dt * 

I .... kn l I I I m l M 

t ambo = 25De 

IRM 
dV/ 

d;/ 
@ VOWrv! dt ease t gt t q 609f

t 

VTM 
VRWM 

VOWM 
Boitier 

(V) (mA ) (pS) (pS) (V IpS) (A l pS) 

ITM = Tj= T!= 100De Tj= 
5A 100De IT= 10A 100De 

I 

2,5 .... 2 .... 1,5- 15 .... 200+ 100'" TO 
220AB 

ITM- Tj- Tj- l00De Tj-

30A 100De IT=50A 100De 

X = 15"" 
2,4 .... 3 .... 2- 200+ 100'" T048 

Z = 30'" (S131l 

'TM= Tj= I Tj=125
D
e Tj= 

70A 125°e IT=10A 125De 

I 
A=20 .... 

2,4 .... 6 .... 5- 200+ 100'" T048 
B =40 .... 

* * 
Valeurs de dV/dt et di/dt superieures: nous consulter 



FAST SWITCHING THYRISTORS 
THYRISTORS RAPIDES 

Absolute max ratings Electrical characteristics 

Valeurs limites Caracteristiques electriques t ambo 25°C 

TYPES VOWM ITSM IRM 

10 = VRSM (10ms) 
IH @ 

VRWM VGT IGT RGK= VTM VOWM 00 

VRWM 
(A) (V) (V) (A) (V) (mA) (mA) (V) (mA) 

ITM= Tj= 

55 A eff (rms) / t case = 75°C t(vj) = 125°C 12 t = 2.500 A 2 5 l00A 125°C 

TK1F, AlB 35 100 150 700 
TK2F, AlB 35 200 300 700 
TK4F, AlB 35 400 500 700 3Ä 300Ä 100- 2,4Ä 10Ä 
TK6F, AlB 35 600 700 700 
TK8F, AlB 35 800 900 700 

110 A eff (rms) / t(vj) = 125°C 12 t = 7.000 A 2 s 
ITM= Tj = 

lease = 75°C 
200A 125°C 

TK 110F,A/ B 70 100 150 1200 
TK 120F, AlB 70 200 300 1200 
TK 140F, AlB 70 400 500 1200 3Ä 300A 100- 2Ä loA 
TK 160F, Al B 70 600 700 1200 
TK 180F, Al B 70 800 900 1200 
TK1100F,A/B 70 1000 1100 1200 

ITM = Tj= 
140 A eff (rms) / tease = 80°C t(vj) = 125°C 12 t = 10,000 A 2 s 

300A 125°C 

TK 1401 F, AlB 85 100 150 1400 
TKl402F, AlB 85 200 300 1400 
TKl404F, AlB 85 400 500 1400 3Ä 300A 100- 2Ä 10A 
TK1406F, AlB 85 600 700 1400 
TK1408F, AlB 85 800 900 1400 
TK1410F,A/B 85 1000 1100 1400 

ITM= Tj= 

235 A eff (rms) / t case = 70°C t(vj) = 125°C 12 t= 50.000 A 2 s 450A 125°C 

TT 210F, AlB 150 100 150 3200 
TT 220F, AlB 150 200 300 3200 
TT 240F.A/B 150 400 500 3200 3Ä 500A 300- 2Ä 2SÄ 
TT 260F,A/B 150 600 700 3200 
TT 280F, AlB 150 800 900 3200 
TT2100F,A/B 150 1000 1100 3200 

ITM= Tj-

315 A eff (rms) / tcase= 75°C t(vj) = 125°C 12 t = 80.000 A 2 5 600A 125°C 

TT 310F, AlB 200 100 150 4000 
TT 320F, AlB 200 200 300 4000 
TT 340F,A/B 200 400 500 4000 3Ä 500Ä 300- 2Ä 2SÄ 
TT 360F,A/B 200 600 700 4000 
TT 380F, AlB 200 800 900 4000 
TT3100F, AlB 200 1000 1100 4000 

dV./ 
dt 

tgt tq 60% 
VOWM 

!.US) (pS) (VIpS) 

Tj=125°C Tj = 

IT=100A 125°C 

A=2oA 
5- 200. 

B=4oA 

* 
Tj=125°C Tj= 

IT=100A 125°C 

A=2oA 
5- 200. 

B=40Ä 

* 

Tj-125°C Tj= 

IT=100A 125°C 

A = 2oA 
5- 200+ 

B = 40Ä 

* 

Tj=125°C Tj= 

IT=100A 125°C 

A=2oA 
5- 200. 

B=4oA 

Tj=125°C Tj-

IT=100A 125°C 

A=2oA 
5- 200+ 

B =4oA 

* Please, consult us for others values 01 dV/dt and di/ dt * Valeurs da dV/dt et di/dt sup~rieures : naus consulter 

4 

.. 1 

di 
./ dt Case 

Boitie 

(AlpS) 

lOoA T049 

* 

100A T049 

* 

100A T049 

* 

100Ä TT 

100Ä TT 
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DARLISTOR ITRADE MARK} 
DARLISTOR I MARQUE DEPOSEE} 

Absolute max ratings 
Valeurs limites 

VOMM 
TYPES -: 

10 VAWM VASM 
= 

(A) (V) (V ) 

ITSM 
(10ms) 

(A) 

110 A eff (rms) / tease = 75° e t(vj) = 125° e 

OK110F ,A,B,W,X,Y 70 100 150 1200 
OK120F,A,B,W,X,Y 70 200 300 1200 
OK140F.A,B,W,X,Y 70 400 500 1200 
OK 160F ,A,B,W,X,Y 70 600 700 1200 
OK180F ,A,B,W,X,Y 70 800 900 1200 
OKll00F .A,B,X,Y 70 1000 1100 1200 

E lectrical characteristics 
Caracteristiques electriques t ambo 25° C 

IAM 
@ 

tgt 
VGT IGT IH VTM VOWM 

VAWM 
(V) (mA) (mA) (V) ' (mA) (tJs) 

12 t = 7.000A2 s ITM = 200A T = 125° C , 

3'" 150'" 70e 2,35'" 15'" l,5e 

235 A eff (rms) / tease = 700 e t(vj} = 125° e 12 t = 50.000 A 2 S 
ITM 0=- 4 5OA T'= 125" C i , 

OT210F,A,B,X,Y 150 100 150 3200 
OT220F .A,B ,X,Y 150 200 300 3200 
OT240F,A,B,X,Y 150 400 500 3200 
OT260F ,A ,B,X,Y 150 600 700 3200 3'" 200'" 100e 2'" 25'" l,5e 
DT280F ,A,B,X,Y 150 800 900 3200 
OT2100F.A,B,X,Y 150 1000 1100 3200 

315 A eff (rms) / t ease = 125° e t(vj} = 125° e 12 t = 50.000 A 2 S 
ITM = 600A T j = 12S"C 

DT310F ,A,B,X,Y 200 100 150 3200 
OT320F ,A,B,X,Y 200 200 300 3200 
DT340F .A,B,X,Y 200 400 500 3200 
DT360F,A,B,X,Y 200 600 700 3200 3'" 200'" 100e 2'" 25'" l ,5e 
OT380F ,A,B,X,Y 200 800 900 3200 
DT3100F ,A,B,X,Y 200 1000 1100 3200 

SENSITIVE GATE THYRISTORS 
THYRISTORS SENSIBI.ES 

Absolute max ratings I E lectrical characteristics 
Val eurs limites Caracteristiques electriques t.amb. 25°C 

VOWM 
IA 

10 = VASM VTM 
@ 

TYPES VAWM ITSM VGT IGT IH VOWM 
(10ms) AGK:=oo = VRWM 

AGK=lK,Q 
(A) (V) (V) (A) (V) (mA) (mA) (V) WAl 

0,5 A eff (rms) / tease = 75° e t(vj} = 125° e ITM = 1A 
T; 12S"C 

TH 35 S 0,3 30 50 4 
TH 55S 0 ,3 50 75 4 
TH105S 0 ,3 100 150 4 

I'" 0,2'" 2'" 2· 0,1'" TH155S 0,3 150 200 4 
TH205 S 0 ,3 200 300 4 
TH305 S 0,3 300 400 4 
TH405 S 0,3 400 500 4 

1,6 A eff (rms) / tease = 85° e t(vj) = 125° e 
'T. .- T j =- 12SDC 

2N 2322 I 25 50 15 

I 2N 2323 I 50 75 15 
2N 2324 1 100 150 15 
2N 2325 1 150 200 15 0,8· 0,2'" 3'" 2· 0,1'" 

*2N 2326 1 200 300 15 
2N 2327 I 250 400 15 
2N 2328 1 300 400 15 

*2N 2329 1 400 500 15 

1,6 A eff (rms) / tease = 800 e t(vj} = 125°e 
In ... -=,A T j = 12S"C 

TD 501 S 1 50 75 15 
T0100l S 1 100 150 15 
T02001 S 1 200 300 15 3'" 0,3'" 1- 2· I'" 
T03001 S I 300 400 15 
T04001 S 1 400 500 

4 A eff (rms) / lease = 25° e t(vj) = 1100 e 12 t = 2 A 2 s 
ITM == 4 A ., lIu: 

S106-05, S107·05 2,5 50 75 20 S106 : 
S106-1 , S107· 1 2,5 100 150 20 0,8· 0,2'" 3'" 2,5'" 0,1'" 

*SI06·2 ,S107·2 2,5 200 300 20 S107 : 
*SI06-4 • S107-4 2,5 400 500 20 0,5'" 

dV......--- dl/ Case 
tq dt dt Boitier 

60% 
VOWM 

(tJs) (V / /ß) (A//ß) 

T j = 12SoC 
Tj = 12S"C 

IT = l00A 

W=10'" 
X=15'" 200+ 800'" Ta 49 
A=20'" 
Y=25'" 
B=40'" 

Tj = 125° C 
Tj =12So C 

'T ' OOA 

X= 15A 
A = 20'" 
Y = 25A 200+ 800'" OT 
B = 40'" 

Tj - 125"C 
Ti = 125" C 

'T 'OOA 

X=15'" 
A=20'" 
Y=25'" 200+ 800'" OT 
B=4O'" 

dV/ 
dt Case !gt tq 60% 

VOWM Boitier 

(/ß) (/ß) N//ß) 

Tj 2S" C 

IT "'" O.SA 
T, 125°C 

2- 15- 20+ TO 46 

T. = 12S0C 
T j = 12SO C 

IT =,. 

1,5e 60e 10- TO 39 

T. = 125 t 
Tj == 12S"C 

IT = 1A 

l,5e 60- 10- T039 

T j =110oC 
Ti = ll aoe 

IT= 1A 

1,2- 40- 8- TO 202 
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THYRISTORS 

Absolute max ratings Electrical characteristics 

Valeurs limites Caracteristiques electriques t ambo 25°C 

TYPES IR dV / VOWM IH @ = ITSM tgt t q 
dt 

10 VRSM VGT IGT RGK = VTM VOWM @60% Case 
VRWM (10ms) 00 

VRWM VDWM Boitier 
(A) (V) IV) (A) (V) (mA) (mA) (V) (pA) (J.IS) (J.IS) (V/jß) 

1,6 A eff (rms) I tease = 80°C t(vj) = 125°e ITM= RGK=1Kf! Tj-125°C Tj 

lA j = 125°C IT=lA 125°C 

TD 501 1 50 75 15 
T0100l 1 100 150 15 
T02001 1 200 300 15 
T03001 1 300 400 15 3-" 2,5-" 5- 2-" 1-" 1,5- 60- lDe T039 
TD4oo1 1 400 500 15 
T05001 1 500 600 15 
T06001 1 600 700 15 

1,6 A eff (rms) I t ease = 800 e 1(Vj) = 125°e 
ITM- RGK=lKf! Tj=125°( Tj-

lA (Tj = 125°( IT=lA 125°C 

2N1595 1 50 75 15 
2N1596 1 100 150 15 

*2N1597 1 200 300 15 
2N1598 1 300 400 15 3-" 10'" lDe 2-" 1-" 1,5- 40- 50- T039 

*2N1599 1 400 500 15 
T05 1 500 600 15 
T06 1 600 700 15 

3 A eff (rms) I t ease = 85°e t(vj) = 125°e 
ITM- ~GK~lKf! Tj-125°C Tj-

6A j = 125°C IT=3A t25°C 

TD 503 2 50 75 50 
T01003 2 100 150 50 
TD2003 2 200 300 50 
TD3003 2 300 400 50 1,5-" 10'" 10- 2-" 1-" ~ 50- 5De T039 
TD4003 2 400 500 50 
T05003 2 500 600 50 
T06003 2 600 700 50 

4 A eff (rms) I 1(vj) = 1100 e 12 1=18A2 s 
ITM= Tj= Tj=1100C Tj= 

tease = 75°C 8A 110°C 1I=4A ll00C 

TY 504 2,5 50 75 60 

I 
TY1004 2,5 100 150 60 
TY2004 2,5 200 300 60 

0220AE TY3004 2,5 300 400 60 1,5-" 4QA 60'" 2-" 2-" 2- 25- 20. 
TY4004 2,5 400 500 60 
TY5004 2,5 500 600 60 
TY6004 2,5 600 700 60 

7.4 A eff (rms) I 1 ease = 75°e 1(vj) = 1100 e 12 1 = 35 A 2 s 
ITM= Tj= Tj=110oC Tj= 
15A l100C IT=7,4A ll00C 

TY 507 4,7 50 75 80 
I I 

TYloo7 4,7 100 150 80 
TY2007 4,7 200 300 80 
TY3OO7 4,7 300 400 80 3-" 40'" 60'" 2-" 2-" ~ 25- 20+ 0220AE 
TY4oo7 4,7 400 500 80 
TY5007 4,7 500 600 80 
TY6007 4,7 600 700 80 

7.4 A eff (rms) I t(vj) = 11 ooe 12 t=35A2 s 
ITM- Tj= Tj=110oC Tj-

tease = 75°e 15A 110°C IT=6A 110°C 

TM 507 4,7 50 75 80 
TM1007 4,7 100 150 80 
TM2007 4,7 200 300 80 
TM3007 4,7 300 400 80 3-" 40'" 60'" 2-" 2-" ~ 25- 20. T064 
TM4oo7 4,7 400 500 80 
TM5007 4,7 500 600 80 
TM6oo7 4,7 600 700 80 

7.4 A eff (rms) I t ease = 900 e t(vj) = 125°e 12 t =35A2 s 
ITM- Tj- Tj=125°C Tj-

15A 125°C IT=6A 125°C 

2Nl770 4,7 25 50 80 
2Nl771 4,7 50 75 80 
2Nl772 4,7 100 150 80 
2Nl773 4,7 150 200 80 
2Nl774 4,7 200 250 80 2-" 15-" 30'" 1,85..1 2-" 2- 30- 20. T064 
2Nl775 4,7 250 300 80 
2Nl776 4,7 300 400 80 
2Nl777 4,7 400 500 80 
2N1778 4,7 500 600 80 
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~~~ THYRISTORS 

Absolute max ratings I Electrical characteristics 

Valeurs limites Caracteristiques electriques t ambo 25°C 

TYPES VOWM IRM dV/ di / 
= ITSM IH @ dt dt Case 

10 VRWM VRSM (10ms) VGT IGT 
RGK= VTM VOWM tgt tq @ 60 % 

00 VRWM VOWM Boitier 

(A) (V) (V) (A) (V) (mA) (mA) (V) (mA) (jJS) (jJS) (V /jJS) (A /jJS) 

ITM= Tj= Tj=110oC I Tj= 
10 A eff (rms) / t ease = 75°C t(vj) = 110°C IZt=50Az s 20A 110°C IT=6A 110°C 

TY 510 6.4 50 75 100 I 
TY10l0 6,4 100 150 100 

*TY2010 6,4 200 300 100 
TY3010 6,4 300 400 100 3Ä 40& 60& 2A 2'" 2- 25- 20+ T0220AB 

*TY4010 6,4 400 500 100 
TY5010 6,4 500 600 100 

I ~ 
*TY6010 6,4 600 700 100 I 

ITM= Tj= Tj=125°C Tj = 
16 A eff (rms) / tease = 75°C t(vj) = 125°C 12 t = 120Az s 30A 125°C IT=10A 125°C , 

2N1843A 10 50 75 150 
2N1844A 10 100 150 150 
2N1846A 10 200 300 150 
2N1848A 10 300 400 150 
2Nl849A 10 400 500 150 
2N1850A 10 500 600 150 
TR6010 10 600 700 150 3A 80& 20- 2,2A 5A 5- 100- 50. 20& T048 
TR7010 10 700 800 150 
TR8010 10 800 900 150 * * TR9010 10 900 1000 150 

I TR1010 10 1000 1100 150 
TR1110 10 1100 1200 150 I TR1210 10 1200 1300 150 

ITM - Tj - Tj=125°C Tj -

25 A eff (rms) / t ease = 75°C t(vj) = 125°C IZt = 200 AZs 
50A 125°C IT=10A 125°C 

BTW39- 50 16 50 75 200 I 
BTW39-100 16 100 150 200 
BTW39-200 16 200 300 200 
BTW39-300 16 300 400 200 3A 80A 20- 2,2A sA 5- 100- 100. 50A T048 
BTW39-400 16 400 500 200 (S131) 
BTW39-500 16 500 600 200 

I BTW39-600 16 600 700 200 

ITM= Tj= Tj = 125°C Tj= 

25 A eff (rms) / t case = 65°C t(vj) = 125°C IZt=200Az s 50A 125°C IT= 10A 125°C 

2N681 16 25 50 200 
*2N682 16 50 75 200 

2N683 16 100 150 200 
*2N685 16 200 300 200 

2N687 16 300 400 200 
*2N688 16 400 500 200 

2N689 16 500 600 200 3A 40& 20- 2,2A 3A 5- 100- 50. 20& T048 
*2N690 16 600 700 200 

* * 2N691 16 700 800 200 
*2N692 16 800 900 200 

TR 9 16 900 1000 200 
*TR10 16 1000 1100 200 

TR11 16 1100 1200 200 
TR12 16 1200 1300 200 

ITM= Tj= Tj=125°C Tj = 

35 A eff (rms) / t case = 60° C t(vj) = 125° C 12 t = 300 A 2 s 70A 125°C IT=10A 125°C 

TS 135 22,5 100 200 250 
TS 235 22,5 200 300 250 
TS 435 22,5 400 500 250 
TS 635 22,5 600 700 250 3A 80& 20- 2,2A 6A 5- 100- 50. 20& T048 
TS 835 22,5 800 900 250 

* * TS1035 22,5 1000 1100 250 
TS1235 22,5 1200 1300 250 

* Please, consult us for others values 01 dV/dt end di/dt * Valeurs de dV /dt et d i/dt sup~rieures : naus consulter 

01 



THYRISTORS 

Absolute max ratings Electrical characteristics 

Valeurs limites Caractt!ristiques electriques tamb 25°C 

VDWM IRM I dV/ di/, Gase 
TYPES = VRSM ITSM VGT IGT IH VTM VDWM dt dt Boitier 

10 VRWM 
10ms RGK= @ !gt tq @;O% 

00 VRWM VDWM 
(A) (V) (V) (A) (V) (mA) (mA) (V) (mA) I (J,JS) (J,JS) (V/J,JS) (A/pS) 

ITM = Tj = Tj =125°C Tj= 

,55 A eff (rms) / tcase = 80° C t(vj) = 125° C 12 t = 2.500A2 
S 100A 125°C IT = looA 125°C 

TKl 35 100 150 700 
TK2 35 200 300 700 
TK4 35 400 500 700 
TK6 35 600 700 700 
TK8 35 800 900 700 3'" 125'" 50- 2'" 10'" 5- 150- 50. 50'" T049 
TK10 35 1000 1100 700 
TK12 35 1200 1300 700 

I 
TK14 35 1400 1500 700 

* * TK16 35 1600 1700 700 

ITM= Tj= Tj =125°C Tj = 
70 A eff (rms) / tcase = 75° C t(vj) = 125° C 12 t = 1.250A2 s 140A 125°C IT=100A 125° C 

T J701D 45 100 150 500 
T J702D 45 200 300 500 
T J704D 45 400 500 500 press fit 
TJ706D 45 600 700 500 3'" 100'" 50- 2'" 10'" 3- 100- 200. 100'" 3/4" 
T J708D 45 800 900 500 stud 
T J710D 45 1000 1100 

500 I T J712D 45 1200 1300 500 * * 
1'0 A eff (rms) / 12 t = 7.000 A 2 s 

ITM= Tj = Tj='125°C Tj= 
tease = 80° C t(vj) = 125° C 200A 125°C IT= 100A 125°C 

2N1911 70 100 150 1 1200 
2N1912 70 150 250 1200 
2N1913 70 200 300 1200 

3'" 75'" 50- 2'" 6'" 5- 100- 50+ 50'" TO 49 
2N1914 70 250 350 1200 
2N1915 70 300 400 1200 
2N1916 70 400 500 1200 

* * 
ITM Tj Tj - 125°C I Tj -

110 A eff (rms) / tease = 80° C t(vj) = 125° C ft = 7.000 A 2 s 200A 125°C IT=looA 125°C 

TKll0 70 100 150 1200 
TK120 70 200 300 1200 
TK140 70 400 500 1200 
TK160 70 600 700 1200 
TK180 70 800 900 1200 3'" 125'" 50- 2'" 10'" 5- 150- 50. 50'" TO 49 
TKll00 70 1000 1100 1200 
TK1120 70 1200 1300 1200 
TKl140 70 1400 1500 1200 
TK1160 70 1600 1700 1200 

* * 
ITM- Tj- Tj - 125°C Tj -

140 A eff (rms) / tcase = 80° C t(vj) = 125° C 12 t = 10.000A2 s 300A 125°C IT =lOOA 125°C 

TK1401 90 100 150 1400 
TK1402 90 200 300 1400 
TK1404 90 400 500 1400 
TK1406 90 600 700 1400 
TK1408 90 800 900 1400 3'" 125- 50- 2'" 10'" 5- 150- 50. 50'" T049 
TK1410 90 1000 1100 1400 
TK1412 90 1200 1300 1400 
TK1414 90 1400 1500 1400 
TK1416 90 1600 1700 1400 

* * * Please. con$ult us tor others values of dV / dt and di/dt * Valeurs de dV/dt et di/dt $uperieures : naus consulter 
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~~~ THYRISTORS 

Absolute max ratings Electrical characteristics 

Valeurs limites Caracteristiques electriques t ambo 25°C 

TYPES VOWM IH IRM dV./ Case 

= @ dt dl/ 10 VRSM ITSM VGT IGT RGK= VTM %0% 
VRWM 00 VOWM 

19t tq dt Boitier 
(10ms) 

VRrfM VOWM 
(Al (V) (V) (A) (V) (mA) (mA) (V) (mA (Jß) (Jß) (V/Jß) (AIJß) 

235 A eff (rms) / t case = 80°C t(vj) = 125°C 12 t = 50.000 A2 s . ITM= ' Tj= Tj=125° C Tj= 

450A 125°C IT=100A 125°C 

I 
TT 210 150 100 150 3200 
TT 220 150 200 300 3200 
TT 240 150 400 500 3200 
TT 260 150 600 700 3200 
TT 280 150 800 900 3200 3'" 500'" 50- 1,7'" 25'" 5- 150- 50. 50'" TT 
TT2100 150 1000 1100 3200 
TT2120 150 1200 1300 3200 
TT2140 150 1400 1500 3200 
TT2160 150 1600 1700 

3200 I 
ITM= T j = Tj=125°C Tj = 

315 A eff (rms) / tcase = 85°C t(vj) = 125°C 12 t = 80.000 A2 S 
600A 125°C IT=100A 125°C 

TT 310 200 100 150 4000 
TT 320 200 200 300 4000 
TT 340 200 400 500 4000 
TT 360 200 600 700 4000 
TT 380 200 800 900 4000 3'" 500'" 50- 1,6'" 25'" 5- 150- 50. 50'" TT 
TT3100 200 1000 1100 4000 
TT3120 200 1200 1300 4000 
TT3140 200 1400 1500 4000 
TT3160 200 1600 1700 4000 

ITM= Tj= Tj = 125°C Tj= 

470 A eff (rms) / tcase = 85° C t(vj) = 125° C 12 t = 200.000 A2 
S 1000A 125°C IT= 100A 125°C 

TB 410 300 100 150 6300 
TB 420 300 200 300 6300 
TB 440 300 400 500 6300 
TB 460 300 600 700 6300 
TB 480 300 800 900 6300 3'" 500'" 100- 1,7'" 25'" 5- 200- 50. 50'" TB 
TB4100 300 1000 1100 6300 
TB4120 300 1200 1300 6300 
TB4140 300 1400 1500 6300 
TB4160 300 1600 1700 6300 

THYRISTORS TRIGGER CIRCUIT 
CIRCUIT DE DECLENCHEMENT POUR LA COMMANDE DE THYRISTORS 

Feeding Drive Outputs ~ 00 

Alim"ntat ion Commande Sorties 

TYPES Veff -r width 
F Z V I t(vj) Case 

(rms) 10 F V max Z largeur 

(V) (mA) (HZ) (V) (n) (J.Ls) (KHZ) (n) (v) (mA) (OC) Boitier 

LJA 220 15 50-60 ±1O 5000 10 
LJB 

7 1 5 500 75 * LlA LlB 

* L1A encapsu lated, with PA STON connections * L1A : encapsul~, raccordement par c osses FASTON 

L1B unencapsulated, with connections for printed circuit. L) B : non encapsule, raccordement sur connecteurs circuit imprime 



UNIJUNCTION TRANSISTORS 
TRANSISTORS UNIJONCTION 

TYPES 
VB2B1 RBB VB1E 

max. max . (Kn) 

(V) (V) 
min, max . 

2N 494 A 35 60 6,2 9,1 
2N 494 B 35 60 6,2 9,1 
2N 494 C 35 60 6,2 9,1 
2N 1671 AX 35 30 4,7 9,1 
2N 1671 BX 35 30 4,7 9,1 
2N 1671 CX 35 30 4,7 9,1 
2N 2160 35 30 4 12 * 2N 2646 30 30 4,7 9,1 * 2N 2647 30 30 4,7 9,1 
2N 3479 35 30 4,7 9,1 
2N 3480 35 30 4,7 9,1 
2N 3483 35 30 4,7 9,1 
2N 3484 35 30 6,2 9,1 
BB 12 30 30 4,7 9,1 
BB 14 30 30 4,7 9,1 
BB 18 30 30 4,7 9,1 

REVERSE UNIJUNCTION TRANSISTORS 
T.U.J. INVERSE 

TYPES 
VB2Bl VB1E RBB 

(Kn) max, mln . 

(V) (V) min. max. 

I 

TUll 10 I 5 5 10 

TUI1R 10 5 5 10 

PROGRAMMABLE U.J. T. 
T.U.J. PROGRAMMABLE 

~ Application as a direct UJT 
Utilisation en TUJ direct 

TYPES 
"Tension I p @ VS = 10V IV 

inverse IRGA (/lA) VS ~IQ\i 

@: 40V 
GA-A AG = 

AG AG lOKn 

(V) (nA) ='OKn - ' Mn (mA) 

mln . 70 

TUP 1 A l B 

max. 40 10 5 2 

min. 25 

TUP 2 Al B 

max. 40 10 1 0,2 
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Electrical characteristics 
Caracteristiques electriques t ambo 25°C 

VEB1 6 F/F 
'TI IV Ip Case 

IEBo sat. min. VOBl -55OC 
Boitier 

max. max. min. max . + 1250 C 

min. max .. (MA) (V) (mA) (V) (/lA) ( % ) 

0,62 0,75 2 5 8 3 12 15 RO 33 
0,62 0,75 0,2 5 8 3 6 15 RO 33 
0,62 0,75 0,02 5 8 3 2 15 RO 33 
0,47 0,62 12 5 8 3 25 15 RO 33 
OA7 0,62 0,2 5 8 3 6 15 RO 33 
0,47 0,62 0,02 5 8 3 2 15 RO 33 
0,47 0,80 12 5 8 3 25 15 RO 33 
0,56 0,75 12 5 4 3 5 15 RO 389 
0,68 0,82 0,2 5 8 6 2 15 RO 389 
0,47 0,62 12 5 6 6 20 15 RO 33 
0,56 0,75 12 5 4 6 20 15 RO 33 
0,60 0,72 1 5 4 6 5 15 RO 33 
0,70 0,85 0,2 5 4 6 5 15 RO 33 
0,56 0,75 0,2 5 4 3 1 15 RO 389 
0,68 0,82 12 5 4 6 25 15 RO 389 
0,68 0,82 0,2 5 8 6 25 15 RO 389 

E lectri ca I characteristics 
Caracteristiques electriques t ambo 25°C 

I IEBo 
6 F/F I 

7J IV VOBl Ip - 55OC 

0:. ,I Case 
max . +125OC Boitier 

min. typ max, 
C=l00pF 

min. max. (nA) (mA) (V) (/lA) (%) (MHz) 

I 
0, .. 3 0,53 10 4 4 300 2 RO 38 9 

0,43 0,53 50 4 4 300 2 1 RO 389 

I 

@ ~ 
R R 2 

Application an an reverse UJT 
Utilisation en TUJ inverse 

Case 
C R, 

VD frenSion IRGC 
Ip @V s =5V IV Boitier 

vs e ,oV @ 5V (MA) VS = 5V inverse corresponding Schema : 
"G O< GA-C RG = 

Sch~ma ~uivalent : 
10Kn AG AG 'OKn 
(V) (V) (nA) ='OKn = 'Mn (mA) 

Er-0,2 4 R RG 

Vs 
RO 38 m C 

0,8 5 50 150 20 

0,2 0,8 
vS=l1.v B2B' RG = n. R2 

R038m Tl= __ R_,_ 
Vo = vp-vs 

0,8 5 50 25 2 R, + R2 



DOUBLE GATE THYRISTORS 
THYRISTORS A DOUBLE GACHETTE 

Absolute max ratings 
Valeurs limites 

TYPES 
ITeff 

V OWM ITSM = 
(rms) V RWM 

t = 10 /lS 

(mA) (V) (A) 

3N81 200 65 5 
3N82 200 100 5 
3N84 200 40 5 
3N85 200 100 5 

PHOTOTHYRISTORS 

ITeff V OWM (rms) = V.GCT 
TYPES t case = VRWM max. 

50°C 
(mA) (V) (V) 

3PT40 300 40 0,6 
3PT60 300 60 0,6 
3PTOO 300 80 0,6 
3PT100 300 100 0,6 

V GCT IGCT 
max. max. 

(V) (/lA) 

0,65 1 
0,65 1 
0,65 10 
0,65 10 

IGCT V GAT 
max. max. 

(/l['l.) (V) 

1 0,8 
1 0,8 
1 0,8 
1 0,8 

Electrical characteristics 
Caracteristiques electriques t,amb.25°C 

VGAT IGAT IH 
VT 

!gt tq @ Case 
max. max. rnax. 'T 200mA max. max. Boitier 

(V) (mA) (mA) (V) (J.1S) (J.1S) 

0,8 1 1,5 2 1,5 15 
0,8 1 1,5 2 1,5 15 TO 72 

2 1,9 1,5 15 
2 1,9 1,5 15 

IH VTM IR Lx 

IGAT RGC = @ @ RGC = 27 Kr! 
Case 

ITM = VOWM 
(LUX) 

max. 10 KU Boitier 
200mA =VRWM 

(mA) (mA) (V) (iJA) mm. max. 

1 1,5 

I 
2 I 300 1600 

1 1,5 2 1 300 1600 TO 72 
1 1,5 2 1 300 1600 
1 1,5 2 1 300 1600 
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TO 220 AB PLAST/C CASE TR/ACS CLASS/F/CAT/ON 

CLASS/F/CA T/ON DES TR/ACS EN BO/T/ER PLAST/OUE TO 220 B 

Suffix USE MAIN DATA TRIGG"ERING 
sv : 

~ .. "'" Triggering infourquadrants U.J.T programmable U.J.T. 
Transis1or-diac-etc •• 

I ndus~ ~l9hdvldl~pabl"W D,ilC-fTlICrtl-SWltdl-

aulldrantsl end 111 rated rectifierbridgel·l 

Coosumerano Lew 1f01T. drop O~cn 
Applignee low holding current ~,f., bt"" · 1 

Quadrarw. I aW tU raud 
"..,.,....., .ft.l~~r l'Pl T';' Oi!;r_ Trlnsislor·lntegratedclfcu,,,-

qu.,jrants logiccircuits and 111 other 
lowvollagedrop 
LQWlwld)ng C'JlrC/'lI 

(") EXAMPLES OF TRIGGERING IN QUAORANTS 1 and 111 

These Iti[l(j of triQgeling Ölre reeommeoded fa;r The TO 220 AB case 5eTies with suffix M and G 
ThevarllllsoconvenillnlfortheothentriillCseries 

l:5 UftIXII I CARACTERISTIQUES I OECLENCHEMENT 
des UTILISATION PRINCIPALES PAR; 

rT~r-. standard --+d-"-" -~-h.-m-'"-"-Q-"",-,-."-"-+TW--.""t-.. - _-._---

TYPICAL 
APPLJCA n ONS 

Hu lfl"lR COI"IfI'Ot 
Power COflYtOI 

Motorcontrol 
r-lm 1 1'~1)mIat 

hgntd'immer 

S~r'" 
..u 1l~<OIia"..oCftI, 

APPLICATIONS 
TYPIQUES 

a... ...... ,...r,<'~, 

~ •• _~'... DIAC,mlero-conlac1,pOnl ...... IoNo . . .... .....c-:,::-:O=! 
_

M r~"" _.-. .. -" .... m~-~·"1 iQuadrantslerlllspOClfo6s1 redresseur(-) _ _ 

ti .... =_=,-f-i',_"""'_="' .. -, .. ="=_::::':''--''. ""+;i I Di';'A"'c ,":m'::"=,,'::<o:::""',~::-,,-:::po:::",:--G;;iii: ... _ .... ,, ..,. ... 
~ourantdema , nt l enbas redr~uri-) 
(au.xlrantsleIILl~ l fl6$) 

c I~ · grandesensibi lll~dlInsles transistor,ejrcullmL~rt, 
4quadrants c:ircuifs Logiques, el 10US Lei; 

. fil lbLe ehuleck tension .... ,_~ 
eourilnt~mil ' ntl rnbas 

ffeLillsslatlques,el toutes 
applicalionsprotess,onne lles 

(- , EXEMPLES OE DECLENCHEMENT DANS LES aUADRANTS 1 Cf 111 

Ces modlls de dklenc:hement $Onl rec:omman~s pour les ~ie;; M el G ; 
...... ~r .... \nttth .... r,,1. i l "'"-

POMIr cznlraL through Slilrie r.IIV wirh auxiliarv 
c:onduction angle with diiIC tri.,.ing amtact 

Villilleur de pul5Ance 
par.-.gled'ouver1ure 
awc dtc~ncnemenl DIAC 

Intenupleurstalique 
lveccoolilClauxiliaire 

StBticrelaywitheonlrolbv 
aLogielevalvi 

.... rtlrCIa.J - .. ,.I...,IoIkIuIV 

5 
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~~~ TRIACS 

*T0220AB case insulated : TXAL type 
T0220AB case uninsulated : TYAL type 

*boltier T0220AB isohl : type TXAL 
baitier T0220AB non isolt~ : type TY AL 

Abs max R ati ng tamb = 25°C - VGT =3 VÄ- tgt =2,5 fJs. - (dV/dt)c = 10 V /fJs. 
Valeurs limites 

IGT (mA) 
10M dV/dt 

ITSM @ VDM 60% Case 
TYPES VOWM suffix I 11 111 IV VTM VOWM Boitier 10ms Tj=100oC 

++ +- I - - -+ IH Tj= 
± 1000 e 

(V) (A) suffixe min. max. min.1 max . min. max. m in. max . (mA) (V) (mA) (V//ß) 

1 A eff (rmsl I t ease = 75° C t(vj) = 100° C 
IT-
l,4A 

TOALlll A.B 200 10 A 10 10 

:: I 
10 2Qe 

TOAL221 A.B 400 10 2. 1 ,Bio. 0,7510. 
50. I TO 39 

TOAL601 A.B 600 10 B 50 50 50 
I 

3 A eff (rmsl I tease = 75°C t(vj) = 100°C 
IT= 
4,5A 

TOAL 113,A.B,S 200 30 S 3 3 

I 
3 3 20-

TOAL223,A. B.S 400 30 A 10 10 10 10 2- 1,810. 0,7510. 20- TO 39 
TOAL603,A. B.S 600 30 B 50 50 50 50 50-

3 A eff (rmsl I t ease = 75° C t(vj) = 100°C 
IT= 
4,5A 

TYALl13,M,B,e,G 200 30 M 10 100 10 100 5010. 1,810. 100-
B 50 50 50 50 5010. 1,810. 210. 30- T0220AB TYAL223,M ,B,e,G 200 30 e 1 25 1 25 1 25 1 50 2010. 1,710. 30-TYAL603,M,B,e,G 600 30 G 1 50 1 50 2010. 1,710. 30- * 

6 A eff (rmsl / lease = 75°C t(vj) = 100° C 12 t= 35A2 s 
IT= 
8,5A 

TYALITXALl16 200 85 M 10 100 10 100 5010. 1.810. 100-
*TYALlTXAL226 400 85 B 50 80 50 80 5010. 1.810. 3Qe T0220AB 

TYAL/TXAL606 600 85 e 1 25 1 60 1 25 1 60 2010. 1,710. 210. 30-
suffixe M,B,e,G G 1 50 1 50 2010. 1,710. 30- * 
8 A eff (rmsl / lease = 75° C t(vj) = 100° C 12 t = 40A2 s 

IT= 
l1A • 

TYALlTXAL 118 200 90 M 10 100 10 100 5010. 1810. 100-
TYALlTXAL228 400 90 B 50 80 50 80 5010. 1:810. 210. 30. TO 220AB 
TYALITXAL608 600 90 C 1 25 1 60 1 25 1 60 2010. 1,710. 30· 
suffixe M,B,C,G G 1 50 1 50 2010. 1,710. 30-

* 
10 A eff (rmsl I lease = 75° C t(vj) = 100° C ft = 50 A 2 s 

IT= 
14A 

TYALlTXA11110 200 100 M 10 100 10 100 5010. 1,810. 100-
TYALlTXAL2210 400 100 B 50 80 50 80 5010. 1810. 210. 30. TO 220AB 
TYALITXAL 610 600 100 C 1 25 1 60 1 25 1 60 2010. 1:710. 3Qe 
suffixe M,B ,e,G G 1 50 1 50 2010. 1,710. 30- * 
10 A eff (rmsl I lease = 75°C t(vj) = 100°C 12 t=50A2 s 

IT= 
14A 

TRAL 11100 200 100 
50 I 

1

100

-

TRAL22100 400 100 100 50 100 5010. 1,810. 310. TO 48 
TRAL 6100 600 100 

I 
(S131) 

15 A eff (rmsl I tease = 75°C t(vj) = 100°C 12 t=80A2 s 
IT-
21A 

TYALITXAL1115 200 125 M 10 100 10 100 5010. 1,810. 100-
* TYALlTXAL2215 400 125 B 50 80 50 80 5010. 1,810. 30· :T0220AB 

TYALITXAL 615 600 125 e 1 25 1 60 1 25 1 60 2010. 1,710. 210. 30· 
suff ixe M,B,C,G G 1 50 1 50 2010. 1,710. 30· * 
15 A eff (rmsl I 12t= 100A2 s 

IT -
lease = 75°C t(vj) = 100°C 21A 

TRAL 11150 200 150 
TRAL22150 400 150 50 100 50 100 6010. 1,810. 310. 200e TO 48 
TRAL 6150 600 150 (SI31) 

25 A eff (rmsl I lease = 75°C t(vj) = 100°C 12t= 300A2 s 
IT-
35A 

TRAL 11250 200 250 
TRAL22250 200 250 100 150 100 150 6010. 210. 310. 200- TO 48 
TRAL 6250 600 250 (SI31) 
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TRIACS 

Abs. Max ratings 
tamb = 25°C, di/dt 50 A/Jis 11. 

valeurs limit es 

'GT 'DM (dV /dt) dV/ 
VDWM 'TSM (mA) @ C dt 

TYPES 'H VTM 60% 60% 
VGT VDWM !gt 

Case 
± 10ms I 11 111 IV VDWM VDWM Boitier 

(V) (A ) (V) +-+ - -- -+ (mA) (V) (mA) (Jis) tC~Sgo~ (V/J1S) 

30 A eff (rms) / t case = 75°C t(vj) = 100° C 12 t=450A2 s 'TM = Tj= Tj= 
60A 1000 C l000C 

TRAL1130D 200 300 press fit 

TRAL 2230 D 400 300 311. 10011. 15QÄ 10011. 15QÄ 6QÄ 211. 4Ä 3- 5- 100- 3/4" stud, 

TRAL 630 D 600 300 isole 
(lns"'ated) 

40 A eff (rms) / t case = 75° C 12 t=600A2 s 
'TM- Tj- Tj-

t(vj) = 100°C BOA l000 C 100° C 

TRAL 1140 D 200 350 press fit 
TRAL 2240 D 400 350 311. 10011. 15011. 10011. 15011. 6011. 211. 411. 3- 5- 100- 3/4" stud , 
TRAL 640 D 600 350 isole 

linsulated) 

60 A eff (rms) / 12 t= 1.500A2 s 
'TM- Tj- Tj-

t case = 75° C t(vj) = 125°C 100A 125°C 125°C 

TJA L 602 D 200 500 
TJAL 604 D 400 500 press fit 
TJAL 606 D 600 500 311. 10011. 15011. 10011. 15011. 6011. 211. 1011. 3- 20- 100- 3/4" 
TJAL60B D 800 500 stud 
TJAL610D 1000 500 

I 

ITM= I Tj- Tj = 
100 A eff (rms) / tcase = 75° C t l v j ) = 125° C 12 t = 4 .000 A 2 5 150A 125°C 125°C 

TKAL 110 100 900 
TKAL 120 200 900 
TKAL 140 400 900 
TKAL 160 600 900 311. 20011. 20011. 20011. 20011. 30- 1,BII. 1011. 3- 30. 5QÄ T049 
TKAL IBO BOO 900 
TKAL 1100 1000 900 
TKAL 1200 1200 900 

I 

200 A eff (rms) / tcase = 75° C t(vj) = 125° C 12 t = 12.500 A 2 s 
'TM= Tj- Tj = 
300A 125°C 125°C 

TTAL 210 100 1600 
TTAL 220 200 1600 
TTAL 240 400 1600 
TTAL 260 600 1600 311. 50011. 50011. 50011. 
TTAL 2BO BOO 1600 

50QÄ 30- 1,55Ä 25Ä 3- 30. 5011. TTAL 

TTAL 2100 1000 1600 
TTAL 2120 1200 1600 

TRIGGER DIODE 

DIODE DE DECLENCHEIIENT 

Breakover voltage Brcakover voltage 
tension de symetry Breakover cu rrent 

retournement Symetrie de la I:N between 0 and 10 mA 
tension de retou rneme nt AV entre 0 et 10 mA Case TYPES V (V) retou rnement 'R Boitier 

",V max 
max 

min. nam . max. (V) (pA) (V) I 
* DA 3 2B 32 36 ± 3 300 5 DO 7 

I 
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Type L e 
mm mm mm 

11 13 6,6 
16 13 6,6 
26 13 6,6 
36 13 6,6 
46 13 6,6 
60 13 6,6 
60 13 6,6 
BO 16 12 
16 1'3 6,5 
26 13 6,6 
36 13 6,6 
46 13 6,5 
BO 15 6,6 
BO 12 

(0.100' 
.2,~ 
~ 

mm(ln' 

~ 
mm 

0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 Type 
0,6 
1,2 
1,2 P 32H 

P 40H 
P 48H 
P 66H 
P 64H 
P 70H 
P 80H 
P 100 H 
P200H 
P400H 

70_. 
'''''1 

L 
mm 

210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
290 
300 
600 

(0.100) 

~2'~ 

(0.220 

1/>5, 64 

I~ ~ I 

0.02' 
0,6 4 

mm Cin' 

mm 

26 
25 
26 
25 
25 
25 
25 
25 
55 
65 

m .. 
~M. 
glD 

-. ~,.. 
o . _N .. 

e h 
mm mm 

16 240 
16 240 
16 240 
16 240 
16 240 
16 240 
16 240 
25 320 
32 
32 

Type L e h 
mm mm mm mm 

D 40H 170 25 12 200 
D 60H 170 25 12 200 
D BOH 170 25 12 200 
D150H 170 25 12 200 
D200HL 210 25 16 240 
D250HL 210 25 16 240 

F 40H 170 25 12 200 
F 80H 170 25 12 200 
F100H 170 25 12 200 
E SOHR 170 25 12 200 
E100HR 170 25 12 200 
F150H 110 25 12 200 
F200H 210 25 16 240 
E1SOHR 210 25 16 240 
F250HL 210 25 16 240 
F300HL 210 25 16 240 

11033 . , 
A~ 

TO_~ 
\.1../ . (TO 39l 

mm(ln' 

. ThyristOr 

(TO 39' 
Trlac 

(R033, 
TUJ 



117 
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-'-
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~. 
Iq M 
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CP3,62 A 
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(0.11 .. I ~ I (0.11 
2,54. .. .. 2,64 e 

mm!in) 

(0.07) 
1/>1,8+ 

mm !in) 

A1 A2 G = triac 
C A G = thyristor 

T048 

iiO. 
"'10 .., . 
'0 g ... 

(0.11 
2,64e 

mm !in) 

(0.15) 
3,8+ 

~. 
N ~ q; • 
o 0 - ... 

I I 

~+~ 

1/4"-28 UNF 

mm (in) 

6 

TONa 

(0.11 

2,64 e 

8131 
(TO"'} 

6pan$ 
9/16" . plats 
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mm(in) 

6 

M 12 
mm Un) .......:..:.:.....:..:=--...... - ... 

1/4"·20· UNC 

T04,UF38. 
ITKJ 

on request, Type + suffix K 
sur demande, Type + suffixe K : 
112".20 UNF 

Pre .. f" 3/"" 
afud 

tTJ-TJALJ 
(0.2) 

mm Un) 

(0.2411 

1/>6,1. 

Triac 1 A 1 Thvristor 1 C 

6 pans 27 • plats 

2 G 2 G 
3 A2 3 A 

6 pans 7f8 • plats 

3f8". 24 UNF 

TO". 
(DK-TKALJ 

1/2"·20 UNF 2 A 

mm (in) 
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ME 
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, 
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Types 
R cpb L 

mm max max 

CY 5 F 20 0,5 10 
CY 7 F 20 0,5 10 

ME 30 40 0,5 29 
ME 60 40 O,~ 32 
ME 100 40 0,5 61 
ME 120 40 0,5 61 
ME 200 40 0,5 93 

(2.3781 

mm (in) 

-I \\ 9 

\~f 

cpD 
max 

3 
3 

7,92 
7,92 
7,92 
7,92 
7,92 

mm UnI 

EW 

A78 

mm UnI 

mm UnI 

10.031 
0,81· 

13.15) 

80 

LfA 

• qo. 
10 
N 

• -qo 
:: 10'" 

N 

(1.221 

31· 

All. 

(0.6691 
cp 17· 

mm (inl 

10.031 
0,81· 

min . I typ. I max. I 

Clrculf de d~cl.nchemenf 
Tri""., clrculf 



DIMENSIONING FACTORS FOR RECTIFIERS 

pages 64 - 65 

LOW POWER SINGLE PHASE BRIDGES 

pages 66- 68 

MEDIUM POWER SINGLE PHASE BRIDGES 

pages 69 -70 

HIGH POWER SINGLE PHASE BRIDGES 

pages 71-72 

LOW POWER THREE-PHASE BRIDGES 

page 73 

MEDIUM POWER THREE-PHASE BRIDGES 

pages 74 -75 

HIGH POWER THREE-PHASE BRIDGES 

pages 76-77 

MEDIUII POWER SINGLE PHASE 
HALF-CONTROLLED BRIDGES 

page 78 

HIGH POWER SINGLE PHASE 
HALF-CONTROLLED BRIDGES 

pages 79 - 80 

MEDIUII POWER THREE-PHASE 
HALF-CONTROLl.ED BRIDGES 

page 81 

HIGH POWER THREE PHASE 
HALF-CONTROLLED BRIDGES 

pages82- 83 

81 

TABLEAU DE CALCUL DES MONTAGES REDRESSEURS 

pages 64 - 65 

PONTS MONOPHASES PETITE PUISSANCE 

pages 66- 68 

PONTS MONOPHASES MOYENNE PUISSANCE 

pages 69 -70 

PONTS MONOPHASES GRANDE PUISSANCE 

pages 71 - 72 

PONTS TRIPHASES PETITE PUISSANCE 

page 73 

PONTS TRIPHASES IIOYENNE PUISSANCE 

pages 74 -75 

PONTS TRIPHASES GRANDE PUISSANCE 

pages 76 -77 

PONTS IIONOPHASES MIXTES 
IIOYENNE PUISSANCE 

page 78 

PONTS MONOPHASES IIIXTES 
GRANDE PUISSANCE 

pages 79 - 80 

PONTS TRIPHASES MIXTES 
MOYENNE PUISSANCE 

page 81 

PONTS. TRIPHASES IIIXTES 
GRANDE PUISSANCE 

pages 82- 83 

7 
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765 

640 

570 

510 

450 

380 

280 

250 

190 

125 

64 

32 

16 

Vd IV) 
Recommended oe Voltage 
Tension redress6e recommand~e 

,.... 
- - -
0 

--;:::: ~ - - r-
r ij ~ CI IX) ~ IX) 8 CD < "-

IX) 

~ - ~ " ~ - c -- :i - .;,- " - .;, 
IX) o' o' < < - IX) 
IX) 

~ 0 

'-- -
'- ~ 

S'NGI.E MD THREE-THASE .OUI.DED RECTIF'ER ""'DGES SELECTOR "GU'DE 

HUCrWR DES POIITS .oNOPHAsU Er TR'PHA.S .OULD 

single phase 0 monophasIlI 

0 three phase 
triphas6 

D Av. controlled single phase 
monophas6 ä avalanche contröl6e 

~ 
Av. controlled three-phase 

tripham • avalanche contrOI6e 

- r-

r- - - ~ :::: 

"7 ""' c 7 

- ~ r- f- ~ =- ~ . 1- < r- ,.... -
-.; N 11: .. :c 
CD 

~ ä ~ '" < 0 < ~ Ci o IX) - == < .. 8 g 
;l: - '" ... ~ - ~ ;r 

'" g - .... 
- " IX) 'i! .., r; t r; 

- 3 - ':" _ <..--- i - ~- ~- ~ f- i~ ~ I- ,..I - C\' 
~ CI " IX) .. .., '? i ~ 

.., 
< LL '- <- LL 

'- LL ..J LL LL 
IX) 

., ., ~ ~ IX) 

'" ): '" ): ): 
CI ): >- >-- IX) '-- '" '" '" '" '- '" Nominal current 

'-- '- '-- '-- '-- - .. mb =25"C 

Courant nominal (A) 

MEDIUM AND HIGH POWER SINGLE AHD THREE PHASE RECTIFIER BRIDGES SELECTOR GUIDE 

snl!CTEUR DES ~ _OPHAsR ET TRlPHARS IIOYEffllE n GRANDE 1'tI ... ~ 
Cl single phase 

monophas6 

1145 

765 

670 
640 

Vd (V) 
RecOlnmcnatd oe Voltage 
l"ClJ IIOn ~ recommand~e 

-570 

51° r----.. f 

r-

-
- - - --
- - -
e- i- i-

hOOl 

o 
r-
t---

-
- -
- -
- - - -
- - - -

- ,- - -
- i- r- :-

All. controlled .inglll' pha.!ll 
mGnophasf iI Av. COntrO"-

All. controlled th,.. ph •• 
• ;~ . ,. 'OCIft"~ 

thraep a58 
tripha6 

r-
-
-
-
e-

r-

r-

r-

r-

InornlAl 
V=Q mit tamb = 25°C 

InomlA) V= 1 rnls 
taonb =2SOC 

----r-,-.-r----r-2-3-r----r-~--~I -------lr~-rr -r-6-.-r-rI~-r1 -r1~-rI -rh3d-r-rhß-rI -rI,~-rI-rJ,~-rI-rI~-Jr-r~-r-r~-r-r~-r-rbJ-r-r~-r-r~5d-r---ln-om~,AI V=Om/. 

t.nb =4()OC 
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Vd lVI 
Aec:oml'nO'ndod 1I01!lDge HALF CONTROI.I.ED BRID GES SELECTOR GUIDE Vd and Id applied on resistive load 

cables sur charge resistive Tension redressee re<:ommandee SELECTEUR DES PONTS MIXTES Vd et Id appl; 

765 

670 

570 r- r-

510 

450 r-

-
380 r- - - ,-

I- I- - :- t- r- -
280 

' r 
250 - r-

0 
19 0 r---;::- l- r- r- I- l- r- r- ~ r- r-

0 
I g g ! '" I N 

M 0 0 '" 2 ~ ~ ~ 0> M 
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M ~ 

1'11-
N M <> "? 5 ;e N N N .. 

i t-
N Z 

"' ~i-
a, 0 " 0 '" 6 r- ~ r- i r- ~ t- ~ J- "' r- ~ I- ~ r-.. ..l st' "' 

12 

9 

6 
u. -' ~ -' J: ~ '" i 

4 !!! '" '" al g '" 
~ 

>- ): 0:> ): ): " ): 
al '" al al al 

2 L- '- ~ 

6 '-- '- '-- '- ~ 

101 18 125 135 1351 I SOI 501 170 I,co 

Among the numerous assembly possibilities of diodes 
or thyristors in monoblock mounting, we present a 
selection of single and three-phase, simple or half
controlled rectifier bridges in the following pages. 

Please remember that the following is only a summary 
of our series which can be expanded as required, such 
as for : 

a different mechanical presentation for the current 
values quoted in our standard catalogue ... (for 
example for "all front side" assemblies which do 
not require accessibility trom the back). 

different electrical coupling, that is, more complex 
multiphase connection . 

:Q" ,.. 
" L-

11001 

superior insulation from the ground for high or very 
high voltage assemblies. 

different cooling methods . 

higher out put current (current strength) 

Numerous problems have already been treated by our 
research department which is capable of satisfying these 
requests quickly. 

... r- r-

r--- ~ -

:- r- :d , 

r-- r--- r--- l-

If 

I-r- I- r-'r- 1- :-1- r- , 

" 

r- .. 

- r- r- r- , l- r- r-
: 

:::' 

r- r- - - I- - - -

~ I- i l- I § %. 

0 ,11-
.. 

~ r-!r-6t- 19 r-
M 

~ i i- ~ ~ g ~ ~. ~ ~ ä! ~ j 8 g S1 ~ 12· g . ~. 

~ " ~ 
. .., .. .; o (t. l1> 

'" '" - '" 

!I half 
l.-.o..J Pon 

0 half 
Pon 

contro lled three phase bridge 
t mixte uiphase 

controlled single phase bridge 
t mixte monophasii 

~t- "" I- ~ I- ~I-
~ ~ 
~ r- ~ 

'- ~ -
'40 hsd !:!oai2cd 1zso 

'--

Inom(A) v = 0 m/s tamb = 2SoC 

~ I~,d 1150 60d 
Inom(A) V = 1 m /s tamb = 25°C 

Parmi les nombreuses possibilites d'assemblage des dio
des ou des thyristors en montage monobloc, nous 
presentons dans les pages suivantes une selection de 
ponts redresseurs monophases et triphases simples ou 
mixtes. 

Nous tenons a rappeier que cette presentation n'est 
qu'un apercu de notre gamme et qu 'elle peut evoluer en 
fonction des imperatifs qui pourraient nous etre sou
mis, tels que : 

Presentation mecanique differente pour des valeurs 
d'intensite existant dans notre standard catalogue 
(par exemple assemblages "tout face avant" qui 
n'exigent pas I'accessibilite a I'arriere de I'armoire) . 

Couplages electriques differents, c'est-a-dire mon
tages polyphases plus complexes. 

Isolements superieurs par rapport a la masse, afin de 
realiser des assemblages haute tension ou tres haute 
tension. 

Modes de refroidissement differents . 

Intensites de sortie superieures. 

De nombreux problemes ont deja ete traites par notre 
bureau d'etudes, qui represente un potentiel important 
de realisations pouvant iHre reconduites dans les plus 
brefs delais. 
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D'IIENS'ON'NG FACTORS FOR RECT'F'ERS 

<\t ( Values refered to Vd or to Id for resistance load) 

~~~ TABLEAU DE CALCUL DES IIONTAGES REDRESSEURS 

( Cdefficients par rapport a la tension et au courant redresse Vd et Id sur charge resistive ) 

+ -
SCHEMAS + - + - + + 

~ 0 G5J @ t]1 
It v.. C 11 ~ 

~ ~ Ra-Forme d'onde de la tension r.t& .~ ' , :1. ', .... , . 

redresst!e " './ '0;1 ".,'- ' .•.. "','. 00- ~ ,,~', . . ' .' "! 0" ' 0_:' _0 '! , ..... . ..... ' ".' 

Tension inverse crtte appliqut!e VRRM · 3.14 · " 1.57 2. 2.10 
. 

1.05 3.14 - -
aux diodes v. 2 3 3 

Tension efficace alimentation vVo · 2,22 · · 1,11 2. 1.48 - 0.74 - 2,22 
(Secondaire transfo) vd '12 "2 2"2 3'12 3"2 

Tension efficace alimentation v. - '12- 0,855 
. 

11.427 - - 1,11 - - 3V6 entre phase et neutre v. 2112 3VJ 

Tension efficace alimentation 
. - -- - - 2,22 - - - -entre phases 0 PPOst!es "2 

Valeur efficace de la tension ~\.lt l · 1,57 . · 1,11 !! J!+~ 1,017 !!..J}+3 V3 1.001 
2"2 

1,11 - 3 2 41'1' redresst!e v. 2 2"2 3 3 2. 

Chute da tension dans les diodes lIU !::J. v F x 1 

rament!e cOte alternatif 
_ 1,2 LlV F xl =><1,2 !::J.VF ;1(2 p 2.4 llVFxVJ p2.08 6VF x2 2,4 

Taux ondulation 1( = ~ ~ 21 % (~~2J -I' 48% ~ 48% &J [~+ ~J-l 8,3% I [[iTG+34~]-1 ,2 % 

Courant moyen redresse par I 1 1 0,5 1 0,5 1 0,333 1 ,133 
diode ..... 2 2 3 3 r" 

I, · 1,57 • p,786 · p,786 1 0,577 ...!. .577 Courant efficace par diode T."" 2 4 4 Vi Vi 

1 
,816 I. · 1,57 · p,7811 · 1,11 0,577 '12 Courant efficace ligne 

T."" 2 4 2112 VJ Vi' 

Valeur efficace du courant "' (.t1l • 1,57 • 1,11 • 1,11 ~J!.+ '5 1,017 ~J!+3V3 ,001 
redresse id 2 2'12 2"2 3 3.2. 3 2 411' 

Courant crAte reperitif par diode 
IFRM 3,14 · 1,57 · 1,57 2. 1.21 • 1.05 · -;;;- 2 2 3VJ 3 

~ldVd 
3,49 

[4~] r" v. 
1,75 

[2~r r"v. 
1,23 .V; 1,48 • l .~ 

Puissance apparente au secondaire p IdVd IcIVd Id Vd - 3- ""v. Id Vd J'''"v. d Vd du transformateur en VA 2"2 

Puissance apparente au primaire . ' 3.49 

[~~r l.v • 
1,23 

[2~J ,,"v. 
1,23 1,2'3 • 1,D5. 

• 2 p. - ldVd 'd Vd IdVd Id Vd -- ldVd Id Vd J'''"v. o Vd du transformateur en VA 2Vi 3V3 

Puissance moyenne du transforrna· .+ Pp [2 :,}. v. 
3.49 ~IV 1,49 E2~' I.V. 

1,23 ~ [Vi + Vi Jrd V. 
1,35 · 1,05 

teur en VA (P t ) - 2- d Vd 16 d d IdVd IdVd 3 Id Vd 
'3ld Vd 

d Vd 

Frequence ondulation .!!.. 1 2 2 3 6 
Fr6quence alimentation f, 
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; ; 

~ 
: 

~ 
::_~",.,: .,~ \ ~ .. :). · 1·:J.~:.:~a~ :.:. :':· · 1:',:,1.}~ ~ 

·:.·:.:·.·.\·4·.·.·. .: .. : ........ :.'::. 
,. ' • .1 .~: " ;~ . .; ",! " .. .. . . .' ' " . , ' . . ' .. " ,. 

'.~ , t • '1 ~ . • I • ', O' . . .•.. ...... ... ...... ! . . ...... _ .. ~ '! .... "0. : •••• J ~ • • • 0 " ~ .. ' .. ' ~ .... " ..... -. .' . . ._.' ti 

2_ 4_ . - - - 1.05 va 2,10 2,42 2- 2,10 2,22 2Vi 1,11 3 
21/2 

1 3 3 v:; 3 1/2 

- Vj 2. ~ · . . 
0,74 ..!- ~,354 1,28 

31/2 
1,43 

31/2 
0,74 1,57 4 0,786 

31/2 3 Vi' 2 2'" 

• Vi' O,B55 
. 

0,74 · 0,786 -3 Vi' 0,74 3Vj - - - - -3 V2 4 

2. 2. 1,43 · 1,57 -
3'" 

1,43 - -
3Vi - - - - -2 

~~+~ ~ ~+3 Vi !!. ,!+~ .~ -~ 8 ", 1 1,001 1,001 1,001 1,005 1,005 . . 
3 2 411' - 1+- - 1+ - 12 J,_'!1 - -3 2 411' 3 2 4_ 4 • 4 • 

~ VF xVJ ", 2,08 6 Vf x V;- ",2,OB ll. VF JlV'3 :=2,08 llVF x l "",2 ll VF )Cj2 '" 2,4 ll VF x 2 "" 204 AVF xl "",.. 

- + - -1 HF 3Vj] 
.3 2 h 4,2 % I ~J[~+ 34 ~-1 4,2 % ~rB+34~- 1 4,2 % I[~r ~+}; 9,8 % tH ~ + ;]-; 9,B' hffrC~] ",1% --

1 10,166 1 0,186 1 0,166 1 0,25 1 0,25 1 0,166 
'6 - -6 6 4 4 6 

...!.. 0,408 1 0,29 1 0,408 l'-F 0,25 ~J l + L' 0,25 1 0,29 
2V3 2Vj - -va va 16 _ 

16 • 

1 0,408 1 0,29 1 0,408 -p;. 0,25 --'!..R 0,35 1 0,408 3,8 - 1+- 8V2 ,.. -Vi 2Vj Vi 16 • va -
~ (1 + 3.:5. 1,001 !J)~3 V; 1,001 !!.J 1.+3.:5. 1,001 ~H 1.005 -Ff 1,005 g '" 1 - 1+ - - - - -3 2 .. 1 2 4. 3 l 4. 4 • 4 • 17' 1-'?! 

. 
1.05 . 0,6 • l,os • 1,11 • 1,11 V .+3' 

", 1 -3 3 v:; 3 2'" 2Vi -
2. . l,Bl .1/2 1,48 r 1,81 • 1,57 • 1,57 1,05 1,35 V; Id Vd lcI Vd T 1d Vd J,jVd -1"V. IdVd '21"V. Id Vd '21"V. Id Vd • J,jVd -Vj '31"V. J,jVd 

. 1,28 -. 1.05 - 1.05 • . 1,11 .V2+Vj I V 
1,01 1,35 -1"V. 

Id Vd '31"V. Id Vd 3"ld Vd Id Vd 21/2 1"V. 1,11 -I"V. 
Id Vd Id Vd va 21/2 --- .. - Id Vd 

6 

~[V; + l]ld V. 1,55 i- [V2 + 1] Id vd 
1,265 i [Vi + 1] IdVd 

1,43 
~[Vi + l] ... V" 1,34 

.~(V;+l]"'V" 1,34 ti-[~+2]IaVc 1,03 - 1,35 
lcI Vd IdVd lcI Vd • Vi' Id Vd J,jVd IcI Vd IcI Vd 

6 6 6 4 4 12 2 
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LOW POWER SINGLE PHASE BRIDGES 
PaNf'S JlONOPHASES PEf'If'E PUIAMeE 

TYPES 

Max Voltages 
Tensions max. 

Veff 
(nns) I 
(V) 

0,5 A* / t a mb = 25°C 

BA 12.300 
• BB 12.300 
• BD 12.300 

BF 12.300 

67 
140 
280 
420 

60 
125 
250 
3BO 

Recommended 
voltages 
Tensions 
recommandees 

Veff 
(rms) I Vd 
(V) (V) 

36 
72 

140 
210 

32 
64 

125 
190 

tamb= tamb= 
80° C 80° C 

(AI (AI 

0,25 1,25 

10 ms 

(AI 

3 

between + and -
entre +et

Vdmax 

25°C I 125°C 
(JJA) (mA) 

10 0,1 

CONTROLLED AVALANCHE SERIE SERIE AVALANCHE CONTROLEE 

• BD 13.300 
BF 13.300 

... BH 13.300 

280 
420 
560 

0,6 A / tamb = 50°C 

110 A 05 
110A 1 

• 110A 2 
• 110 A 4 110A 6 
... 110A 8 

33 
67 

140 
280 
420 
560 

1,5 A / tamb = 50°C 

110B05 
110 B 1 

• 110B 2 
• 110B 4 

110 B 6 
... 110 B 8 

33 
67 

140 
280 
420 
560 

250 
380 
500 

30 
60 

125 
250 
380 
500 

30 
60 

125 
250 
380 
500 

140 
210 
280 

18 
36 
72 

140 
210 
280 

18 
36 
72 

140 
210 
280 

-tr Made with diodes standard UTE 95-910 

L Q h 

9 9 13 

OE 2706 

125 
190 
250 

16 
32 
64 

125 
190 
250 

16 
32 
64 

125 
190 
250 

0,25 

0,35 

0,9 

1,25 3 10 

2 15 10 

4 30 10 

* Equip~ de diodes homologu~es UTE 95·910 

mm 

0,1 

F 
max 

(KHz) 

2 

2 

2 

2 

Feeding voltages "" 

Tensions d'alimentation .a". 

~70V . I 110 v· 1 220 v. 
• 1 

Diodes 

TYPES 

M 14 
IN 645 
IN 647 
IN 649 

• 

4 
4 
4 
4 

I 

Q 

... 

Drawing 
Plan 

OE 2706 

P max (10J-lS) = 1600 W 

M4 HZ 
M6HZ 
M 8 HZ 

mm 

4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

OE 2706 

OE 3350 

DE 3350 

OE 3350 



LOW POWER SINGLE PHASE BRIDGES 
PONTa .ONOPHASES PETITE PUIUAllCE 

Aecommended id 
Max Voltages Ii'Oltages 
Tensions max. Tensions t~= 

recommandees ao"C TYPES 
, VeH VeH 
(nns) I Vd (rms) I Vd 
(V) (V) (V) (VI (Al 

2 A / tamb = 25°C 

BA 20.601 A 67 60 36 32 

• BB 20.601 A 140 125 72 64 • BO 20.601 A 280 250 140 125 0,9 
BF 20.601 A 420 380 210' 190 

.A. BH 20.601 A 560 500 280 250 
• BL 20.601 A 840 760 425 380 

CONTROLLED AVALANCHE SERIE 

• BD 22.601 A 280 250 140 125 
BF 22.601 A 420 380 210 190 0,9 

... BH 22.601 A 560 500 280 250 

3 A / tamb = 25°C 

BA 26.701 A 67 60 36 32 

• BB 26.701 A 140 125 72 64 • BO 26.701 A 280 250 140 125 1,35 
BF 26.701 A 420 380 210 190 

.A. BH 26.701 A 560 500 280 250 

CONTROLLED AVAlANCHE SERIE 

• BO 27.701 A 280 250 140 125 
BF 27.701 A 420 380 210 190 1,35 

.A. BH 27.701 A 560 500 280 250 

I 
L 

! 
~ 

I 
h 

! 
P(g) 

I 55 16 36 35 

mm 

DEZ 11693 

87 

Feeding voltages..o,,-

Tensions d'alimentation .... 

";70V.I "0 V· I 220 V. I380 V. 

• I • J .A. I • 

"E CI> 

IOAM IOSM IR max. ., ~ 
;: CI> 

> 
(; CI> 

between + and - a:: 
F 

LL 

tamb= 10ms 
+ et Oiodes .. III Orawing 

80°C 
entre - max u .. Plan CD CD Vdmax 

=6~ 
25°C I 125°C -.-

(Al (Al (pA) (mA) (KHz) TYPES a 

0 15C 4 
0 25C 4 

4 30 10 0,1 2 0 45C 4 OEZ11693 
0 65C 4 
o 85C 4 
o 125C 4 

SERIE AVALANCHE CONTROLEE P.max (10J..ls) =2500W. 

045CZ 4 
4 30 10 0,1 2 o 6 HZ 4 OEZ11693 

D 8HZ 4 

F 12 4 
F 22 4 

6,5 70 10 0,1 2 F 42 4 OEZ13029 
F 62 4 
F 82 4 

SERIE AVALANCHE CONTROLEE P.max (10J..ls) =3000W. 

F 42 HZ 4 
6,5 70 10 0,1 2 F 62 HZ 4 OEZ13029 

F 82 HZ 4 

1 7~ 1 1~ I I 
h P(g) 

! 35 60 

mm 

DEZ 13029 
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LOW POWER SINGLE PHASE BRIDGES 
PONTS MONOPHASES PETITE PUISSANCE 

Recommended Id 

Max Voltages voltages 
Tensions max . Te nsions tamb= 

recomma nd ees 80° C TYPES 
Veff 

Vd (rms) Vd 
(V) (V) IV) (A) 

3 A / tamb 40° C IL = 5 mm (0.197"1 

BY 204.115 33 30 18 16 
BA 204.115 67 60 36 32 • BB204.115 140 125 72 64 1,7 • BO 204.115 280 250 140 125 
BF 204.115 420 380 210 190 

6 A / tamb 50° C 

BY 36.932 33 30 18 16 
BA 36.932 67 60 36 32 • BB 36.932 140 125 72 64 3,5 • BO 36.932 280 250 140 125 
BF 36.932 420 380 210 190 

8 A"'/ tamb 25° C 

BY 44.704 A 33 30 18 16 
BA 44.704 A 67 60 36 32 • BB 44.704 A 140 125 72 64 • B044.704 A 280 250 140 125 3,5 
BF 44.704 A 420 380 210 190 

A BH 44.704 A 560 500 280 250 
• BL 44.704 A 840 760 425 380 

CONTROLLEO AVALANCHE SERIE 

• BO 45.704 A 280 250 140 125 
BF 45.704 A 420 380 210 190 3,5 

Ä BH 45.704 A 560 500 2iO 250 

10 A / tamb 50°C 

BY 36.931 33 30 18 16 
BA 36.931 67 60 36 32 

• BB 36.931 140 125 72 64 6 • BO 36.931 280 250 140 125 
BF 36.931 420 380 210 190 

'" 
10RM 10SM IR max. 

between + and -
tamb= 10 ms 

entre + et -80° C Vdmax 

25°C 125°C 
(A) (A) (pA) (mA) 

15 80 10 

15 100 10 

35 230 100 3 

SERIE AVALANCHE CONTROLEE 

35 230 100 3 

15 100 10 

"' Made with diodes standard UTE 9 :;-910 tr Equipe de diod es homo loguees U TE 95 ·9 10 

L 

35 

Q 

8 

DEZ 12244 
mm mm 

DEZ 14549 OE 3413 

Feeding voltages "" 

Tensions d 'a limentation "" 

';;;; 70Vj 110 v l 220 V .1 380 V . 

• 1 • 1 A I • 

"E ~ 
~ Q 

(; a; 
LL a: 

F Orawing 
max Oiodes ti ~ Plan 

~ Q ,. 
';l .s 

1KHz) TYPES Q 

4 
moulding 4 

2 moulage 4 OEZ12244 
4 
4 

2 moulding DEZ 14 51:9 
moulage 

G 510 2 2 
G 1010 2 2 
G 2010 2 2 

2 G 4010 2 2 OE 3413 
G 6010 2 2 
G 8010 2 2 
G 1210 2 2 

P.max (10/lS) = 5000 W. 

2 2 
2 2 2 OE 3413 

2 2 

2 OEZ12004 

mm mm 

DEZ 12004 
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Feedi ng voltages "'" I 
MEDIUM POWER SINGLE PHASE BRIDGES Tension. d'alimentation "'" ~~~ 
PONTS MONOPHASES MOYENNE PUISSANCE ~70V.Jll0 V · 1220 V · 138O V 1 

- 1 · 1 & 1 - 1 

'\, 

Recommended IDSM Id "E III 
~ ~ Max Vo Itages voltages 

tamb= (; .. Tensions max . Tensions a: 
40°C IL 

recommandees 40° C Diodes ., Heat sink Drawing 
TYPES (A) Ü ~ Radiateur Plan 

~ 
.. 

V eff Vd Veff Vd > 
'ö !ö 

(rms) (rms) 
(V) (V) (V) (V) 10 s 5mn (A) TYPES Q TYPE 

12 A / tamb 25° C (2 t = 130A2 s 

BY 31.223 33 30 18 16 P 506 2 2 J[ BA 31 .223 67 60 36 32 P 1006 2 2 • BB 31.223 140 125 72 64 P2006 2 2 • BD 31 :223 280 250 140 125 20 15 13 11 P4006 2 2 DE lBll 
BF 31.223 420 380 210 190 P6006 2 2 

& BH 31.223 560 500 280 250 P 8006 2 2 2xDE1816 - BL31.223 840 760 425 380 P 1206 2 2 

CONTROLLEO A VALANCHE SERIE P max ( 1 OJlS) = 5000 W 

• BD 33.223 280 250 140 125 P4 HZ 2 2 ] [ BF 33.223 420 380 210 190 20 13 11 P6 HZ 2 2 DE 1811 
& BH 33.223 560 500 280 250 P8 HZ 2 2 

2xDE 1816 

20 A / tamb 25° C ( 2 t = 265A2 s 

BY 44.223 33 30 18 16 G 510 

J[ BA 44.223 67 60 36 32 G 1010 • BB 44.223 140 125 72 64 G 2010 • BD44.223 280 250 140 125 34 26 22 18 G 4010 DE 1811 
BF 44.223 420 380 210 190 G 6010 

& BH 44.223 560 500 280 250 G 8010 2xDE1816 - B L 44.223 840 760 425 380 G 1210 

CONTROLLED A VALANCHE SERIE SERIE AVALANCHE CONTROLEE (l o.tJs) = 5000 W 

• BD 45.223 280 250 140 125 G 4 HZ 2 2 ] [ BF 45.223 420 380 210 190 34 26 22 18 G 6 HZ 2 2 DE 1811 
& BH 45.223 560 500 280 250 G 8 HZ 2 2 

2xDE 1816 

20 A / tamb 50° C (2 t = 450A2 s 

BY 37.931 (Rl -tr 33 30 18 16 4 
BA 37.931 IR1 67 60 36 32 4 

mouldi ng -BB 37.931 IR) 140 125 72 64 36 28 24 20 4 DEZ12060 • BD 37.931 IR) 280 250 140 125 4 moulage 
BF 37.931 IR) 420 380 210 190 4 

• 
mm mm 

OE 1811 

931 avec radiateur ~-20_L_+--7Q-5-r--64h_f-op-(4-K50.:..91-j1 
931 with heatsink . 'DEZ 12712 

i:r If the rectifier is to be supplied with its heat sink, the symbol (R) should be added to the coded reference. mm 
-tr Le symbole (R) doit etre indique dans la codification lorsque le pont est a livrer avec son radiateur. 
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IIEDIUII POWER SINGLE PHASE BRIDGES 
PONTS IIONOPHASES IIOYENNE PUISSANCE 

Recommended 
Max Voltages voltages 
Tensions max. Tensions 

recommandees 
TYPES 

Veff Vd Veff Vd 
(rms) (rms) 
(V) (V) (V) (V) 

40 A / tamb 25° C 12 t = 310A2 s 

BY 51.233 33 30 18 16 
BA 51.233 67 60 36 32 • BB 51.233 140 125 72 64 • BO 51.233 280 250 140 125 
BF 51.233 420 380 210 190 ... BH 51.233 560 500 280 250 • BL 51.233 840 760 425 380 

• BO 53.233 280 250 140 125 
BF 53.233 420 380 210 190 

... BH 53.233 560 500 280 250 

60 A / tamb 25°C 12 t = 1250A2 s 

BY 52.543 33 30 18 16 
BA 52.543 67 60 36 32 • BB 52.543 140 125 72 64 • BO 52.543 280 250 140 125 
BF 52.543 420 380 210 190 

... BH 52.543 560 500 280 250 

• BO 54.543 280 250 140 125 
BF 54.543 420 380 210 190 ... BH 54.543 560 500 280 250 

105M 

tamb = 
40°C 

(A) 

10 s 

70 50 

70 50 

100 80 

100 80 

70 A / tamb 25° C - 160A / 5 m/s - 12 t = 10.000A2 s 

BY 57.553 33 30 18 16 
BA 57.553 67 60 36 32 

• BB 57.553 140 125 72 64 110 90 • BO 57.553 280 250 140 125 
BF 57.553 420 380 210 190 ... BH 57.553 560 500 280 250 

DE 1862 DE 3743 

... 
Feeding voltages "" 

Tensions d'alimentation "" 

";;70V. !110 V.! 220 V. 1380 V. 

• ! • I ... I • 
'\, 

Id ~ ~ '" <> ~ > 
C '" u. a: 

40° C Heat sink Orawing 
Oiodes ~ Ö Radiateur Plan 

e '" > 
i3 E 

5mn (Al TYPES Q TYPE 

IN 248B ] [ IN 249B 
IN 250B 

40 34 IN 1196A OE 1862 
IN 1198A 2xOE1867 
RN 820 
RN 1220 

R 4 HZ 
40 34 R 6 HZ OE 1862 

R 8 HZ 

65 50 ß OE 3743 

65 50 OE 3743 

~ 
RU 800 II RU 801 

75 60 RU 802 OEZ13123 
RU 804 
RU 806 
RU 808 

DEZ 13123 



HIGH POWER SINGLE PHASE BRIDGES 
PONTS "ONOPHASES GRANDE PUISSANCE 

Recommended 
Max Voltages voltages 
Tensions max. Tensions 

recommandees 
TYPES 

Veff Vd Veff Vd 
(rms) (rms) 
(V) (V) (V) (V) 

100 A / tamb 25°C 120A 1 m/s - 12 t 

BY 57.353 33 30 18 16 
BA 57.353 67 60 36 32 

• BB 57.353 140 125 72 64 • Bo 57.353 280 250 140 125 
BF 57.353 420 380 210 190 

~ BH 57.353 560 500 2BO 250 

150 A / tamb 25°C - 175A / 1 m/s - 12 t 

• BB 601.363 140 125 72 64 • Bo 601.363 280 250 140 125 
BF 601.363 420 3BO 210 190 

~ BH 601.363 560 500 2BO 250 
• BL 601.363 840 760 425 380 , BN 601.363 990 890 500 450 

220 A / tamb 25°C - 310A / 1 m/s - 12 t 

• BB 68.363 140 125 72 64 • Bo 68.363 280 250 140 125 
BE 68.363 420 3BO 210 190 

~ BH 68.363 560 500 2BO 250 
• BL 68.363 840 760 425 3BO , BN 68.363 990 890 500 450 

* Bo 68.363 1130 1015 570 510 
BP 68.363 1410 1270 710 640 

mm 

DEZ 13541 

(A) 

130 120 

. 
'" 

16.500 A 2 s 

190 lBO 

80.000 A 2 s 

560 470 

DEZ 13423 

5mn 

100 

160 

350 

mm 

71 

Feeding voltages 'V 

Tensions d'alimentation 'V 

';;;70 V .l ll0 V.! 220 V. 1380 V . 1440 V.1515 V. 

• I • I ~ I • I , I * 

Id 
"t> ~ ~ ., 

> 
0 .. 
u. er 

40°C Diode. ~ 
Heat sink orawing 

;; Radiateur Plan 
~ .5 'Ö 

(A) TYPES Q TYPE 

RU BOO 2 2 ~ 
RU BOl 2 2 ~-i 85 RU 802 2 2 oEZ13541 
RU 804 2 2 
RU B06 2 2 2 x P 150 
RU B08 2 2 

KU 1002 4 ~ KU 1004 4 ~~J1 130 KU 1006 4 oEZ13423 
KU 1008 4 
KU 1012 4 4x P 80 
KU 1014 4 

SA 2002 R 4 ~ SA 2004 R 4 

i~ SA 2006 R 4 
185 SA 2008 R 4 oEZ13479 

SA 2012 R 4 
SA 2014 R 4 
SA 2016 R 4 4x P 80 
SA 2020 R 4 

mm 

DEZ 13479 
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HIGH POWER SINGLE PHASE BRIDGES 
PONTS MONOPHASES GRANDE PUISSANCE 

TYPES 

320 A / tamb 

• BB 62.373 
• BD 62.373 

BF 62.373 
AI. BH 1';2.373 
• BL 62.373 
, BN 62.373 * BO 62.373 

BP 62.373 
BU 62.373 

450 A / tamb 

AI. BB 62.383 • BD 62.383 
BF 62.383 

AI. BH 62.383 
• BL 62.383 , 

BN 62.383 

* BO 62.383 
BP 62.383 
BU 62.383 

650 A / tamb = 

• BB 602.393 • BD 602.393 
BF 602.393 

AI. BH 602.393 
• BL 602.393 , BN 602.393 

* BO 602.393 
BP 602.393 
BU 602.393 

Max Voltages 
Tensions max. 

Veff Vd 
(rms) 
(V) (V) 

140 
280 
420 
560 
840 
990 

1130 
1410 
1690 

125 
250 
380 
500 
760 
890 

1015 
1270 
1520 

Recommended 
voltages 

Tensions 
recommandees 

Veff Vd 
(rmo) 
(V) (V) 

72 
140 
210 
280 
425 
500 
570 
710 
850 

64 
125 
190 
250 
380 
450 
510 
640 
765 

25°C - 540A / 1 m/s - 12 t 

I 140 125 72 64 
280 250 140 125 
420 380 210 190 
560 500 280 250 
840 760 425 380 
990 890 500 450 

1130 1015 570 510 
1410 1270 710 640 i 1690 1520 850 765 

25°C - 780A / 1 m/s - 12 t 

140 125 72 64 
280 250 140 125 
420 380 210 190 
560 500 280 250 
840 760 425 380 
990 890 500 450 

1130 1015 570 510 
1410 1270 710 640 
1690 1520 850 765 

mm 

DEZ 13547 

10 s 

750 

750 

10 5M 

tamb= 
40°C 

(A) 

1 mn 

580 

600 

400.000 A2 s 

950 800 

DEZ 13428 

5mn 

440 

510 

700 

mm 

Feeding voltages ...., 

Tensions d'alimentation "0-

';;;70 v l llO V · L220 V 1380 v .1 440v1 515 V . 

Id 

(A) 

275 

390 

550 

• I • I 

Diodes 

TYPES 

TA3002 R 
TA3004 R 
TA3006 R 
TA3008 R 
TA3012 R 
TA3014 R 
TA3016 R 
TA3020 R 
TA3024 R 

TA3002 R 
TA3004 R 
TA3006 R 
TA3008 R 
TA3012 R 
TA3014 R 
TA3016 R 
TA3020 R 
TA3024 R 

B 5002 R 
B 5004 R 
B 5006 R 
B 5008 R 
B 5012 R 
B 5014 R 
B 5016 R 
B 5020 R 
B 5024 R 

AI. • 

4 

I , 

Heat sink 
Radiateur 

TYPE 

I 

4 -=E =:: 
4 ;;{t= -~ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

- ~ --
4xTNF 150 

4 ~ ~ 
4x R 150 

~ 

mm 

DEZ 13553 

* 

Drawing 
Plan 

DEZ13547 

DEZ13428 

DEZ13553 



SILEC-SEMI-CONDUCTEURS 
122, RUE NOLLET -75017-PARIS 

SILEC-SEMI-CONDUCTEURS 
122, RUE NOLLET -75017-PARIS 



LOW POWER THREE·PHASE 8RIDGES 
PONJ'S TRIPHASES PETITE PUIBBANCE 

Recommended 
Max Voltages voltages 
Tensions max . Tensions 

,ecommand~ 
TYPES 

Veff Vett 
(,ms) I Vd (,m.) 

I Vd 
(V) (V) (V) (V) 

0,7 A-(; / tamb = 25° C 

GA 12.302 67 90 36 48 
• GB 12.302 140 190 72 96 • GD 12.302 280 380 140 190 

GF 12.302 420 570 210 280 

CONTROLLEO AVALANCHE SERIE 

• GD 13.302 280 380 140 190 
GF 13.302 420 570 210 280 

A GH 13.302 560 760 280 380 

2,7 A / tamb = 25° C 

GA 20.602 67 90 36 48 
• GB 20.602 140 190 72 96 • GD 20.602 280 380 140 190 

GF 20.602 420 570 210 280 
4 GH 20.602 560 760 280 380 
• GL 20.602 840 1140 425 570 

CONTROLLEO AVALANCHE SERIE 

• GD 22.602 280 380 140 190 
GF 22.602 420 570 210 280 

4 GH 22.602 560 760 280 380 

r--
4,2 A / tamb = 25° C 

GA 26.702 A 67 90 36 48 

• GB 26.702 A 140 190 72 96 • GO 26.702 A 280 380 140 190 
GF 26.702 A 420 570 210 280 

4 GH 26.702 A 560 760 280 380 

CONTROLLEO AVALANCHE SER IE 

• GD 27.702 A 280 380 140 190 
GF 27.702 A 420 570 210 280 

4 GH 27.702 A 560 760 280 380 

-(; Made with diode. standard UTE 95-910 
-(; Equipe de diode. homologuees UTE 95-910 

f!j 
j L j Q h I P(g) j 
I 14 I 9 43 I 4 I 

mm 

OE 2909 

73 

Feeding voltages ~ 
Tensions d'alimentation .,." 

";70v,1110 V , 1220 V . 138O V. 
+ • I • I A I • 

'E .. 
Id IORM IOSM IR max. e 

~ ~ 
0 '" between + and - u. a: 

tamb= tamb= 10 ms F Orawing 
entre +et - max Diode. 

~ 
a 

80°C 80° C Vdmax ~ Plan 

'6 E 
25°C I 125°C -.-

(Al (Al (Al (/lAI (mAi (KHz) TYPES Q 

M 14 6 
IN 645 6 

0,3 1,25 4 10 0,1 2 IN 647 6 OE 2909 
IN 649 6 

SERIE AVALANCHE CONTROLEE P max 1l0j,lS! - 1600 W 

I 
M4HZ 6 

0,3 1,25 4 10 0,1 2 M6HZ 6 OE 2007 
M8HZ 6 

015 C 6 
o 25C 6 

1,2 4 35 10 0,1 2 045C 6 OE 2007 
o 65C 6 
085 C 6 
o 125C 6 

SERIE AVALANCHE CONTROLEE P max(10ps) -25OOW 

045CZ 6 
1,2 4 35 10 0,1 2 o 6 HZ 6 OE 2007 

o 8 HZ 6 

F12 6 
F22 6 

1,9 6,5 85 10 0,1 2 F 42 6 OEZ13036 
F 62 6 
F 82 6 

SERIE AVALANCHE CONTROLEE P max (10/JS) - 3000 W 

F 42 Z 6 
1,9 6,5 85 10 0,1 2 F 62 Z 6 DEZ 13036 

F 82 Z 6 

",- ~,. 
I L 

I 
Q 

I 
h 

I 
P(g) 

I 
L I Q I h P(gJ I 

78 16 30 60 103 I 16 I 35 70 I 
mm mm 

OE 2007 DEZ 13036 
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MEDIUM POWER THREE·PHASE BRIDGES 
PONT. TRIPHASES MOYENNE PUI.SANeE 

Recommended 
Max Voltages voltages 
Tensions max. Tensions 

recommandlies 
TYPES 

Veff Vd Veff Vd 
(rms) (rms) 
(V) (V) (V) (V) 

11 AC< / tamb 25°C 12 t 265 A2
s 

GY 44.706 33 45 18 24 
GA 44.706 67 90 36 48 • GB 44.706 140 190 72 96 • GD 44.706 280 380 140 190 
GF 44.706 420 570 210 280 ... GH 44.706 560 760 280 380 

• GL 44.706 840 1140 425 570 

CONTROLLEO AVALANCHE SERIE 

• GD 45.706 280 380 140 190 
GF 45.706 420 570 210 280 ... GH 45.706 560 760 280 380 

16 A / tamb 25°C 12 t 130 A2 s 

GY 31.226 (C) 33 45 18 24 
GA 31.226 (C) 67 90 36 48 

• GB 31.226 (C) 140 190 72 96 • GD 31.226 (C) 280 380 140 190 
GF 31 :226 (C) 420 570 210 280 ... GH 31.226 (C) 560 760 280 380 

• GL 31.226 (C) 840 1140 425 570 

CONTROLLEO AVALANCHE SERIE 

• GD 33.226 (CI 280 380 140 190 
GF 33.226 (CI 420 570 210 280 ... GH 33.226 (C) 560 760 280 380 

27 A / tamb 25°C 12 t = 265 A2 s 

GY 44.226 (CI 33 45 18 24 
GA 44.226 (CI 67 90 36 48 

• GB 44.226 (CI 140 190 72 96 • GD 44.226 (Cl 280 380 140 190 
GF 44.226 (CI 420 570 210 280 ... GH 44.226 (CI 560 760 280 380 

• GL 44.226 (Cl 840 1140 425 570 

CONTROLLEO AVALANCHE SERIE 

• GD 45.226 (CI 280 380 140 190 
GF 45.226 (CI 420 570 210 280 ... GH 45.226 (CI 560 760 280 380 

Feedi ng voltages Dv 

Tensions d'alimentation Dv 

';;;;70V.l ll0 V .1 220 V. l 380 V. 

• I • I ... I • + 

IOSM Id "E ~ .., 
~ 

., 
tamb= > 

0 .. 
40°C Li.. a: 

40° C Diodes SI 
Heat sink Drawing 

(A) Ü a Radiateur Plan 
e ,. 
:g ..= 

10 s 5mn (A) TYPES Q TYPE 

G 510 4 2 
G 1010 4 2 
G 2010 4 2 moulding 

18 14,5 12 9,5 G 4010 4 2 OE 3409 
G 6010 4 2 

moulage 

G 8010 4 2 
G 1210 4 2 

SERIE AVALANCHE CONTROLEE P max (10ps) - 5.000 W 

G4 HZ 4 2 moulding 
18 14,5 12 9,5 G 6 HZ 4 2 moulage OE 3409 

G 8 HZ 4 2 

P 506 3 3 

J[ P 1006 3 3 
P 2006 3 3 

26 21 18 14 P 4006 3 3 OE 1814 
P 6006 3 3 
P 8006 3 3 2x OE 1817 
P 1206 3 3 

SERIE AVALANCHE CONTROLEE P max (10ps) - 5.000 W 

P4 HZ 3 3 ] [ 26 21 18 14 P6 HZ 3 3 OE 1814 
P8 HZ 3 3 

2xOE 1817 

G 510 3 3 J[ G 1010 3 3 
G 2010 3 3 

45 36 30 23 G 4010 3 3 OE 1814 
G 6010 3 3 
G 8010 3 3 2x OE 1817 
G 1210 3 3 

SERIE AVALANCHE CONTROLEE P,max (10psl - 5.000W 

G 4 HZ 3 3 ] [ 45 36 30 23 G 6 HZ 3 3 OE 1814 
G 8 HZ 3 3 

2xOE 1817 

mm mm 

OE 3409 OE 1814 

1< Made with diode •• tandard UTE 95-910 1< Equipe de diode. homologuee. UTE 95-910 



MEDIUM POWER THREE·PHASE BRIDGES 
PONTS TRIPHASES MOYENNE PUISSANCE 

Recommended 
Max Voltages voltages 
Tensions max. Tensions 

recommandees 

TYPES 
Veff Vd Veff Vd 
(rmsl (rmsl 
(VI (VI (VI (VI 

54 A / tamb = 25°C 12 t = 310 A2 s 

GY 51.236 (Cl 33 45 18 24 
GA 51.236 (Cl 67 90 36 48 

• GB 51.236 (Cl 140 190 72 96 • GD 51.236 (Cl 280 380 140 190 
GF 51.236 (Cl 420 570 210 280 • GH 51.236 (Cl 560 760 280 380 • GL 51.236 (Cl 840 1140 425 570 

• GD 53.236 (Cl 280 380 140 190 
GF 53.236 (Cl 420 570 210 280 

• GH 53.236 (Cl 560 760 280 380 

80 A / tamb = 25°C 12 t = 1250 A2 s 

GY 52.546 (Cl 
GA 52.546 (Cl 

• GB 52.546 (Cl • GD 52.546 (Cl 
GF 52.546 (Cl • GH 52.546 (Cl 

• GD 54.546 (Cl 280 380 140 190 
GF 54.546 (Cl 420 570 210 280 • GH 54.546 (Cl 560 760 280 380 

100 A / tamb 25°C - 250A / 5 m/s - 12 t 

GY 57.556 (Cl 33 45 18 24 
GA 57.556 (Cl 67 90 36 48 • GB 57.556 (Cl 140 190 72 96 • GD 57.556 (Cl 280 280 140 190 
GF 57.556 (Cl 420 570 210 280 • GH 57.556 (Cl 560 760 280 380 

mm 

OE 1864 

75 

Feedi ng voltage ...... 
Tension. d'alimentation ..",. 

";70Vl 110 V 1 220 V , 1380 V. 

+ 
• 1 · 1 • J • 

IOSM Id "E ~ ... .. ~ ;> 
tamb= 0 .. 

40°C Ll. a: 
.a°C Oiodes S 

Heat sink Orawing 
(Al Ü a Radiateur Plan 

~ > 
i:i .S 

10. 5mn (Al TYPES Q TYPE 

110 85 65 46 
J[ 

OE 1864 

2xOE1868 

110 85 65 46 OE 1864 

2 x OE1868 

145 I 105 85 68 ß 
~ OE 3747 

R 43 HZ 
145 105 85 68 R 63 HZ OE 3747 

R 83 HZ 
6 x CB 80 

10.000 A2 s 

RU 800 ß RU 801 
165 135 110 90 RU 802 OEZ13173 

RU 804 
RU 806 6x CB 80 
RU 808 

mm mm 

OE 3747 OE 13173 



7fS 

<~t HIGH POWER THREE-PHASE BRIDGES 
~~W PONTS TRIPHASES GRANDE PUISSANCE 

Recommended 
Max Vo Itages voltages 
Tensions max . Tensions 

recommandees 
TYPES 

V eff Vd Veff Vd 
(rms) (rms) 
(VI (V) (VI (VI 

150 A / tamb 25° C - 180A / 1 m/s - 12 t 

GY 57.356 (C) 33 45 18 24 
GA 57.356 (C) 67 90 36 48 • GB 57.356 (Cl 140 190 72 96 • GD 57.356 (C) 280 380 140 190 
GF 57.356 (C) 420 570 210 280 

.... GH 57.356 (C) 560 760 280 380 

220 A / tamb 25°C - 250A / 1 m/s - 12 t = 

• GB 601.366 (Cl 140 190 72 96 • GD 601.366 (Cl 280 380 140 190 
G F 601.366 (Cl 420 570 210 280 

.... GH 601.366 (C) 560 760 280 380 • GL 601.366 (Cl 840 1140 425 570 • GN 601.366 (Cl 980 1330 500 670 

320 A / tamb = 25° C - 450A / 1 m/s - 12 t 

• GB 68.366 (Cl 140 190 72 96 • GD 68.366 (Cl 280 380 140 190 
GF 68.366 (Cl 420 570 210 280 

.... GH 68.366 (C) 560 760 280 380 
• GL 68.366 (C) 840 1140 425 570 • GN 68.366 (C) 980 1330 500 670 

* GO 68.366 (Cl 1130 1520 570 765 
GP 68.366 (Cl 1410 1900 710 955 

mm 

DEZ 13544 

Feeding voltages "" 
Tensions d'alimentation "" 

+ 
";;70V.l ll0 V 1 220 Vj 380 v l 440 V.1515 V . 

• I • I A 1 • 1 • I * 

105M Id -= 
., 

'" 
!!' 

tamb = :: ~ 
<5 .. 

40°C u. D: 

40° C Diodes i Heat sink Drawing 
(A) ~ i:; Radiateur Plan 

:> 
'ii .s 

10 s 5mn (Al TYPES a TYPE 

10.000 A2 s 

RU 800 3 3 
RU 801 3 3 

190 170 150 125 RU 802 3 3 DEZ13544 
RU 804 3 3 
RU 806 3 3 3 x P 150 
RU 808 3 3 

15.000 A 2 s 

KU 1002 6 ~ KU 1004 6 
240 230 200 185 KU 1006 6 ~,.;:r, DEZ13419 

KU 1008 6 
KU 1012 6 6 x P 80 
KU 1014 6 

80.000 A2 s 

SA2002 R 6 ~ SA2004 R 6 :::::;;! ::-
SA2006 R 6 

~ E 750 640 480 280 SA2008 R 6 DEZ13482 
SA2012 R 6 nF.nr"'if1 
SA2014 R 6 
SA2016 R 6 6 x P 80 
SA2020 R 6 

mm mm 

DEZ 13419 DEZ 13482 



HIGH POWER THREE·PHASE BRIDGES 

PONTS TRIPHASES GRANDE PUISSANCE 

TYPES 

450 A / tamb 

• GB 62.376 (Cl 
• GO 62.376 (Cl 

GF 62.376 (Cl 
... GH 62.376 (Cl 
• GL 62.376 (Cl 
, GN 62.376 (Cl * GO 62.376 (Cl 

GP 62.376 (Cl 
GU 62.376 (Cl 

650 A / tamb 

• GB 62.386 (Cl 
• GO 62.386 (Cl 

GF 62.386 (Cl 
... GH 62.386 (Cl 
• GL 62.386 (Cl 
, GN 62.386 (Cl * GO 62.386 (Cl 

GP 62.386 (Cl 
GU 62.386 (Cl 

1000 A / tamb 

• GB 602.396 (Cl 
• GO 602.396 (Cl 

GF 602.396 (Cl 
... GH 602.396 (Cl 
• GL 602.396 (Cl 
, GN 602.396 (Cl * GO 602.396 (Cl 

GP 602.396 (Cl 
GU 602.396 (Cl 

Max Voltages 
Tensions max. 

Veff Vd 
(rmsl 
(VI (VI 

25°C 

140 
280 
420 
560 
840 
980 

1130 
1410 
1690 

190 
380 
570 
760 

1140 
1330 
1520 
1900 
2280 

Recommended 
voltages 
Tensions 
recommandees 

VeH Vd 
(rmsl 
(VI (VI 

72 
140 
210 
280 
425 
500 
570 
710 
850 

96 
190 
280 
380 
570 
670 
765 
955 

1145 

25°C - 780A I 1 m/s - f I t 

140 
280 
420 
560 
840 
980 

1130 
1410 
1690 

190 
380 
570 
760 

1140 
1330 
1520 
1900 
2280 

72 
140 
210 
280 
425 
500 
570 
710 
850 

96 
190 
280 
380 
570 
670 
765 
955 

1145 

25°C - 1200A I 1 m/s - 12 t 

140 
280 
420 
560 
840 
980 

1130 
1410 
1690 

DEZ 13550 

190 
380 
570 
760 

1140 
1330 
1520 
1900 
2280 

mm 

72 
140 
210 
280 
425 
500 
570 
710 
850 

96 
190 
280 
380 
570 
670 
765 
955 

1145 

IOSM 

tamb= 
40°C 

(Al 

10 $ 5 mn 

1000 820 600 

1000 850 750 

1400 1200 1000 

mm 

DEZ 13307 

77 

Feeding voltages "" 
Tensions d'alimentation "" 

';;;70 V.l ll0 V· I 220 V.1380 V . 1440 V . 1515 V. 

Id 

40° C 

(Al 

380 

550 

650 

• I 
• 1 

... 

TYPES Q 

TA3002R 
TA3004R 
TA3006R 
TA3008R 
TA3012R 
TA3014R 
TA3016R 
TA3020R 
TA3024R 

TA3002R 
TA3004R 
TA3006R 
TA3OO8R 
TA3012R 
TA3014R 
TA3016R 
TA3020R 
TA3024R 

B 5002 R 
B 5004 R 
B 5006 R 
B 5008 R 
B 5012 R 
B 5014 R 
B 5016 R 
B 5020 R 
B 5024 R 

I 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

• I , 

Heat sink 
Radiateur 

TYPE 

6xTNF15O 

I 

I ~ 
6 
6 6XR15O 
6 

i ~ 
6 
6 
6 6xR3oo 
6 

mm 

DEZ 13383 

* 

Orawing 
Plan 

OEZ1355O 

OEZ13307 

OEZ13383 
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MEDIUM POWER SINGLE PHASE HALF-CONTROI.I.ED BRIDGES 
PONTS MONOPHASES M'XTES MOYENNE PUISSANCE 

Recommended 
Max Voltages volta!les 
Tensions max. Tensions 'd 

recommandees 

TYPES Veff Vd Veff Vd 
(A) 

(rms) (rms) 
40°C 100° C (V) (V) (V) (V) 

10 A / tamb = 60°C 

BY 206.751.9320 33 30 18 16 
BA 206.751.9320 67 60 36 32 
BB 206.751 .9320 140 125 72 64 10 0 
BD 206.751.9320 280 250 140 125 
BF 206.751.9320 420 380 210 190 

18 A / tamb = 25°C 12 t 265 A 2s 

BY 44.76.2230 (C) 33 30 18 16 
BA 44.76.2230 (C) 67 60 36 32 • BB 44.76.2230 (CI 140 125 72 64 • BD 44.76.2230 (C) 280 250 140 125 15 4,5 
BF 44:76.2230 (C) 420 380 210 190 

& BH 44.76.2230 (C) 560 500 280 250 • BL 44.76.2230 (C) 840 760 425 380 

35 A / tamb = 25° C 12 t = 300 A
2s 

BY 51 .78.2330 (C) 33 30 18 16 
BA 51 .78.2330 (C) 67 60 36 32 • BB 51 .78.2330 (C) 140 125 72 64 • BD 51 .78.2330 (C) 280 250 140 125 30 9 
BF 51 .78.2330 (C) 420 380 210 190 

& BH 51 .78.2330 (C) 560 500 280 250 • BL 51 .78.2330 (C) 840 760 425 380 

35 A / tamb = 25° C -50All m/s - 12 t = 1.250 A2 s 

BY 52.802.5430 (CI 33 30 18 16 
BA 52.802.5430 (C) 67 60 36 32 • BB 52.802.5430 (C) 140 125 72 64 35 12 • BD 52.802.5430 (C) 280 250 140 125 
BF 52.802.5430 (CI 420 380 210 190 

& BH 52.802.5430 (CI 560 500 280 250 

DEZ 14901 DEZ 12708 

!'eeding voltages .0" 

Tensions d 'alimentation ~ 

';;;;;70V.l"0 v 1 220 v .1380 V . 

• I • I & 1 • 

'E ~ .. <> ~ ~ Heat sink 
15 .... a:: Radiateur 

Diodes " Thyristors Drawing 
-' t Plan .., ., e :> 
:a .~ 

TYPES Q TYPES Q TYPE 

moulding 
moulage DEZ12711 DEZ14901 

G 510 2 2N 682 2 J[ G 1010 2 2N 683 2 
G 2010 2 2N 685 2 
G 4010 2 2N 688 2 DEZ12708 
G 6010 2 2N 690 2 
G 8010 2 2N 692 2 2xDE 1816 
G 1210 2 TR 12 2 

IN 248 B 2 TS 035 2 J[ IN 249 B 2 TS 135 2 
IN 250 B 2 TS 235 2 
IN 1196A 2 TS 435 2 DEZ126B3 
IN 1198A 2 TS 635 2 
RN 820 2 TS 835 2 2xDE 1867 
RN1220 2 TS 1235 2 

IN 1183 2 TJ 700 2 ~; IN 1184 2 TJ 701 2 
IN 1186 2 TJ 702 2 DEZ13B38 
IN 1188 2 TJ 704 2 
IN 1190 2 TJ 706 2 4 x CB 80 RN 835 2 TJ 708 2 

DEZ 12683 DEZ 13838 



HIGH POWER SINGLE PHASE 
HALF-CONTROLLED BRIDGES 

PONTS MONOPHASES MIXTES 
GRANDE PUISSANCE 

Max Voltages 
Tensions max . 

TYPES Veff Vd 
(rms) 
(V) (V) 

70 A / tamb 25°C - 85A / 1 m/s 

BY 57.802.3530 33 30 
BA 57.802.3530 67 60 

• BB 57.802.3530 140 125 • BD 57.802.3530 280 250 
BF 57.802.3530 420 380 

~ BH 57.802.3530 560 500 

- ,. 

Recommended 
voltages 
Tensions 
recommandees 

Veff Vd 

(rms) 
(V) (V) 

d' 

• 

• 
d' 

Id 

(Al 

40°C 

- 12 t 2.500 A 2 s 

18 16 
36 32 
72 64 60 

140 125 
210 190 
280 250 

100 A / tamb 25°C - 120A / 1 m/s - 12 t 7.000 A 2 s 

• BB 601.81.3630 140 125 72 64 • BO 601.81.3630 280 250 140 125 
BF 601.81.3630 420 380 210 190 85 

~ BH 601.81.3630 560 500 280 250 
• BL 601.81.3630 840 760 425 380 , BN 601.81.3630 990 890 500 450 

140 A / tamb 25° C - 170A / 1 m/s - 1
2 

t 10.000 A 2 s 

• BB 601.83.3430 140 125 72 64 • BD 601.83.3430 280 250 140 125 
BF 601.83.3430 420 380 210 190 115 

~ BH 601.83.3430 560 500 280 250 
• BL 601.83.3430 840 760 425 380 , BN 601.83.3430 990 890 500 450 

mm 

100° C 

20 

25 

35 

DEZ 13556 DEZ 13562 

79 

Feedi ng voltages -'\r 

Tension. d'alimentation "" 

";;70Vl ll0 V.1 220 V. 1380 V. [ 440 V . 

• 1 • I ~ I • , , 

'E ~ 
'" '" ~ " Heat sink CI> 
0 er. Radiateur IL Drawing Diodes 
~ ~ Thyristors Plan u 
~ 

<> 
:> 

'ii .= 
TYPES a TYPES a TYPE 

RU 800 2 TJ 700 2 I1 RU 801 2 TJ 701 2 
RU 802 2 TJ 702 2 OEZ13556 
RU 804 2 TJ 704 2 
RU 806 2 TJ 706 2 2 x P 150 
RU 808 2 TJ 708 2 

KU 1002 2 TK 120 2 ~ ~ 
KU 1004 2 TK 140 2 ~~ 
KU 1006 2 TK 160 2 ~ OEZ13562 
KU 1008 2 TK 180 2 
KU 1012 2 TK 1120 2 4 x P 80 
KU 1014 2 TK 1140 2 

KU 1002 2 TK 1402 2 ~~ KU 1004 2 TK 1404 2 
KU 1006 2 TK 1406 2 ~ OEZ13568 
KU 1008 2 TK 1408 2 
KU 1012 2 TK 1412 2 4 x P 150 
KU 1014 2 TK 1414 2 

mm mm 

DEZ 13568 
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HIGH POWER SINGLE PHASE 
HALF-CONTROLLED BRIDGES 

PONTS "ONOPHASES "'XTES 
GRANDE PUISSANCE 

TYPES 

Max VOltages 
Tensions max. 

Veff 
(rms) 
(V) (V) 

200 A / tamb 25°C - 280A / 1 

• BB 62.84.3730 (C) 140 125 • BD 62.84.3730 (C) 280 250 
BF 62.84.3730 (C) 420 380 

A BH 62.84.3730 (C) 560 500 
• BL 62.84.3730 (C) 840 760 , BN 62.B4.3730 IC) 990 890 

* BO 62.84.3730 (C) 1130 1015 

320 A / tamb = 25°C - 380A / 1 

• BB 62.85.3830 (C) 140 125 • BO 62.85.3830 IC) 280 250 
BF 62.85.3830 IC) 420 380 

A BH 62.85.3830 IC) 560 500 
• BL 62.85.3830 ICI 840 760 , BN 62.85.3830 ICI 990 890 

* BO 62.85.3830 IC) 1130 1015 

Recommended 
voltages 
Tensions 
recommandees 

Veff 
(rms) 
(V) 

m/s -

72 
140 
210 
280 
425 
500 
570 

m/s -

72 
140 
210 
280 
425 
500 
570 

(V) 

J2 t = 

64 
125 
190 
250 
380 
450 
510 

J2 t = 

64 
125 
190 
250 
380 
450 
510 

410 A / tamb 25°C - 490A / 1 m/s - J2 t 

• BB 602.800.3930 IC) 140 125 72 64 • BD 602.800.3920 IC) 280 250 140 125 
BF 602.800.3930 ICI 420 380 210 190 

A BH 602.800.3930 IC) 560 500 280 250 
• BL 602.800.3930 IC) 840 760 425 380 , BN 602.800.3930 IC) 990 B90 500 450 

* BO 602.800.3930 IC) 1130 1015 570 510 

mm 

DEZ 13574 

Feeding voltages "" 
Tensions d'alimentation "" 

";;70V. l ll 0 v . l no V .I 380 v 1440 v. 1515 V . 

• I • A I • I , I * 

"E ill .., S 
~ ~ Heat sink 
(; a: Radiateur 1.1. 

Drawing Diodes .. Thyristors 
~ 

.. Plan 
f 0 

:> 
'ii oE 

(A) 

TYPES Q TYPES Q TYPE 

50.000 A2 s 

TA3002 R 2 TI 220 2 
TA3004 R 2 TT 240 2 
TA3006 R 2 TI 260 2 

170 50 TA3008 R 2 TT 280 2 DEZ13574 
TA3012 R 2 TI 2120 2 
TA3014 R 2 TT 2140 2 4 x TNFl50 
TA3016 R 2 TI 2160 2 

80.000 A2 s 

TA3002 R 2 TI 320 2 ~~ TA3004 R 2 TI 340 2 -TA3006 R 2 TI 360 2 
280 85 TA3008 R 2 TI 380 2 DEZ13580 

TA3012 R 2 TI 3120 2 
TA3014 R :2 TI 3140 2 4xR150 
TA3016 R 2 TI 3160 2 

200.000 A2 s 

B 5002 R 2 TB 420 2 

~ B 5004 R 2 TB 440 2 
B 5006 R 2 TB 460 2 

350 105 B 5008 R 2 TB 480 2 DEZ13586 
B 5012 R 2 TB 4120 2 
B 5014 R 2 TB 4140 2 4xR300 
B 5016 R 2 TB 4160 2 

mm mm 

DEZ 13580 DEZ 13586 



.EDIU. POil/ER THREE - PHASE 
HALF-CONTROLLED BRIDGES 

PONTS TRIPHASES .,XTES 
.OYENNE PUISSANCE 

Max Voltages 
Tensions max. 

TYPES Veff Vd 
(rms) 
(V) (V) 

Recommended 
voltages 
Tensions 
recommandees 

Veff Vd 

(rms) 
(V) (V) 

25 Atl 
/ tamb 25°C 12 t = 265 A 2 s 

GY 44.76.2260 (C) 33 45 18 24 
GA 44.76.2260 (C) 67 90 36 48 

• GB 44.76.2260 (C) 140 190 72 96 • GD 44.76.2260 (C) 280 380 140 190 
GF 44.76.2260 (C) 420 570 210 280 

Ä GH 44.76.2260 (C) 560 760 280 380 
• GL 44.76.2260 (C) 840 1140 425 570 

50 A~ / tamb 25° C 12 t 300 A 2 s 

GY 51 .78.2360 (C) 33 45 18 24 
GA 51.78.2360 (C) 67 90 36 48 

• GB 51.78.2360 (C) 140 140 72 96 • GD 51.78.2360 (C) 280 380 140 190 
GF 51.78.2360 (C) 420 570 210 280 

Ä GH 51 .78.2360 (C) 560 760 280 380 
• GL 51.78.2360 (C) 840 1140 425 570 

40°C 

21 

42 

50 A / tamb 25°C - 70A I 1 m/s - 12 t 1250 A 2 s 

GY 52.802.5460 (C) 33 45 18 24 
GA 52.802.5460 (C) 67 90 36 48 

• GB 52.802.5460 (C) 140 190 72 96 40 • GD 52.802.5460 (C) 280 380 140 190 
GF 52.802.5460 (C) 420 570 210 280 

Ä GH 52.802.5460 (C) 560 760 280 380 

+ 

Id 
Diodes 

(A) 

100° C TYPES 

G 510 
G 1010 
G 2010 

6 G 4010 
G 6010 
G 8010 
G 1210 

IN 248 B 
IN 249 B 
IN 250 B 

12 IN 1196A 
IN 1198 A 
RN 820 
RN 1220 

IN 1183 
IN 1184 

18 IN 1186 
IN 1188 
IN 1190 
RN 835 

<:r For 25 A and 50 A stacks, the thyristors are mounted in the negative arms of the bridge . 
-tl Les Thyrist o rs d es montages 2 5 et 50 Asant monte s dans les bras negatifs. 

... '''' j 'S~~. ',' ... 
~ - - ". " '. 

- "' ; . ~" , 
" ~:' ~\ JI: 

-.~ " . .. ~. 

DEZ 13871 

mm 

DEZ 13869 

mm 

8f 

Feeding voltages "" 
Tensions d'alimentation "" 

";;70V. !110 V.1220 V . 1380 V. 

• I • I Ä I • 

~ ~ 
~ co 

(; ä; Heat sink 
a: Radiateur 

11. Drawing ., Thyristors 
~ ~ Plan 
~ ~ 
'D .!: 

a TYPES a TYPE 

3 TR 0.5 3 J[ 3 TR 1 3 
3 TR 2 3 
3 TR 4 3 DEZ13871 
3 TR 6 3 
3 TR 8 3 2"DE 1817 
3 TR 12 3 

3 TS 035 3 J[ 3 TS 135 3 
3 TS 235 3 
3 TS 435 3 DEZ13869 
3 TS 635 3 
3 TS 835 3 2xDE 1868 
3 TS 1235 3 

3 TJ 700 3 ~ 
3 TJ 701 3 -< 

:! 3 TJ 702 3 -LJ=> DEZ13834 
3 TJ 704 3 
3 TJ 706 3 6 x CB 80 
3 TJ 708 3 

mm 

DEZ 13834 
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HIGH POWER THREE PHASE 
HALF·CONTROLLED BRIDGES 

PONTS TRIPHASES MIXTES 
GRANDE PUISSANCE 

Max Voltages 
Tensions max. 

TYPES Veff Vd 

I (rmsl 
(VI (VI 

100 A I tamb 25° C - 120A / 1 

GY 57.802.3560 (Cl 33 45 
GA 57.802.3560 (Cl 67 90 

• GB 57.802.3560 (Cl 140 190 • GD 57.802.3560 (Cl 280 380 
GF 57.802.3560 (Cl 420 570 

.... GH 57.802.3560 (Cl 560 760 

Recommended 
voltages 
Tensions Id 
recommandees 

Vd 
(Al 

40°C I 100° C (VI 

m/s - )2 t = 3.000 A 2 s 

18 24 
36 48 
72 96 85 25 

140 190 
210 280 
280 380 

150 A I tamb 25°C - 180A / 1 m/s - )2 t 9.000 A 2 s 

• GB 601 .81.3660 (Cl 140 190 72 96 • GD 601 .81.3660 (Cl 280 380 140 190 
GF 601.81.3660 (Cl 420 570 210 280 125 35 

.... GH 601.81.3660 (Cl 560 760 280 380 
• GL 601.81.3660 (Cl 840 1140 425 570 , GN 601.81.3660 (Cl 980 1330 500 670 

200 A I tamb 25° C - 240A / 1 m/s - )2 t 12.000 A 2 s 

• GB 601.83.3460 (Cl 140 190 72 96 • GD 601.83.3460 (Cl 280 380 140 190 
GF 601.83.3460 (Cl 420 570 210 280 170 50 .... GH 601.83.3460 (Cl 560 760 280 380 

• GL 601.83.3460 (Cl 840 1140 425 570 , GN 601.83.3460 (Cl 980 1330 500 670 

mm 

DEZ 13559 DEZ 13565 

Feeding voltages "" 

Tensions d'alimentation "" 
';;;70V,1 11 0 v·lno V , I 380 V. 1440V. 

• I • I .... I • I 
, 

1: ~ 

'" :. ;! > Heat sink 

" " CL a: Radiateur 

Diodes 
~ Thyristors 

Drawing 

1:> Plan 
~ 

., 
> 

'Ö E 

TYPES a TYPES a TYPE 

RU 800 3 TJ 700 3 H RU 801 3 TJ 701 3 
RU 802 3 T J 702 3 DEZ13559 
RU 804 3 T J 704 3 
RU 806 3 TJ 706 3 3xP150 
RU 808 , 3 TJ 708 3 

KU 1002 3 TK 120 3 11 KU 1004 3 TK 140 3 
KU 1006 3 TK 160 3 DEZ13565 
KU 1008 3 TK 180 3 
KU 1012 3 TK 1120 3 6 x P 80 
KU 1014 3 ' TK 1140 3 

KU 1002 3 TK 1402 3 ß KU 1004 3 TK 1404 3 
KU 1006 3 TK 1406 3 DEZ13571 
KU 1008 3 TK 1408 3 
KU 1012 3 TK 1412 3 6xP150 
KU 1014 3 TK 1414 3 

mm mm 

DEZ 13571 



HIGH POWER THREE PHASE 
HALF-CONTROLLED BRIDGES 

PONTS TRIPHASES IIIXTES 
GRANDE PUISSANCE 

Max Voltages 
Tensions max . 

TYPES Veff Vd 
(rmsl 
IV) (VI 

280 A / tamb 25°C - 360A / 

• GB 62.84.3760 (Cl 140 190 • GD 62.84.3760 (Cl 280 380 
GF 62.84.3760 (Cl 420 570 

... GH 62.84.3760 (Cl 560 760 
• GL 62.84.3760 (Cl 840 1140 , GN 62.84.3760 (Cl 980 1330 

* GO 62.84.3760 (Cl 1130 1520 

Recom me nded 
voltages 
Tensions 
recommandees 

Veff Vd 

(rmol 
(VI (VI 

m/s 12 t = 

72 96 
140 190 
210 280 
280 380 
425 570 
500 670 
570 765 

450 A / tamb 25° C - 540A / 1 m/s - 12 t 

• GB 62.85.3860 (Cl 140 190 72 96 • GD 62.85.3860 (Cl 280 380 140 190 
GF 62.85.3860 (Cl 420 570 210 280 

... GH 62.85.3860 (Cl 560 760 280 380 
• GL 62.85.3860 (Cl 840 1140 425 570 , 

GN 62.85.3860 (Cl 980 1330 500 670 

* GO 62.85.3860 (Cl 1130 1520 570 765 

600 A / tamb 25°C - 720A / 1 m/s - 12 t 

• GB 602.800.3960 (Cl 140 190 72 96 • GD 602.800.3960 (Cl 280 380 140 190 
GF 602.800.3960 (Cl 420 570 210 280 

... GH 602.800.3960 (Cl 560 760 280 380 • GL 602.800.3960 (Cl 840 1140 425 570 , 
GN 602.800.3960 (Cl 980 1330 500 670 

* GO 602.800.3960 (Cl 1130 1520 570 765 

mm 

DEZ 13577 
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Feeding voltages "" 
Tensions d'alimentation "" 

+ 
";70v.lll0 V · 1220 V ·1 380 V . I440 v 1 515 V . 

• J • I ... I • I , I * 

"0 ll! 
~ l;; 

(; ~ Heat sink 
Id a: Radiateur lL 

Drawing Diodes 
5 

Thyristors 
<ö Plan 

(Al :: :-
'5 .E 

40° C 100° C TYPES 0 TYPES 0 TYPE 

75.000 A 2 s 

- :K~ ::z: == TA3002 R 3 TT 220 3 .... -..... - -t-
TA3004 R 3 TT 240 3 ~~~ TA3006 R 3 TT 260 3 - --240 80 TA3008 R 3 TT 280 3 ~~ :s: DEZ13577 
TA3012 R 3 TT 2120 3 
TA3014 R 3 TT 2140 3 6xTNFl50 
TA3016 R 3 TT 2160 3 

100.000 A 2 s 

TA3002 R 3 TT 320 3 ~ TA3004 R 3 TT 340 3 
TA3006 R 3 TT 360 3 

3BO 120 TA3008 R 3 TT 380 3 DEZ13583 
TA3012 R 3 TT 3120 3 
TA3014 R 3 TT 3140 

~ I 
6 x R 150 

TA3016 R 3 TT 3160 

250.000 A 2 s 

B 5002 R 3 TB 420 3 ~ B 5004 R 3 TB 440 3 

~~ B 5006 R 3 TB 460 3 
510 150 B 5008 R 3 TB 480 3 DEZ13589 

B 5012 R 3 TB 4120 3 
B 5014 R 3 TB 4140 3 6x R 300 
B 5016 R 3 TB 4160 3 

mm mm 

DEZ 13583 DEZ 13589 
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For the selection of a rectifier 
stack, some general criteria 
should be considered : 

Selection of the stack 
This choice depends first on 
the kind of supply, single
phase or three-phase current, 
and second on the 
acceptable amount of ripple. 

Selection or the current 
rating 
For this choice, not only 
normal operating conditions 
should be considered, but 
also possible overload 
operation, and maximum 
room temperature at the 
location where the rectifier 
sha 11 be used . 
Rated bridge current is 
specified for 25°C (77° F). 
For temperatures above 
25°C, the current shall be 
reduced proportionally to the 
increase of temperature, down 
to zero for 125°C (257° F). 

Selection of the voltage 
rating 
The rectifier bridge should 
withstand not only the 
reverse voltage correspondi ng 
to the nominal working 
voltage, but any surge voltage 
liable to occure on the diodes . 
In the following pages, the 
fourth column specifies the 
maximum acceptable AC 
voltages, without considering 
any kind of overvoltage. If 
overvoltages are liable to 
occure on the diodes, it is 
advisable to apply a safety 
factor of approximately 2. 
Recommended operating 
voltages are given in columns 
6 and 7. 

RECOMMANDA.,'ONS FOR USE 
RECOIIIIANDA .,'ONS D'EMPLOI 

Rectifier stacks with 
controlled avalanche diodes 

Assemblies with such diodes 
are specially recommended 
when overvoltage is liable to 
occure, and more specially 
when the rectifier feeds a 
capacitive or an inductive 
load (such as a motor field 
winding) 

Protection against commutation 
transients 

In three-phase, (and more 
generally in all multiphase 
systems) a condenser should 
be provided in parallel with 
the diodes, to suppress the 
commutation surges. Such 
condensers shall be 
systematically provided on 
power re,ctifiers, when the 
identification symbol is 
followed by the letter «C» . 

Compound sets (i.e . half 
controlled bridges) are 
normally supplied with an 
RC - network connected ac ross 
the semi-conductors (letter 
«C» after the coded symbol) 

Fuse protection : 

Rectifier bridges of this 
catalogue are supplied without 
fuses . Owing to the mecanical 
lay-out of packaged 
rectifiers, fuses can only be 
inserted in the AC supply 
connections. This protection 
can be supplied separately, 
upon request. 

For individual series 
protection of the diodes, 
please consu It the 
manufacturer. 

Pour la determination d'un 
montage redresseur il y a lieu 
de respecter un certain nombre 
de criteres generaux : 

Choix du montage 
Ce choix est principalement 
impose par la nature du 
reseau d'alimentation : 
monophase ou triphase et, en 
second lieu, par le taux 
d'ondulation residuel desire. 

Choix de I'intensite nominale 
Dans ce choix, il y a lieu de 
tenir compte non seulement 
du regime normal de 
fonctionnement du pont, mais 
aussi du regime de surcharge et 
de la temperature maximum 
ambiante du local ou sera 
instailElle redresseur. 
La valeur nominale de 
I'intensite du pont est donnee 
a 25°C. Pour une temperature 
superieure a 25°C et inferieure 
a 125°C, le debit du pont doit 
diminuer suivant une loi 
lineaire jusqu'a 125°C. 

Choix de la tension 
Le pont redresseur doit pouvoir 
tenir non seulement la tension 
inverse, mais aussi toutes les 
surtensions qui peuvent se 
presenter aux bornes des 
diodes. Dans les pages 
suivantes, la quatrieme 
colonne indique la valeur 
maximum des tensions 
alternatives admissibles sans 
tenir compte de la presence 
de surtensions d'aucune sorte. 
Au cas ou des surtensions 
pourraient se presenter aux 
bornes des diodes, il est 
recommande de prevoir un 
cCEfficient de securite en 
tension de I' ordre de 2 ; Les 
tensions d'emploi 
recommandees sont indiquees 
dans les colonnes 6 et 7_ 

Montages avec diodes a 
avalanche controh!e 

Les montages avec ces diodes 
sont particulierement 
recommandes lorsque la 
presence de surtensions est 
a craindre , et plus 
particulierement larsque le 
montage doit debiter sur un 
circuit capacitif ou inductif 
(circuit d'excitation d'un 
moteur par exemplel-

Protection contre les 
surtensions de commutation : 

Dans les montages triphases 
(polyphases en general) il y a 
lieu de prevoir un condensateur 
aux bornes des diodes pour 
absorber les surtensions de 
cammutation . Ces 
condensateurs sero nt montes 
systematiquement sur les 
redresseurs de puissance 
lorsque le symbole de 
codification sera s"uivi de la 
lettre «C». 

Les montages mixtes sont 
normalement prevus avec 1 
circuit RC aux bornes des 
semi-conducteurs (Iettre «Cl) 
apres la codification). 

Protection par 
cartouches fusibles : 

Les ponts redresseu rs du 
pnlsent catalogue sont livres 
sans cartouches fusibles . La 
conception mecanique des 
redresseurs ne permet I'emploi 
de cartouches qu'en serie avec 
les phases d'alimentation. Sur 
demande, il est possible de 
fou rn i r se pa rement cette 
protection. 

Pour la protection en serie 
avec les diodes, il y a lieu de 
naus consulter. 
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